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A. Typenverzeichnis

a. alpha-numerisch

Seite
BC 107 1
BC 108 1
BC 109 1
BC 140 9
BC 141 9
BC 160 15
BC 161 15
BC 177 19
BC 178 19
BC 179 19
BC 368 25
BC 369 27
BC 635 29
BC 636 31
BC 637 29
BC 638 31
BC 639 29
BC 640 31
BCY 58 33
BCY 59 @@ 33
BCY 72 41
BCY 77 43
BCY 78 43
BCY 79 @@ 43
BD 127 51
BD 128 51
BD 129 51
BD 135 53
BD 136 57
BD 137 53
BD 138 57
BD 139 53
BD 140 57
BDY 45 61
BDY 46 61
BDY 47 61
BF 420 67
BF 421 69
BF 422 67
BF 423 69
BF 469 71
BF 470 73
BF 471 71
BF 472 73
BF 869 75
BF 870 79
BF 871 75
BF 872 79
BFX 34 @@ 83
BFX 65 @@ 89
BFY 56 A 91

@ @ Kann als gitebestatigtes Bauelement geliefert werden

BSS 42
BSS 43
BSS 44
BSS 45 @@
BSS 46

BSV 15
BSV 16
BSV 60

BSX 45 0@
BSX 46 @@

BSY 55
BSY 56

BU 126
BU 204
BU 205
BU 206
BU 207
BU 208
BU 208 A
BU 208 D
BU 209
BU 426
BU 426 A
BU 508
BU 508 A
BU 508 D
BU 526
BU 536
BU 546
BU 705
BU 902
BU 903
BU 908

BUT 54
BUT 56
BUT 56 A
BUT 93
BUV 30
BUV 47
BUV 47 A
BUV 48
BUV 48 A
BUV 93
BUV 94
BUV 95

BUX 30
BUX 30 AV
BUX 37
BUX 47
BUX 47 A
BUX 48
BUX 48 A

259

BUX 84
BUX 85
BUX 86
BUX 87

BUY 50

S518T
S601T
S630T
S637T
S671 T
S673T
S730T

TE 13002
TE 13003
TE 13004
TE 13005
TE 13006
TE 13007

2N 1613
2N1711

2N 1893

2N 2218
2N2218A 00
2 N 2219
2N2219A00
2N 2221

2N 2221 AGO@®
2N 2222

2N 2222 A 00
2 N 2904

2 N 2904 A
2N 2905 0@
2N 2905 A 00
2 N 2906

2 N 2906 A

2 N 2907 @@
2N 2907 A@@®
2N 3019

2 N 3053

2N 3700 @@
2 N 4033

2 N 4036

2N 51563

2N 5154

Vil






b. Kleinleistungstransistoren (Rinyc = 15 K/W) nach Anwendungsgebieten

Seite
Allgemein im NF-Bereich
18A3 DIN 41876 — JEDEC TO 18
NPN
BC 107, BC 108, BC 10923 1
BCY 58, BCY 59 33
PNP
BC 177,BC 178,BC 17923 19
BCY 72 41
BCY 77, BCY 78, BCY 7923 43
BFX 65 89
10A3 DIN 41868 - JEDEC TO 92 Z
NPN
BC 635, BC 637, BC 63923 29
PNP
BC 636, BC 638, BC 6402 3 31
5C3 DIN 41873 - JEDEC TO 39
NPN
BC 140,BC 141 1293 9
BFY 56 A 91
BSX 45, BSX 46 % 121
BSY 55, BSY 56 127
2N 1893 331
PNP
BC 160,BC 161 V23 15
BSV 15,BSV 16 ¥ 111
2N 4033 371
2N 4036 375
Rauscharme NF-Vorstufen
18A3 DIN 41876 - JEDEC TO 18
NPN
BC 109 1
PNP
BC 179 19
BFX 65 89
NF-Leistungsverstarker, Treiber- und
Endstufen
5C3 DIN 41873 - JEDEC TO 39
NPN
BC 140,BC 141123 9
BFX 34 83
BSS 45 105
BSV 60 117
BSX 45, BSX 46 121
BSY 55, BSY 56 127
2N 1893 331

) Gepaart lieferbar

2 Komplementértypen

Seite
2N 5154 105
PNP
BC 160, BC 161 V23 15
BSS 44, BSS 46 99
BSV 15, BSV 16 ® 111
2N 5153 929
10A3 DIN 41868 - JEDEC TO 92 Z
NPN
BC 368 12 25
BC 635, BC 637, BC 63929 29
PNP
BC 36912 27
BC 636, BC 638, BC 6402 9 31
Video-B-Endstufen in Schwarz-WeiB-
und Farb-FS-Geraten
10A3 DIN 41868 - JEDEC TO 92 Z
NPN
BF 420, BF 422 67
PNP
BF 421, BF 423 69

12A3 DIN 41869 - JEDEC TO 126 - (SOT 32)
NPN

BF 469, BF 471 71
PNP
BF 470, BF 472 73

34A3 DIN 41869 - JEDEC TO 202

NPN

BF 869, BF 871 75
S671T 291
S673T 295
PNP

BF 870, BF 872 79

Schalter

18A3 DIN 41873 - JEDEC TO 18

NPN

2N 2221, 2N 2221 A, 2N 2222, 2N 2222 A 343
PNP

BCY 72 41
2N 2906, 2N 2906 A, 2N 2907, 2N2907A 355

5C3 DIN 41873 - JEDEC TO 39

NPN
BC 140,BC 141 123 9
BSX 45, BSX 46 121

3 In Gruppen sortiert



BSY 55, BSY 56 127

2N 1613 321

2N 1711 327

2N 1893 331

2N 2218, 2N 2218 A, 2N 2219, 2N 2219 A 335

2N 3053 365

PNP

BC 160, BC 161123 15

BSV 15, BSV 16 111

2N 2904, 2N2904 A, 2N 2905, 2N2905A 349

Leistungsschalter und Relaistreiber

5C3 DIN 41873 - JEDEC TO 39

NPN

BFX 34 83

BSS 45 105

BSV 60 117

2N 5154 105

PNP

BSS 44, BSS 46 99

2N 5153 99

Hohe Betriebsspannungen

18A3 DIN 41876 — JEDEC TO 18

NPN

2N 3700 367

5C3 DIN 41876 - JEDEC TO 39

NPN

BFX 34 83

BSS 42, BSS 43 95

BSY 55, BSY 56 127

2N 1893 331

2N 3019 361
) Gepaart lieferbar 2 Komplementértypen

Seite

3 In Gruppen sortiert



c. Leistungstransistoren (Ringa = 15 K/W) nach Anwendungsgebieten

Seite
Allgemein bei hohen Betriebsspannungen
12A3 DIN 41869 - JEDEC TO 126 (SOT 32)
NPN
BD 127, BD 128, BD 129 51

Allgemein im NF-Bereich
12A3 DIN 41869 - JEDEC TO 126 (SOT 32)
NPN

BD 135, BD 137, BD 139 1 2 53
PNP
BD 136, BD 138, BD 140 V2 57

Spannungsregler, Inverter, getaktete

Netzgerate

3B2 DIN 41872 - JEDEC TO 3

NPN

BDY 45, BDY 46, BDY 47 61

BU 126 131

BU 526 161

BU 536 169

BU 546 173

BUX 47, BUX 47 A 253

BUX 48, BUX 48 A 259

S518T 275

S630T 283

=~ 15A3 DIN 41869 (TOP 3)

NPN

BU 426, BU 426 A 151

BU 902 181

BU 903 187

BU 908 193

BUV 47, BUV 47 A 219

BUV 48, BUV 48 A 225

14A3 DIN 41869 - JEDEC TO 220

NPN

BUT 54 197

BUT 56, BUT 56 A 203

BUT 93 209

BUX 84, BUX 85 265

TE 13004, TE 13005 309

TE 13006, TE 13007 315

34A3 DIN 41869 - JEDEC TO 202

NPN

BUV 93 231

BUV 94, BUV 95 235
" Gepaart lieferbar 2 Komplementartypen

Seite
12A3 DIN 41869 — JEDEC TO 126 (SOT 32)
NPN
BUX 86, BUX 87 269
TE 13002, TE 13003 303

Elektronische Kfz-Ziindschaltungen
3B2 DIN 41869 - JEDEC TO 3

NPN

BUX 30 239
BUX 30 AV 243
BUX 37 249
BUY 50 271
~15A3 DIN 41869 (TOP 3)

NPN

S637T 287
S730T 299

14A3 DIN 41869 - JEDEC TO 220

NPN
BUV 30 213
CHIP
NPN
S601T 279

Horizontal-Ablenk-Endstufen in
Schwarz-WeiB-Fernsehgeréten
3B2 DIN 41872 - JEDEC TO 3

NPN

BU 204, BU 205, BU 206 135
~15A3 DIN 41869 (TOP 3)

NPN

BU 705 179

Horizontal-Ablenk-Endstufen in

Farbfernsehgeraten

3B2 DIN 41872 - JEDEC TO 3

NPN

BU 207, BU 208, BU 209 139
BU 208 A 143
BU 208 D 147
~15A3 DIN 41869 (TOP 3)

NPN

BU 508, BU 508 A 153
BU 508 D 157

Xl
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1. Erlduterungen zu den technischen Daten

1.1. Aligemeine Angaben

1.1.1. Typenbezeichnungssystem fiir Halbleiter nach Pro Electron

Die Typenbezeichnung fiir Halbleiter als Einzelelement besteht aus:

Zwei Buchstaben und einem laufenden Kennzeichen

Beispiel:

Material

Der erste Buchstabe gibt Auskunft liber das Aus-
gangsmaterial:
A GERMANIUM (Bandabstand 0,6-1,0 eV) ')

B  SILIZIUM (Bandabstand 1,0-1,3 eV) ')
C GALLIUM-ARSENID (Bandabstand >1,3 eV) ')

R VERBINDUNGSHALBLEITER z.B. Kadmium-
Sulfid

Der zweite Buchstabe beschreibt die Haupt-

funktion:

A DIODE:
Mischung.

B DIODE: mit verénderlicher Kapazitét.

C TRANSISTOR: Kleine Leistungen, Ton-

frequenzbereich.

TRANSISTOR: Leistung, Tonfrequenzbereich.

DIODE: Tunneldiode.

F  TRANSISTOR: Kleine Leistungen, Hoch-
frequenzbereich.

G DIODE: Oszillator und andere Aufgaben.

H DIODE: auf Magnetfelder ansprechend.

K HALLGENERATOR: in magnetisch offenem
Kreis.

L TRANSISTOR: Leistung, Hochfrequenz-

bereich.

HALLGENERATOR: in magnetisch geschlos-

senem Kreis.

FOTOKOPPLUNGSELEMENTE

STRAHLUNGSEMPFINDLICHE ELEMENTE

STRAHLUNGSERZEUGENDE ELEMENTE

THYRISTOR: fiir kleine Leistungen.

TRANSISTOR: fiir kleine Leistungen, Schalt-

zwecke.

Gleichrichtung, Schaltzwecke,

m O

<

WO TV Z

B F 470

Funktion Kennzeichen
T THYRISTOR: fiir groBe Leistungen.
U TRANSISTOR: Leistungsschalttransistor.
X DIODE: Vervielfacher.

Y DIODE: Leistungsdiode, Gleichrichter,

Booster,
DIODE: Referenzdiode, Spannungsregler-
diode, Spannungsbegrenzerdiode.

N

Das laufende Kennzeichen der Bezeichnung be-

steht aus:

® einer 3-stelligen Zahl (100 bis 999) fiir Bauele-
mente zur Verwendung in Rundfunk-und Fern-
sehempfangern usw.

@® einem Buchstaben und einer 2-stelligen Zahl
(Y10 bis A99) fiir Bauelemente fiir professionel-
le Gerate und Anwendungen.

Ein Zusatzbuchstabe kann verwendet werden,
wenn das Element nur in einer Hinsicht (elektrisch
oder mechanisch) vom Grundtyp abweicht.

Die Buchstaben haben keine feste Bedeutung, mit
Ausnahme des Buchstabens R, der die entgegen-
gesetzte Polaritdt zum Grundtyp gibt.

Das beschriebene Bezeichnungsschema wird nur
bei Typen angewendet, die bei PRO ELECTRON
angemeldet sind.
Einige Typen werden anders bezeichnet (JEDEC):
1N mit zwei bis vier Ziffern

kennzeichnet eine Diode
2N mit zwei bis vier Ziffern

kennzeichnet einen Transistor.

A1



1.1.2. Zahlrichtungen, Zahlpfeile

Die Zéhlrichtung von Spannungen wird angegeben
entweder

durch einen Zahlpfeil, der vom MeBpunkt zum
Spannungszentrum weist,

oder

durch einen Doppelindex, wobei der erste Index
den MeBpunkt und der zweite Index den Bezugs-
punkt bezeichnet. (Fig. 1.1.)

A A A
— e 5

Ui U Up= ~U1= Ugp= ~Upg
—— o o

B B B 84 4319
Fig. 1.1.

Der Zahlenwert der Spannung ist positiv, wenn das
Potential am Zahipfeilschaft hoher ist als an der
Zahlpfeilspitze, d.h. wenn die Potentialdifferenz
des MeBpunktes (A) gegeniiber dem Bezugspunkt
(B) positiv ist.

Entsprechend ist der Zahlenwert der Spannung
negativ, wenn das Potential am Z&hlpfeilschaft nie-
driger ist als an der Zahlpfeilspitze, d.h. wenn die
Potentialdifferenz des MeBpunktes gegeniiber
dem Bezugspunkt negativ ist.

Fiir Wechselspannungen wird die einmal gewahlite
Zahlrichtung beibehalten. Der Wechselcharakter
der Spannung kommt durch den zeitlichen Wech-
sel des Vorzeichensihrer Zahlenwerte zur Geltung.

Die Zahlrichtung von Stromen wird durch einen
Zéahipfeil im Leitungsstrich angegeben. (Fig. 1.2.)

A I B A =" B
oO—t——0
84 4320

Fig. 1.2.

Der Zahlenwert des Stromes ist positiv, wenn die in
der Zihlpfeilrichtung bewegten Ladungstriger
positiv sind (konventionelle Stromrichtung) oder
wenn die entgegen der Zéhlpfeilrichtung beweg-
ten Ladungstrager negativ sind.

Entsprechend ist der Zahlenwert des Stromes ne-
gativ, wenn die in der Zéhlpfeilrichtung flieBenden
Ladungstrdger negativ sind oder wenn die ent-
gegen der Zahlpfeilrichtung flieBenden Ladungs-
tréager positiv sind.

Fir Wechselstrome wird die einmal gewihlte Z#hl-
richtung beibehalten. Der Wechselcharakter des
Stromes kommt durch den zeitlichen Wechsel des
Vorzeichens seiner Zahlenwerte zur Geltung.

A2

Zahlrichtungen bei Bauelementen mit drei oder
mehr Anschliissen:

Generell gelten folgende Festlegungen:

Die Stromzahlpfeile weisen in Richtung auf das
Bauelement.

Die Spannungszahlpfeile werden so gewahlt, daB
als Spannungsbezugspunkt die dem Eingang und
Ausgang gemeinsame Elektrode dient.

Beispiel: NPN-Transistor in Emitter-, Basis- und
Kollektorschaltung in Fig. 1.3.a...1.3.c

84 4326

b 844328

[of 84 4327

Fig. 1.3.

Zahlrichtungen bei Vierpolen:
Firalle Vierpoldarstellungen geltendieimnachste-
henden Bild festgelegten Zahlrichtungen:

1 ]

o ] =2 0
y1+ Vierpol ‘32
o— —oO

84 4329
Fig. 1.4.

1.1.3. Transistor-Ersatzschaltung

Die Eigenschaften von Transistoren lassen sich
durch Ersatzschaltungen beschreiben, deren
Schaltungselemente (im Gegensatz zu den Vier-
polkoeffizienten) iber einen gréBeren Frequenz-
bereich als konstant angesehen werden kénnen.
lhre Werte hdngen ab vom Arbeitspunkt und von
der Temperatur.

Am weitesten verbreitet ist die Funktions-Ersatz-
schaltung nach Giacoletto, mit der die Funktion
eines Transistors bei Kleinsignalbetrieb fir Fre-



quenzen f< 0,1 - f; recht gut beschrieben wird.

84 4330

bb' b

Fig. 1.5.

Mit
Yoe =Gbet] - @ Cpe
Yoo =Gbcti- - Cpe

Yee =geeti-w:Cee
und

A =1+ (Yoet+ Yoc) low

erhélt man die Koeffizienten fiir die Admittanzform
der Vierpolgleichungen (y-Parameter) in Emitter-
schaltung:

Yie =Yite =% (Yore + Yore)
- -1

Yre =Yi2e = Z Yb'c
- =1 -

Yfe - Y21e _7\' (gm Yb’c)

Yoe = Ya2e =% “Tob Yoo (Gm— Ybe) + Yoot Yee

1.2. Aufbau der Kurzzeichen

Kurzzeichen fiir Stréme, Spannungen und Leistun-
gen (Nach DIN 41785 Blatt 1)

Bei Stromen, Spannungen und Leistungen wird fiir
das Kurzzeichen selbstentweder ein GroBbuchsta-
be oder ein Kleinbuchstabe verwendet, je nach-
dem, ob es sich um einen zeitlich konstanten Wert
(Gleichwert, Mittelwertusw.) oderumeinen Augen-
blickswert handelt.

ImIndex bedeuten GroBbuchstaben Gesamtwerte,
Kleinbuchstaben Werte von WechselgroBen. Die
im Index benutzten Buchstaben sind so festgelegt,
daB aus ihnen die betreffenden Anschliisse des
Halbleiterbauelementes und die MeBbedingungen
zu entnehmen sind.

Das Aufbau-Schema fiir die Kurzzeichen und Indi-
zes geht aus der nachstehenden Tabelle hervor:

Kennbuchstaben

Kleinbuchstabe

GroBbuchstabe

Augenblickswerte
zeitlich verander-
licher GroBen

Werte zeitlich
konstanter GroBen
(Gleichwerte, Mittel-,
Effektiv- und
Scheitelwerte)

Buchstaben im Index

Kleinbuchstabe GroBbuchstabe
Wechselwerte Gesamtwerte
(vom arithmetischen (vom Wert Nuli
Mittelwert an an gezahlt)

gezéahlt)

Kurzzeichen fiir Widersténde, Leitwerte, Vierpol-
koeffizienten usw.

Bei Widerstanden, Leitwerten, Vierpolkoeffizien-
ten usw. werden fiir das Kurzzeichen selbst GroB-
buchstaben verwendet, wenn mit der KenngroBe
Eigenschaften von Schaltungen beschrieben wer-
den, von denen das betreffende Halbleiterbauele-
ment lediglich ein Bestandteil ist. Kleinbuchstaben
werden beniitzt, wenn die entsprechende Kenn-
groBe die Eigenschaften des Bauelements selbst
kennzeichnet.

Diese Regeln gelten nicht fiir Induktivitdten und
Kapazitédten. Bei diesen GroBen wird fiir das Kurz-
zeichen selbst immer ein GroBbuchstabe verwen-
det.

Im Index bedeuten GroBbuchstaben GroBsignal-
werte bzw. fiir Gleichspannungsbetrieb giiltige
Werte. Kleinbuchstaben kennzeichnen Kiein-
signalwerte bzw. fiir Betrieb mit Wechselspannung
gliltige Werte.

Wenn mehr als ein Buchstabe im Index gebraucht
wird (heg, hse), dann sind die Buchstaben im Index
entweder alle groB oder alle klein.

Ist der Index aus Zahlen und Buchstaben zusam-
mengesetzt, dann dienen die Buchstaben zur Un-
terscheidung von GroBsignal- und Kleinsignalwer-
ten.

GroBen, bei denen Abweichungen von den ge-
nannten Regeln vorkommen, sind in der Zusam-

menstellung der Kurzzeichen getrennt aufgefiihrt.

Das normale Aufbau-Schema fiir die Kurzzeichen
und Indizes zeigt die folgende Tabelle:

A3



Kennbuchstaben

Kleinbuchstabe

GroBbuchstabe

Ic
Gleichstromwert (ohne Signal)

leav

Halbleiterbau-
element ohne duBere
Schaltelemente, aus
genommen Induk-
tivitaten und Kapazi-
taten

Halbleiterbau-
element mit &uBeren
Schaltelementen,
duBere Schaltung;
alle Induktivitaten
und alle Kapazitaten

Mittelwert des Gesamtstromes
lew; I
GroBtwert des Gesamtstromes

Icrms
Effektivwert des Gesamtstromes

Buchstaben im Index

le; lcrms
Effektivwert des Wechselstromes

lem; Te

Kleinbuchstabe GroBbuchstabe
Wechselwerte Gleichwerte
Kleinsignalwerte GroBsignalwerte

Scheitelwert des Wechselstromes

ic

Beispiele:

Ra
Generatorwiderstand

Gp
Leistungsverstarkung

hee

o

zeichen

a) Transistor (Fig. 1.6)

Augenblicksgesamtwert

e

Augenblickswert des Wechselstromes
Es gilt:

lem = lcav + lem

Gesamtstrom

P W—

lcrms = Peav + Porus
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis fc = lcav +ic
b) Diode (Fig. 1.7.)
Parallelwiderstand, Ddmpfungswiderstand U
3
1.2.1. Beispiele fiir die Verwendung der Kurz- DurchlaBspannung
Ur
Sperrspannung
nach DIN 41785 und IEC 148
813233
Wechselstrom /\ @7
) 1 | |
L [i7]
‘ |
1 LI
ic
T leav
Ie ‘cm ic
lcerr J
ohne Si.gnal mit Signal -

Fig. 1.6.
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t ——
Ynwm 4
YUnpm
Ursm
L;R 813234
Fig. 1.7.
Ursm Ci
StoBdurchlaBspannung (nicht periodisch) Die KurzschluB-Eingangskapazitdt Cy; = C

Ursm
StoBsperrspannung (nicht periodisch)

Urrm
Periodische SpitzendurchlaBspannung

Urrm
Periodische Spitzensperrspannung

Urwm
ScheiteldurchlaBspannung

Urwwm
Scheitelsperrspannung

1.2.2. Die Symbole und deren Erklarung

AQL
Annehmbare Qualitatslage, siehe Kap. 3.

B, b
Basis, BasisanschluB

C,c
Kollektor, Kollektoranschlu

C

Kapazitaten

Aus der Transistor-Ersatzschaltung (Abschnitt
1.1.8) ist zu erkennen, daB im Innern eines Transi-
stors mehrere Kapazitdten wirksam sind. Zusétz-
lich treten noch durch die Zuleitungen zum Transi-
storelement gegebene Kapazitdten auf. Fiir die An-
wendung der Transistoren spielen die Kapazitaten
im allgemeinen erst bei hheren Frequenzen eine
Rolle. Dabei sind allerdings nicht die Kapazitaten
der Ersatzschaltunginteressant, sonderndieimBe-
trieb wirksamen Kapazitédten. Diese lassen sich am
besten mit den y-Koeffizienten erfassen:

(manchmal kurz ,Eingangskapazitit* genannt) ist
der durch den Faktor (j - w) dividierte Imaginarteil
der KurzschluB-Eingangsadmittanz y,1 = y;.

Je nach verwendeter Grundschaltung wird dem
Kurzzeichen der betreffenden Kapazitdt im Index
ein e, b oder ¢ angehéngt.

Cib

KurzschluB-Eingangskapazitét in Basisschaltung
1

Ci1p=Cip= Jo Im (¥io)

Cie

KurzschluB-Eingangskapazitat in Emitterschaltung
1

Ci1e=Cie = F -Im (Vie)

cissg1

Gate 1-Source Eingangskapazitéatin Source Schal-

tung

Cissgz
Gate 2-Source Eingangskapazitatin Source Schal-
tung

Co

Die KurzschluB-Ausgangskapazitdt (manchmal
kurz ,Ausgangskapazitdt‘ genannt) ist der durch
den Faktor (j - w) dividierte Imaginarteil der Kurz-
schluB-Ausgangsadmittanz

Y22 = Yo, C22 = Co.

Cob

KurzschluB-Ausgangskapazitat in Basisschaltung
1

Co2p=Cop = Jo Im (Yob)
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Coe
KurzschluB-Ausgangskapazitdt in Emitterschal-
tung

1
Ca2e=Coe = 7 Im (¥oe)

jo
COSS
Ausgangskapazitdt in Source Schaltung
CI’SS

Riickwirkungskapazitat in Source Schaltung

Ciir

Die Riickwirkungskapazitat ist der durch den Fak-
tor (—j - w) dividierte Imaginarteil der Riickwarts-
steilheit yjo = y;, Cyr = —Cyo =—C,.

Ci.irb
Rickwirkungskapazitét in Basisschaltung (=—C,p,)

1
=Ci26=Curo= 7 - Im (Vn)

jo
cu’re
Rickwirkungskapazitdt  in Emitterschaltung
(=—Cre)
1
—Ci2e = Cire = T - Im (Vre)

Jw

Neben diesen mit den y-Koeffizienten festgelegten
Kapazitaten gibt es in den Datenblattern noch Ka-
pazitatsangaben, die auf einer direkten Kapazi-
tatsmessung beruhen:

Ccs
Die Kapazitédt zwischen Kollektor und Basis ohne
Streukapazitaten

Ccso

Die Kapazitat, die zwischen Kollektor und Basis bei
nicht angeschlossenem Emitter und anliegender
Kollektor-Basis-Sperrspannung meBbar ist, wird
als Kollektor-Basis-Kapazitat bezeichnet.

Es gilt der Zusammenhang

Ccgo = Coe =~ Cop

Ces

Die Kapazitat zwischen Emitter und Basis ohne
Streukapazitaten

Ceso

Die Kapazitat, die zwischen Emitter und Basis bei
nicht angeschlossenem Kollektor und anliegender

Emitter-Basis-Sperrspannung meBbar ist, wird als
Emitter-Basis-Kapazitat bezeichnet.

Es gilt der Zusammenhang:
Cego =~ Cie ~ Cjp,
wobei Cj; bzw. C,e ebenfalls fiur die anliegende

Emitter-Basis- bzw. Collector-Emitter-Sperrspan-
nung gelten.
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CL

Lastkapazitat

Cp
Parallelkapazitat,
Gehé&usekapazitat

D
Drain

dim
Intermodulationsabstand

E, e
Emitter

EL
Induktive Energie

F
RauschmaB, Rauschzahl

Die Rauschzahlist der fiir eine gegebene Frequenz
und eine gegebene Bandbreite geltende Quotient
aus der vom Transistor an den Lastwiderstand ab-
gegebenen Rauschleistung p, und der mit der Lei-
stungsverstarkung G, multiplizierten Eingangs-
rauschleistung p;. Die Eingangsrauschleistung
stammt von dem auf Rauschbezugstemperatur
(To=290K) befindlichen Ausgangswiderstand des
Signalgenerators

Do
~2

Gp Py

Wird dieses Verhdltnis in dB angegeben, dann er-
hélt man das Rauschmas:

P2
Gp * p1

F - .
B 10-1g
Rauschzahl oder RauschmaB werden fiir einen be-
stimmten Arbeitspunkt, fiir einen bestimmten Ge-
neratorwiderstand, bei einer bestimmten Frequenz
oder flir einen Frequenzbereich angegeben.

f

Frequenz

Fe
MischrauschmaB
fg
Grenzfrequenz

fhfe
hse-Grenzfrequenz
(B-Grenzfrequenz, fB)

Frequenz, bei der die KurzschluBstromverstarkung
hie des Transistors in Emitterschaltung auf das
0,707-fache des fiir f=1kHz geltenden Wertes ge-
sunken ist.



fim
Intermodulationsfrequenz

fmax
Maximale Schwingfrequenz

Frequenz, bei der die Leistungsverstdrkung des
Transistors fiir beidseitige Leistungsanpassung
den Wert 1 annimmt.

fr
Transitfrequenz

Produkt aus dem Betrag der KurzschluB-Stromver-
starkung hge und der MeBfrequenzfy, bei der hee ge-
messen wird. Die MeBfrequenz ist so gewahlt, daB
sie in einem Bereich liegt, in dem der Betrag der
Stromverstirkung mit ca. 6 db/Oktave abnimmt.
Die zugehérige Kreisfrequenz wr=2- - fristdefi-
niert als der Reziprokwert der mittleren Laufzeit
(transit time) der Minoritatstrager durch die Basis-
zone.

g

Leitwert

G, g

Gate

Ga

Generatorleitwert

gi

KurzschluB-Eingangsleitwert

Gib

KurzschluB-Eingangs-Leitwert in Basisschaltung
gib = Re (Vib)

Jie

KurzschluB-Eingangs-Leitwert in Emitterschaltung
gie = Re (Vie)

o

KurzschluB-Ausgangsleitwert

Job
KurzschiuB-Ausgangs-Leitwert in Basisschaltung

gob = Re (Yob)

goe
KurzschluB-Ausgangs-Leitwertin Emitterschaltung

Joe = Re (Voe)

Gpb

Leistungsverstédrkung in Basisschaltung
Gpe

Leistungsverstarkung in Emitterschaltung
Gps

Leistungsverstarkung in Source Schaltung

Ir
KurzschluB-Riickwirkungsleitwert

Gy
Unilateralverstarkung

hee
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis (B)

Verhiltnis des Kollektorstromes Ic zum Basisstrom
Ig bei bestimmten Werten der Kollektor-Emitter-
Spannung Uce und des Kollektorstromes Ic.

Fiir diese KenngroBe wird auch das Kurzzeichen B
verwendet.

h
Die Hybridmatrix ist ein Anordnungsschema der
h-Koeffizienten

hihe N [hi1hi2
hy ho ha1 ha2

Die Koeffizienten der Hybrid (h)-Matrix werden
{iblicherweise nur fiir Niederfrequenz beniitzt. Sie
gelten jeweils fiir einen bestimmten Arbeitspunkt
und eine bestimmte Frequenz. Diese Frequenz ist
{iblicherweise 1 kHz, so daB die entsprechenden
h-Koeffizienten reelle Werte haben.

Aus den (reellen) h-Koeffizienten lassen sich fol-
gende BetriebsgroBen ableiten:

] h Iy
| T T
‘Ug lu, Vierpol LU2 LA
844331
Fig. 1.8.
Stromverstarkung
6 < b tmG
' Iy haa + G 1+ haa/GL
Spannungsverstéarkung
) —h
G, = 21

Uy = hit (he+GO) —hip - hyy
Eingangswiderstand

R P 2. 1]
" 14 " hyp+GL
Ausgangsleitwert

_ b _hip hay
Gout U, 22" h ' ¥ Ra

Leistungsverstarkung

‘out 2

Go = p = Gufin |Gyl 2
h

= G 2

" [hy1 (ha2 + GLU) — b1z hatl - (haz + GL)
A7



Die h-Koeffizienten (h-Parameter) sind die Koeffi-
zienten der Vierpolgleichungen in Hybridform:

Ui=hi-li+h-Up=hy [y +hiy-Us

L=he l1+hy-Us=hyy - Iy +hyy - Uy
hi
KurzschluB-Eingangsimpedanz
Y,
M=\ ) =0

Je nach verwendeter Grundschaltung wird den
Kurzzeichen der h-Koeffizienten im Index ein e, b
oder c angehéngt.

hio

KurzschluB-Eingangswiderstand in Basisschaltung
(Kleinsignalwert)

hie

KurzschluB-Eingangswiderstand in Emitterschal-
tung (Kleinsignalwert)

hr

Leerlauf-Spannungsriickwirkung
Y,

hy=hp = E l1=0

hp

Leerlauf-Spannungsriickwirkung in Basisschal-
tung (Kleinsignalwert)

hre

Leerlauf-Spannungsriickwirkung in Emitterschal-
tung (Kleinsignalwert)

he

KurzschluB-Stromverstirkung
= 2

M=ha=\ 1) u=o0

h,

KurzschluB-Stromverstirkung in Basisschaltung
(Kleinsignalwert)

hre
KurzschluB-Stromverstérkung in Emitterschaltung
(Kleinsignalwert)

Verhdltnis des Kollektorwechselstromes i, zum Ba-
siswechselstrom i, bei wechselstrommaBigem
KurzschluB zwischen Kollektor und Emitter und
kleiner Ansteuerung.

Fir diese KenngréBe wird auch das Kurzzeichen B
verwendet.

Die KurzschluBstromverstarkung wird meistens bei
1 kHz und einem im Datenblatt angegebenen
Arbeitspunkt gemessen.
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ho
Leerlauf-Ausgangsadmittanz

ho=hyp= ——

hob
Leerlauf-Ausgangsleitwert
(Kleinsignalwert)

n  Basisschaltung

hoe
Leerlauf-Ausgangsleitwert in
(Kleinsignalwert)

Emitterschaltung

Is
Basis-Gleichstrom

Iem
Basis-Spitzenstrom

Ic
Kollektorgleichstrom

Icso
Kollektorstrom bei offenem Emitter

Ein Reststrom ist der in einer Transistorzuleitung
flieBende Strom bei Anliegen einer Sperrspannung
andembetreffenden AnschluB und einemweiteren
AnschluB. Die Beschaltung des dritten AnschluB
wird angegeben.

Kollektor-(Basis-)Reststrom Icgo und Kollektor-

Basis-Sperrspannung Ucgo bei offenem Emitter
(le=0)

844332 IeBo

+

Ycso

Fig. 1.9.

Iceo
Kollektorstrom bei offener Basis

Kollektor-(Emitter-)Reststrom /ogo und Kollektor-
Emitter-Sperrspannung Ucgo bei offener Basis
(lg=0)

844333

Fig. 1.10.

Icer
Kollektorstrom mit einem Widerstand Rge zwi-
schen Emitter und Basis



Kollektor-(Emitter-)Reststrom Icgr und Kollektor-
Emitter-Sperrspannung Ucgr mit einem Wider-
stand zwischen Basis und Emitter. Bei der Angabe
von Uggr bzw. Icgr istin den Datenbléttern der dazu
gehérende Wert von Rge angefiihrt. Bei groBeren
Werten von Rge gilt die Sperrspannung Ucgo bzw.
der Reststrom Iggo.

844334 IcER

—L

LIS

BE Ycer

Fig. 1.11.

Ices
Kollektorreststrom bei KurzschluB Basis-Emitter

Kollektor-Reststrom Icgs = Icas und Kollektor-Emit-
ter-Sperrspannung Ucgs bzw. Kollektor-Basis-
Sperrspannung Ucgs bei KurzschluB zwischen
Basis und Emitter.

844335

Ices = lcBs

Kollektorreststrom bei gesperrter Emitterdiode

Kollektor-(Emitter-)Reststrom Icgy und Kollektor-
Emitter-Sperrspannung Ucgy bei gesperrter Emit-
terdiode, d.h. Vorspannung in Sperrichtung zwi-
schen Basis und Emitter.

844336 Icev

Fig. 1.13.

lcex
Kollektorreststrom beiin FluBrichtung vorgespann-
ter Emitterdiode

Kollektor-(Emitter-)Reststrom Icex bei in FluBrich-
tung vorgespannter Emitterdiode.

Der Wert der Basis-Emitter-Spannung Ugg istso ge-
wihlt, daB kein nennenswerter Basisstrom flieBt.

844337

lcex

Fig. 1.14.

lem
Kollektor-Spitzengleichstrom

Scheitelwert des Kollektorstromes bei sinusformi-
gem Betrieb fiir eine Betriebsfrequenz f = 25 Hz
bzw. bei nicht sinusférmigem Betrieb fiir eine Im-
pulsfolgefrequenz f= 25 Hz und fiir ein Tastverhalt-
nis t,/T=0,5.

Ip, Ipss
Drain-Strom

le
Emitterstrom

leso
Emitterreststrom bei offenem Kollektor

Emitter-(basis-)Reststrom Iggo und Kollektor-Basis-
Sperrspannung Uggo bei offenem Kollektor (Ilc=0)

I 844338
EBO

it

Ygso

/

Fig. 1.15.

T lg1/2sMm
Gate 1/ Gate 2-Source Spitzenstrom

*la1s, la1ss
Gate 1-Source Strom

=+ lg2s, laass
Gate 2-Source Strom

I
Eingangsstrom

I
KurzschluBstrom

Q
Ausgangsstrom

Is

Speisestrom, Versorgungsstrom

Kelvin

/
Lange, AnschluBdrahtlange

A9



Ls

Serieninduktivitat
Ma
Anzugsdrehmoment

m
Modulationsgrad

P
Leistung

P
Eingangsleistung

Pg: Pa
Ausgangsleistung

Ptot
Gesamtverlustleistung

Innerhalb des Arbeitsbereiches, der durch die ma-
ximal zuldssigen Stréme und Spannungenund dem
absoluten Grenzwertder Verlustleistung festgelegt
ist, wird die zuldssige Verlustleistung Pyo; max durch
die maximal zuldssige Sperrschichttemperatur
Timax, die im Betrieb maximal auftretende Umge-
bungstemperatur T, bzw. Gehausetemperatur
Tcase und den Warmewiderstand Ry bzw. Rinyc
mit folgenden Gleichungen festgelegt:

- Tjrnax - Tamb

Ptot max (@mb) Renoa

7}max - Tcase

bzw. Piot max (Case) = Ruc

In allen anderen Fallen gilt als Begrenzung fiir die
Verlustleistung der in den Datenblittern angegebe-
ne erlaubte Arbeitsbereich.

Py

Verlustleistung, allgemein

'ob
Basisbahnwiderstand

Ree
Widerstand zwischen Basis und Emitter

e
Gleichstrom-DurchlaBwiderstand

It
Differentieller DurchlaBwiderstand

Ra
Generatorwiderstand

L
Eingangswiderstand

RL
Lastwiderstand

A10

o

Parallelwiderstand, Ddmpfungswiderstand
fq

Ausgangswiderstand

Rinca
Wérmewiderstand Kanal-Umgebung

Rithaa
Warmewiderstand zwischen Sperrschicht und
Umgebung

Rinac
Wérmewiderstand zwischen Sperrschicht und
Gehéduse

s
Stehwellenverhiltnis

S s
Source

S21e
orwartsiibertragungsfaktor

T
Periodendauer

T
Absolute Temperatur, Kelvintemperatur

Temperatur, Celsiustemperatur
Einheit: °C

Tamb
Umgebungstemperatur

Bei merklicher Eigenerwarmung des Bauelemen-
tes:

Temperatur der Umgebungsluft unterhalb des
Bauelements im thermischen Gleichgewicht.

Bei unmerklicher Eigenerwdrmung des Bauele-
ments:

Temperatur der Umgebungsluft in unmittelbarer
Umgebung des Halbleiterbauelements.

Tamb

Umgebungstemperaturbereich

Bei den absoluten Grenzdaten der zuldssige Be-
reich der Umgebungstemperatur.

Tc
Kanaltemperatur



Tcase

Gehéadusetemperatur

Temperatur an einer definierten Stelle der Gehéau-
seoberfliche des Bauelementes im thermischen
Gleichgewicht.

Falls nichtanders angegeben, giltals Gehdusetem-
peratur bei Bauelementen im Metallgehduse die
Temperatur der Grundflache des Gehé&uses.

tq
Verzdgerungszeit, siehe Schaltzeiten Kap. 1.2.3.

te
Abfallzeit, siehe Schaltzeiten Kap. 1.2.3.

ter

Vorwaértserholzeit (DurchlaBverzogerungszeit)

Ti

Sperrschichttemperatur

Raumlicher Mittelwert der Temperatur, den die
Sperrschicht im Betrieb aufweist. Bei Transistoren
handelt es sichim wesentlichen um die Temperatur
der Kollektorsperrschicht, da deren Eigenerwér-
mung am groBten ist.

TK

Temperaturkoeffizient

Quotient aus der relativen Anderung einer elektri-
schen Gr6Be und der verursachenden Temperatur-
anderung A t bei sonst konstanten Betriebsbedin-
gungen.

t
Temperatur der AnschluBdréhteinder Halterungim
Abstand / vom Gehé&use

tott
Ausschaltzeit, siehe Schaltzeiten, Kap. 1.2.3.

tOn
Einschaltzeit, siehe Schaltzeiten, Kap. 1.2.3.

Ip
Impulsdauer

o
T
Tastverhéltnis

t
Anstiegszeit, siehe Schaltzeiten, Kap. 1.2.3.

tr
Riickerholzeit (Sperrverzogerungszeit)

ts
Speicherzeit, siehe Schaltzeiten, Kap. 1.2.3.

tsd

Lottemperatur

Maximal zuldassige Temperatur beim Loten mitdefi-
niertem Abstand vom Gehduse und festgelegter
Dauer. Siehe auch Kap. 2.2.

Tstg

Lagerungstemperaturbereich

Temperaturbereich, bei dem ein Bauelement, das
keiner elektrischen Beanspruchung unterworfen
ist, gelagert und/oder transportiert werden kann,
ohne Schaden zu nehmen.

Uss
Basisspeisespannung (Basisvorsorgespannung)

Use
Basis-Emitterspannung

UsEsat
Basis-Sattigungsspannung

Die Basis(-Emitter-)Sattigungsspannung Uggsat ist
die Basis-Emitter-Spannung, die zur Kollektor-
Emitter-Sattigungsspannung Ucgsat gehort.

Uy

Durchbruchspannung

Spannung in Sperrichtung, von der ab eine Span-
nungserhohung einen steilen Anstieg des Sperr-
stromes hervorruft. Sie wird angegeben als Span-
nung bei einem bestimmten, in den Datenblattern
vermerkten Wert des Sperrstromes.

Uer)ceo
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung,
nicht angeschlossen

Emitter

Uericeo

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

Messung bei offenem Basis-Emitterkreis mit im-
pulsformiger Kollektoreinstromung.

In der vorliegenden MeBschaltung wird der mit in-
duktiver Kollektorlast periodisch geschaltete Priif-
ling nach erfolgter Abschaltung so lange im Durch-
bruch betrieben, bis die wédhrend der Einschaltzeit
inderInduktivitdtgespeicherte Energie volligabge-
baut ist. Dies ist der Fall, wenn der in den Kollektor
eingepragte Durchbruchstrom sédgezahnftrmig
vom Endwert des Einschaltstromes auf Null abge-
klungen ist.

Der Ugryceo-Grenzwert wird flir den Strom /¢ defi-
niert, bei dem sich die niedrigste Durchbruchspan-
nung des Transistors einstelit.

Durchbruchstrom und Kollektorinduktivitat sind so
gewahlt, daB die Durchbruchenergiebelastung
weit unterhalb der Zerstdrungsgrenze des Transi-
stors liegt.

Urycev
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung, bei be-
stimmter Sperrspannung zwischen Basis und
Emitter

Ur)ps
Drain-Source Durchbruchspannung



Uryeso

Emitter-Basis-Durchbruchspannung, Kollektor
nicht angeschlossen

Ugr)Eco

Emitter-Kollektor-Durchbruchspannung, Basis

nicht angeschlossen

* Upsryaiss
Gate 1-Source Durchbruchspannung

+ Ugrya2ss
Gate 2-Source Durchbruchspannung

Ucs
Kollektor-Basisspannung

Ucso

Kollektor-Basis-Sperrspannung, Emitter nicht an-
geschlossen

Allgemein bezeichnet man bei Transistoren eine an
zwei Anschliisse gelegte Spannung als Sperrspan-
nung, wenn diese so gepoltist, daB die betreffende

Sperrschicht in Sperrrichtung betrieben wird. Da-
bei wird die Beschaltung des dritten Anschlusses
getrennt angegeben.

Ucc
Kollektorversorgungsspannung

Uce
Kollektor-Emitter-Spannung

Uceo
Kollektor-Emitter-Sperrspannung, Basis nicht an-
geschlossen

Ucer
Kollektor-Emitter-Sperrspannung  bei  einem
Widerstand Rge zwischen Basis und Emitter

Uces
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei KurzschluB
Basis-Emitter

e
Ugp=Sov 84 4317
Yce
5V
3 Impulse
'p
T=0‘1
'p=10 ms
Fig. 1.16. Fig. 1.17.
f zweiter Durchbruch 84 4318
IC Einsatz des zweiten
Durchbruchs
Ic*
IE =
1
B
— Uce
U .
BE\»
' erster Durchbruch Ig<0 \
S
Fre \
\4—————_ — —
Uce omax YsRr)cEo Ytsr)cev
(=U(gRr)cBo

lcrUog —=

Fig. 1.18. Vollstandiges, d.h. durch Uberschreiten der Grenzwerte erhaltenes I¢, Uce-Kennlinienfeld eines

Transistors (Beispiel: NPN-Transistor)
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UCEsat

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

Die Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung Ucgsat
ist als die Kollektor-Emitter-Spannung an der Uber-
steuerungsgrenze fiir einen bestimmten Kollektor-
strom I definiert.

Uckesat Wird angegeben

a) als Kollektor-Emitterspannung, bei der die Kol-
lektor-Basisspannung fiir einen bestimmten
Wert des Kollektorstromes den Wert Null an-
nimmt.

844339 Ucesat Yce

Fig. 1.19.

b) fiir einen bestimmten Kollektorstrom /¢ und ei-
nen bestimmten Basisstrom /g, wobei der dazu
gehorende Kennlinienpunkt unter Beriicksichti-
gung der Exemplarstreuungen mit Sicherheitim

Ubersteuerungsbereich liegt.

$ Ucpg=0 84 4340

e

gegeben IC

Fig. 1.20.

c) bei einem Kollektorstrom /¢ fiir eine Kennlinie
mit /g = konst., die durch den Kennlinienpunkt/c:
=K Ic (z.B.K=1,1) bei einer bestimmten Kollek-
tor-Emitter-Spannung (z.B. Ucg = 1V) geht.

? 84 4341
lc /
g ’B gegeben

Ugg=1V

Ucesat Ucg—

Fig. 1.21.

UcksatHF
Kollektor-HF-Sattigungsspannung

Ucev
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei gesperrter
Emitterdiode

Ubs
Drain Source Spannung, maximum

Ueso

Emitter-Basis-Sperrspannung bei offenem Kollek-
tor

Ur

DurchlaBspannung

DurchlaBspannung der integrierten Schutzdiode

Uais(oFr)
Gate 1-Source-Abschniirspannung

Ug2s(oFF)

Gate 2-Source-Abschniirspannung

Unr

Hochfrequenzspannung, Effektivwert

Onr

Hochfrequenzspannung, Scheitelwert

Un

Rauschspannung, Effektivwert

Ur

Sperrspannung

An einem PN- bzw. NP-Ubergang gelegte Span-
nung, die so gepoltist, daB der Ubergang in Sperr-
richtung betrieben wird.

Us
Speisespannung, Versorgungsspannung

Ur
Temperaturspannung

y
Die Admittanzmatrix ist ein Anordnungsschema
der y-Koeffizienten:
o) = Yiyr _ [y e
Yt Yo Y21 Y22

Die y-Koeffizienten (y-Parameter) sind die Koeffi-
zienten der Vierpolgleichungen in Admittanzform:

Li=yi-Uty U=y Uty U
b=y U +yo Us=Yyo1 Uty U

Yi
KurzschluB-Eingangsadmittanz

Yi=ym=

I

1] U=0
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Je nach verwendeter Grundschaltung wird den
Kurzzeichen der y-Koeffizienten im Index ein e, b
oder ¢ angehéngt.

Yib

KurzschiluB-Eingangsadmittanz in Basisschaltung
(Kleinsignalwert)

Yib - Gib T iwCip

Yib

KurzschluB-Eingangsadmittanz in Emitterschal-
tung (Kleinsignalwert)

Yie = Gie T jwCie
Yr
KurzschluB-Riickwarts-Steilheit (Remittanz)

Yr=VY12= gz’ U =0
|Yrbl
KurzschluB-Riickwértssteilheit
Basisschaltung (Kleinsignalwert)

(Remittanz) in

Yrb =|Yrb| exp grp
=g + joCrp

]l/re‘
KurzschluB-Riickwartssteilheit (Remittanz) in Emit-
terschaltung (Kleinsignalwert)

Yre =LVrel eXp gre
=gre +joCre

Yf
KurzschluB-Vorwarts-Steilheit (Transmittanz)

l

Ye = Yo1 = U,

=1

Up=0

’be|
KurzschluB-Vorwartssteilheit (Transmittanz), in Ba-
sisschaltung (Kleinsignalwert)

Yib = |yfbl exp gip

|Yfe|
KurzschluB-Vorwartssteilheit  (Transmittanz), in
Emitterschaltung (Kleinsignalwert)

Yre =|yfe| exp pre

|st|
KurzschluB-Vorwértssteilheit in Source Schaltung
bei vorgegebenem Arbeitspunkt und Frequenz

Yo
KurzschluB-Ausgangsadmittanz

Yo = Y22 = L/z_ U =0
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Yob
KurzschluB-Ausgangsadmittanz in Basisschaltung
(Kleinsignalwert)

Yob = Gob + jwCob

Yoe
KurzschluB-Ausgangsadmittanz in Emitterschal-
tung (Kleinsignalwert)

Yoe = Joe t joCoe

Aus den y-Koeffizienten lassen sich folgende Be-
triebsgroBen ableiten:

84 4342

la 5 12
o Jy1 Vierpol ll_/z A
YG=GG+|"BG YL=GL+iBL
Fig. 1.22.
Stromverstarkung
G = L _ y21 - YL
' Il Y11 (V22 + Y1) — Y12 y21
Spannungsverstarkung
u. —
Gu = L = _‘VL
Uy Yoo + YL

Eingangsadmittanz

Y = =y _ Y2 ya
n Uy Tyt Y
Ausgangsadmittanz

L Y12 " Y21

Yout = E = YZ2—y”+YG

Leistungsverstédrkung

Pout‘GL 2
G = 2t g
P Pin - Gin ’u‘
_ G |_yn P
gn |Y22 + YL

Fir Niederfrequenz werden in einigen Fillen, fiir
Hochfrequenz durchweg die Koeffizienten der Ad-
mittanz (y)-Matrix oder Elemente der Ersatzschal-
tung nach Giacoletto (siehe 1.1.3.) beniitzt. Die y-
Koeffizienten gelten jeweils fiir einen bestimmten
Arbeitspunkt und einem schmalen Frequenz-
bereich in der Umgebung einer bestimmten Fre-
quenz.

Die y-Koeffizienten werden teilweise getrenntnach
Realteil und Imaginarteil oder nach Betrag und Pha-
se angegeben



¥i=g;+juC

gi

KurzschluB-Eingangsleitwert

G

KurzschluB-Eingangskapazitét

Ye=gr tjwC; =tle - exp (gr)

9r

KurzschluB-Riickwirkungsleitwert

G

KurzschluB-Riickwirkungskapazitat

Iy

Betrag der Riickwartssteilheit

Pr

Phasenwinkel der Riickwartssteilheit

¥t =‘}’fl ~exp (- pr)

Iy

Betrag der Vorwartssteilheit

Pf

Phasenwinkel der Vorwartssteilheit

Yo =Jo *+jwCo

Jo
KurzschluB-Ausgangsleitwert
Co
KurzschluB-Ausgangskapazitat
Ya
Generatorscheinwiderstand

[4
Phasenwinkel

Pib
Phasenwinkel der KurzschluB-Vorwartssteilheit yy,

Pre
Phasenwinkel der KurzschluB-Vorwartssteilheit yse

Prb

Phasenwinkel der KurzschluB-Riickwértssteilheit
Yrb

Ye

Generatorscheinwiderstand

?
Phasenwinkel

Pib
Phasenwinkel der KurzschluB-Vorwartssteilheit y;,

Pre
Phasenwinkel der KurzschiuB-Vorwartssteilheit y;,
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Pro
Phasenwinkel der KurzschluB-Riickwirtssteilheit

Yrb

Pre
Phasenwinkel der KurzschluB-Riickwértssteilheit

Yre

Zinp

Thermischer Widerstand bei Impulsbelastung. Bei
der Ermittlung der maximalen Verlustleistung eines
Transistors bei periodischem, rechteckférmigen
Pulsbetrieb (Piotm) muB mit dem Impulswirmewi-
derstand Zy,, gerechnet werden. Es gilt:

7]' - Tcase

Piotm = Zow

Tim = Scheitelwert der maximal zuldssigen Kristall-
temperatur bei periodisch eingeschwungenem Im-
pulsbetrieb.

Tim ist gleich Tjmax zu setzen.

Damit ist die maximale Verlustleistung bei Pulsbe-

trieb

T'max — Tcase

Ptotn = Zow

Zwpistim Datenblattin Abhangigkeit der Pulsdauer
t, angegeben. Das Tastverhiltnis

%‘f ist Parameter in diesen Kurven.

Es ist darauf zu achten, daB der so ermittelte Piotm
Wert mit dem erlaubten Arbeitsbereich in Uberein-
stimmung zu bringen ist, d.h., daB bei hohen Uce-
Werten evtl. eine Reduktion bedingt durch Strom-
konzentration beriicksichtigt werden mu8.

n
Wirkungsgrad

Is
Speicherzeitkonstante

A 4
Neuer Typ

[ X ]
Kann als giitebestitigtes Bauelement geliefert
werden.

1.2.3. Schaltzeiten

Die Ubergange zwischen Sperrzustand und Durch-
laBzustand eines Transistors erfolgen auch bei
sprunghaften Anderungen der SteuergroBe nicht
abrupt, sondern beanspruchen Zeit. Zusitzlich
sind diese Ubergénge gegeniiber Spriingen der
SteuergréBe verzogert. Dafiir gelten Zeitbegriffe,
die mitden folgenden, fir NPN-Transistoren gelten-
den Bildern erklért werden.

Fig. 1.24. zeigt die zugrunde liegende Schaltung,
A16
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Fig. 1.24.

Fig. 1.25.a den restlichen Verlauf der SteuergroBe
(des Basisstromesig) und Fig. 1.25.b den zeitlichen
Verlauf des Kollektorstromes ic beim Verindern
der Schalterstellung.

Schalterstellung 844344

2 2
f 1 ———'——
ig 's1
B
0
-1 / t——
B2
a
'c
bos 3
ic Ic
0,1
e
— e tp f— —— g b g -] t——
=
b tonl—— ]
tfon = toff

Fig. 1.25.

Aus dem zeitlichen Verlauf des Kollektorstromes
nach Fig. 1.25.b im Vergleich zu dem zeitlichen Ver-
lauf des Basisstromes lassen sich die Schaltzeiten
ablesen:

ty : Verzégerungszeit
tr : Anstiegszeit

ton (tg + t): Einschaltzeit

ts : Speicherzeit

t : Abfallzeit

toti (ts + t;): Ausschaltzeit

Diese Schaltzeiten hédngen ab vom Transistortyp
und von der verwendeten Schaltung. Sie gelten im
Gbrigen nur, wenn die Flankensteilheiten des An-
steuerimpulses wesentlich groBer als die Flanken-
steilheit des Kollektorimpulses sind.

Die Einschaltzeit wird um so kiirzer, je groBer der
Ubersteuerungsfaktor ist. Die Ausschaltzeit wird
um so lénger, je groBer der Ubersteuerungsfaktor
ist, und um so kiirzer, je groBer der Ausraumfaktor
ist.

Ausrdumfaktor a

Er ist das Verhéltnis zwischen dem beim Ableiten
der im Basisraum gespeicherten Ladung flieBen-
den Ausrdumstrom /g, zum Basisstrom /gg:



Ubersteuerungsfaktor i
Er ist das Verhdltnis zwischen dem zum Steuern
bendtigten Basisstrom Iz (Steuerstrom) und dem

I
Basisstrom Igg = h_c der erforderlich ist, um den
FEO

Transistor bis an die Ubersteuerungsgrenze Ucg =0
durchzusteuern:

. heeo - Ig1
{j = JFE0 B1
Ic

Mit dem Ubersteuerungsfaktor ,i“ und dem Aus-
raumfaktor ,a“ sowie den vom Transistortyp gege-
benen Werten der Einschaltzeitkonstante zund der
Speicherzeitkonstante 7 gelten folgende Zusam-
menhange fiir die Schaltzeiten:

2
i-01
709
atos X
InZ+0.
1 |
o 3 4 7 8 9 10
0 2 3 6 9 10
844345 i,a —*
Fig. 1.23.
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Fig. 1.24.

2. Montagevorschriften
2.1. Aligemeines

Die Einbaulage der Halbleiterelemente istbeliebig.
Bei allen Halbleiterbauelementen ist das Abbiegen
der AnschluBdrahte in einem Abstand von mehr als
1,5 mm vom Geh&duseboden gestattet, falls der
Durchmesser der AnschluBdrahte 0,5 mm nicht
iberschreitet. AnschluBdrdahte mit groBerem
Durchmesser sollten nicht gebogen werden.

Der Einbau von Halbleiterbauelementen in der
Ndhe von warmeerzeugenden Bauelementen er-
fordert die Beachtung der erhohten Umgebungs-
temperatur.

2.2. Lotvorschriften

Die Halbleiterbauelemente miissen beim Einloten
in die Schaltung gegen thermische Uberlastung ge-
schiitzt werden. Es empfiehlt sich, die AnschluB-
drahte moglichstlang zu lassen und die Lotstelle an
das Ende der Drédhte zu legen. Gegebenenfalls
miissen MaBnahmen fiir eine ausreichende War-
meableitung getroffen werden. Die Sperrschicht-
temperatur der Halbleiterbauelemente darf beim
Loten die maximal zulédssige Sperrschichttempera-
tur nur kurzzeitig (max. 1 Minute) uberschreiten,
und zwar bei Germanium-Bauelementen bis 110°C,
bei Silizium-Bauelementen bis 200 °C.

Die in Fig. 2.1. angegebenen Lotkolben- bzw. L6t-
badtemperaturen sind maximal zuldssig.

2.3. Warmeableitung

Die an den Sperrschichten von Halbleitern in War-
me umgesetzte Verlustleistung muB zur Erhaltung
des thermischen Gleichgewichtes an die Umge-
bung abgefiihrt werden.

Bei Bauelementen, die mit kleiner Verlustleistung
betrieben werden, reicht dazu im allgemeinen die
natiirliche Warmeableitung iiber das Geh&use an
die umgebende Luft aus.

Bei mit groBerer Verlustleistung betriebenen Bau-
elementen miissen zum Verbessern der Warme-
ableitung Kiihifahnen oder Kiihisterne vorgesehen
werden, womit die warmeabgebende Oberflache
vergroBert wird.

Bei Leistungsbauelementen schlieBlich missen
Kiihlbleche oder spezielle Kuhlkorper verwendet
werden, deren Kiihiwirkung noch durchbesondere
Kiihimittel oder Umlaufkiihlung unterstiitzt werden
kann.



Kolbenlotung Tauch- bzw. Schwallbadlétung
Temperatur Abstand der | Max.zul. Temperatur Abstand der | Max.zul.
des Lotstellevom | Lotzeit des Lotstelle vom | Lotzeit
Lotkolbens Gehause Lotbades Gehause
Metall- =245°C 1,5..5 mm 5s =245°C >1,5mm 5s
gehduse =245°C >5mm 10s
245..350°C > 5mm 5s 245..300°C >5mm 3s
Kunststoff- =245°C 2.5mm 3s =245°C >2mm 3s
gehéduse =245°C >5mm 5s 245..300°C >5mm 2s
23 A3
DIN 41869 =250°C - 10s =250°C - 10s
(SOT 23)
Fig. 2.1
Die in der Sperrschicht erzeugte Warme wird Rinca

hauptséachlich durch Warmeleitung zur Gehduse-
oberflache oder zum Geh&duseboden abgefiihrt.
Ein MaB dafiiristimmer der thermische Widerstand
Sperrschicht-Gehéduse Riyc, dessen Wert durch
die Konstruktion des Bauelementes festgelegt ist.
Die Warmeabgabe vom Gehause zur Umgebungs-
luft erfolgt durch Warmeabstrahlung, Konvektion
und Wéarmeableitung. Sie wird durch den &uBeren
bzw. den thermischen Widerstand Gehause-Um-
gebung Rinca ausgedriickt. Der gesamte thermi-
sche Widerstand zwischen Sperrschicht und Um-
gebungsluft ist:

Rinya = Rinyc + Rtnca
Die maximal zuldssige Gesamtverlustleistung

Piot max €ines Halbleiterbauelements &8t sich mit
der Gleichung

p _ ijax — Tamb _ ijax — Tamb
¢ = =

tot max Rthia Rthsc + Rtnca
berechnen.

ijax

Maximal zuldssiger Wertder Sperrschichttempera-
tur.

Tamb
Im Betrieb unter ungiinstigsten Bedingungen auf-
tretender GroBtwert der Umgebungstemperatur.

Rinsc
Thermischer Widerstand zwischen Sperrschicht
und Gehause.

Ringa
Thermischer Widerstand zwischen Sperrschicht
und Umgebung.
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Thermischer Widerstand zwischen Gehduse und
Umgebung, dessen Wert von den Kiihibedingun-
gen abhéngt.

Bei Verwendung eines Kiihibleches oder eines
Kihlkorpers wird Ry,ca bestimmt von dem Warme-
kontakt zwischen Geh&duse und Kiihlkorper, von
der Warmeausbreitung im Kiihlkérper und von der
Wiérmeabgabe des Kiihiblechs an die Umgebung.

Die maximal zulassige Gesamtverlustleistung 1aBt
sich demnach fiir ein gegebenes Halbleiterbauele-
ment nur durch Andern von Tmp und Rinca beein-
flussen. Der thermische Widerstand Ry,ca muB den
Angaben der Kihikdrperherstelier entnommen
oder durch Messungen bestimmt werden.
Werden Kiihibleche vorgesehen und ist keine op-
timale Auslegung erforderlich, dann geniigen
folgende Naherungsangaben fiir die Dimensionie-
rung:

Die nachstehenden Kurven geben den thermi-
schen AuBenwiderstand Ry.ca an, der bei Verwen-
dung quadratischer Kiihlbleche aus Aluminium mit
der Kantenldnge « gilt, wenn das Gehause des
Bauelements mit einer ebenen Flache direkt auf
dem Kiihlblech aufliegt.

Die aus Fig. 2.2. und 2.3. gewonnenen Kantenlan-
gen a bei vorgegebenen Ry,ca werden je nach Ein-
baulage und Oberfldche des Kiihlbleches mit den
Faktoren  und £ multipliziert:

a=a f-a

I

1,00 bei senkrechter Montage

1,15 bei waagerechter Montage
1,00 bei blanker Oberfldache

0,85 bei mattschwarzer Oberflache

I

=2=>™ ] =
Il
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Fig. 2.2.
2.3.1. Beispiel:

Fir einen Silizium-Leistungstransistor mit Tjmax =
150 °C und Rynyc = 5 K/W st ein quadratisches
Kiihlblech aus blankem Aluminium, waagerechtan-
geordnet, Blechstdrke 2 mm zu berechnen. Die
héchstvorkommende Umgebungstemperatur be-
tréagt Tamp = 50 °C und die Verlustleistung Piot max =
8 W.

T T
P = ! jmax famo
fot max Rithsc + Rnca

_ Timax — Tamb

Rihca = Prot = Rihac =

150°C — 50°C
=7 sw 5°C/W = 7,5 KIW
AT = Tgase — Tamp 18Bt sich aus der Beziehung

ijax - Tamb
Rinac + Rinca

_ Tcase — Tamb

Piot max = Rinca

ermittein:

T T = Rinca (Timax = Tamb)  _
case - Tamb Rtnac + Rinca

7,5 KIW (150°C—50°C) 60°C
5KIW + 7,5 KIW -

Mit Rinca = 7,5°C/W und AT= 60 °C ergibt sich aus
den Kurven fiir eine Blechstarke von 2 mm eine
Kantenlange ,a“ =90 mm. Dieser Wert muB wegen
derwaagerechten Anordnung noch mitdemFaktor
a = 1,15 multipliziert werden, so daB fiir das Kiihl-
blech eine Kantenlange von 105 mm vorzusehen
ist.

] 81390
=SS
Rinca il
| | L‘ At =10 °C
F—— m 30 °C
/eo °C
120 °C
10 1
K/W :
L1
Blechstérke:2 mm
1
10 100 mm
a—»

Fig. 2.3.

Soll aus einem gegebenen Kiihlblech die zuldssige
Verlustieistung berechnet werden, so ist mit einem
angenommenen AT zu rechnen. Das Ergebnis ist
eventuell mit dem tatséchlichen AT neu zu bestim-
men.

2.4. Erlaubte Arbeitsbereiche
von Leistungstransistoren

Zum Vermeiden von Uberiastungen, die zur Zersto-
rung fiihren konnen, sind beim Betrieb von Lei-
stungstransistoren eine Reihe von Grenzen zu
beachten. Mitdiesen Grenzen wird ein erlaubter Ar-
beitsbereich festgelegt, wie er z.B.im nachstehen-
den Bild dargestellt ist. Dieser Arbeitsbereich gilt
nur fiir Leistungstransistoren, die thermisch stabil
betrieben werden, und fiir eine bestimmte Gehé&u-
setemperatur. Fir Impulsbetrieb kdnnen die ange-
gebenen Grenzen kurzzeitig liberschritten werden,
wie es z.B. die gestrichelten Linien im Bild andeu-
ten.

Der im Bild in Form eines I¢ (Ucg)-Diagrammes mit
logarithmischer Teilung beider Achsen dargestell-
te ,Erlaubte Arbeitsbereich” eines Transistors ent-
halt alle fiir einen zuverlédssigen Betrieb erforderli-
chen Begrenzungen.

|. Maximaler Kollektordauerstrom. Wird dieser
Wert iiberschritten, dann kann das Transistorele-
ment zerstort werden bzw. die AnschluBdrihte
kdnnen durchbrennen.

II. Belastungsbegrenzung durch Rinyc und Tjmax-

In diesem Bereich ist die zuldssige Verlustleistung
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nichtvon der Betriebsspannung abhingig, d. h. das
Produkt Uce - Ic ist konstant. Die Verlustleistungs-
hyperbel erscheint in der doppellogarithmischen
Darstellung des Arbeitsbereiches als Gerade mit
der Neigung von 135°.

lll. Belastungsbegrenzung zum Vermeiden eines
zweiten Durchbruchs: Bei hoheren Betriebsspan-
nungen konnen Ortliche Stromkonzentrationen
auftreten, die lokale Uberhitzungen der Sperr-
schichtbewirken. Dadurch kénnen Schmelzkanile
entstehen, falls die zugefiihrte Energie einen kriti-
schen Wert iiberschreitet. Das fiihrt zur Zerstérung
des Transistors. Die Stromkonzentrationen entste-
hen entweder am Emitterrand oder in der Mitte der
wirksamen Basiszone, abhangig davon ob die Emit-
terdiode in DurchlaB- oder in Sperrichtung betrie-
ben wird.

Die zu einem zweiten Durchbruch fiihrende Ener-
gie ist im Falle einer gesperrten Emitterdiode be-
trachtlich niedriger als fiir eine in DurchlaBrichtung
betriebene Diode, weil die Stromkonzentrationen
im erstgenannten Fall auf einen sehr kleinen Quer-
schnitt beschréankt sind.

Die zulassige Verlustleistung nimmt in diesem Be-
reich mitzunehmender Kollektor-Emitterspannung
ab, d.h. die Neigung der Begrenzungslinie wird
groBer als im Bereich Il (der Winkel wird kleiner als
135°).

IV. Begrenzung durch die Durchbruchspannung.
Beim Uberschreiten dieser Grenze kann ein Lawi-
nendurchbruch erfolgen.

A20

Beim Impulsbetrieb darf der beschriebene Arbeits-
bereich unter bestimmten Voraussetzungen kurz-
zeitig liberschritten werden (siehe gestrichelte Li-
nien). Jedoch darf die maximal zuldssige Energie
bestimmte, in den ,Technischen Daten* angegebe-
ne Werte, nicht liberschreiten. (Fig. 2.4)

2.5. Behandlungsvorschriften
fiir MOS-Bauelemente

Bauelemente der MOS-Technologie erfordern be-
sondere Handhabungs-Vorschriften, da sie trotz
eingebauter Schutzschaltungen durch statische
Aufladungen, Brummspannungen von nicht ge-
erdeten Baugruppen und Geréten oder andere &u-
Bere Einfliisse zerstort werden kénnen. Deshalb
werden integrierte MOS-Schaltungen in elektrisch
leitender Verpackung geliefert.

2.5.1. Grundlegende Vorschriften

-

. MOS-Bauelemente sollen moglichst bis zum Ge-
brauch in der Lieferantenpackung verbleiben.
Andernfalls ist unbedingt darauf zu achten, daB
alle Anschlisse leitend miteinander verbunden
sind.

2. MOS-Bauelemente diirfen grundsitzlich nicht
an den Anschliissen beriihrtwerden, wenn keine
zusétzlichen &uBeren Schutzvorrichtungen an-
gebracht sind.

3. MOS-Bauelemente diirfen nicht mit elektro-
statisch aufladbaren Materialien (z.B. Kunst-
stofftiiten und -folien, Styropor u.a.) in Beriih-
rung kommen.

4. Alle Gerate und Werkzeuge, die mit MOS-Bau-
elementen in Beriihrung kommen kénnen, miis-
sen auf gleichem Potential sein. Auch die Ar-
beitskréfte und die Arbeitsplatte miissen sich auf
diesem Potential befinden.
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mlt ihnen bestuckten Leiterplatten muB der elek-
trisch leitende Verpackungsanteil die leitende
Arbeitsplatte beriihren.

6. Es wird empfohlen, an MOS-Arbeitsplatzen alle
Geréte, Werkzeuge und Vorrichtungen wie z.B.
Sitzplétze, Lotkolbenspitzen, Létbader und die lei-
tenden Arbeitstischplatten an einen gemeinsamen
Massepunkt zu legen, und diesen iiber (270+ 270)
kQ zu erden. Dabei sind die entsprechenden VDE-
Bestimmungen (0100) zu beriicksichtigen.



3. Angaben zur Qualitat

Durch ein umfangreiches System von Erpro-
bungen, Zwischen- und Endmessungen ist TELE-
FUNKEN electronic bemiiht, dem Kunden Bauteile
zur Verfiigung zu stellen, die den Anforderungen
der Gerateindustrie voll entsprechen.

Sollten Sie Interesse an einer ausfiihrlichen
Beschreibung des TELEFUNKEN-Qualitatssiche-
rungssystems haben, so fordern Sie bitte die
Broschiire ,,TELEREL“ an.

3.1. Anlieferungsqualitat

Zum Kennzeichnen der Anlieferungsqualitédt wird
folgendes angegeben:

® Maximal- bzw. Minimalwerte der Kenngré8en

® AQL-Werte (Gutlage, Acceptable Quality Level)
Lieferlose, deren prozentualer Fehleranteil gleich
oder kleiner als der in Prozent angegebene AQL-
Wertist, werden mit groBer Wahrscheinlichkeit (L=
90%) aufgrund einer Stichprobenpriifung ange-
nommen (siehe Einfach-Stichprobenplan, Kapitel
3.4.).

3.2. Fehlergruppierung

Die moglichen Fehler, mit denen ein Halbleiter-
bauelement behaftet sein kann, werden enispre-
chend dem wahrscheinlichen EinfluB auf eine be-
stehende Schaltung in Gruppen zusammengefaBt:
@ Totalfehler (kritischer Fehler)

Beim Vorliegen eines solchen Fehlersistjede funk-
tionsgemaBe Verwendung des Bauelements aus-
geschlossen.

Beispiele: Kontaktunterbrechung, KurzschluB zwi-
schen zwei Elektroden, zusammengebrochene
Sperrkennlinie, falsche Typenkennzeichnurg’g,
Drahtbruch, kritische Gehadusefehler.

@ Hauptfehler

Beim Vorliegen eines Hauptfehlers ist die Brauch-
barkeit des Bauelements stark herabgesetzt.

Als Hauptfehler gilt das Uberschreiten der im
Datenblatt angegebenen Grenzen. Sogenannte
typ. Werte“ gelten als Orientierung und werden
nicht tiberpriift.

@ Nebenfehler

Solche Fehler setzen die Brauchbarkeit des Bau-
elementes zwar herab, beeintrdchtigen dessen
Funktionsfahigkeit jedoch unwesentlich.
Dabeihandeltes sichimNormalfallumdynamische
KenngréBen bei Tymp = 25°C, sofern diese nichtfiir
die Hauptanwendung besondere Bedeutung
haben, sowie um weitere statische KenngroBen bei
Tamb = 25°C, deren Bedeutungfiir die Hauptanwen-
dung eingeschrankt ist.

Ferner gehéren duBerliche Fehler dazu wie Stem-
pelfehler, leichte Kratzer.

3.3. AQL-Werte

Entsprechend derin 3.2.angegebenen Fehlergrup-
pierungen gelten in den Datenblattern der Halblei-
tertypen fiir professionelle Geréte und Anwendun-
gen-sofernnichtandersvereinbart—dieimfolgen-
den genannten AQL-Werte. Diesen liegt der Ein-
fachstichprobenplan fiir Attributpriifung AEG 1415
(siehe 3.4.) zugrunde, der den Stichprobenplénen
DIN 40080 oder MIL-STD 105 D, Priifstufe Il, weitge-
hend entspricht.

Fehlergruppe E’Téil- Gr;{gl_en-
Totalfehler - 0,15
Hauptfehler 0,4 -
Nebenfehler - 1,0

Die Summe aller fehlerbehafteten Bauelemente
wird mit einem Summen-AQL = 1,0% bewertet.

In den Datenbléattern sind zusétzlich KenngréBen
aufgefiihrt, deren Uberpriifung nur durch aufwen-
dige Messungen mdoglich ist. Diese KenngroBen
sind, falls sie nicht besondere Bedeutung fiir die
Hauptanwendung haben, durch die FuBnote *) ge-
kennzeichnet.

3.4. Stichprobenplédne
Zeichenerklarung:

AQL Gutlage

N LosgroBe

n Stichprobenumfang

c Annahmezahl

Dmax ~ maximaler Durchschlupf

Einfach-Stichprobenplan fiir Attributpriifung
(AEG 1415)

Einfach-Stichprobenplan fiir zerstérende oder
sehr teure Priiffungen (AEG 1416, Z-Pléne).
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Einfach-Stichprobenplan fiir Attributpriifung (AEG 1415)

normale reduzierte
Priifung AGL Priifung

006 | 010 | 015 | 025 | 040 [ 065 | 10 [ 15 [ 25 [ 40 | 65

n-c
N (Drmax in %) N

30 | 20

2 15 80 | 50 | (96 |(156) 2 15
130 | B9 | 67 | 434 | 81

16- 50 200 | (2.6) 4.8) | (9.2) 16- 150
320 | (17) 20-1 | 20-2 | 203

51- 150 500 | (11 304 | (36) | (6.0) | (8.4)| 151- 280
80-0 | (0.71) (23) | 32-2 | 32-3 | 32:5

151- 280 125-0 | (0-45) 501 (38) | (54) | (88 | 281- 500
200-0 | (0-29) (15 | 502 | 50-3 | 50-5 | 50-7

281- 500 |(0.18) 801 (2.4) | (35) | (57) | (81) 501- 1200
(1.0) | go-2 | 80-3 | 80-5 | 80-7 |80-10

501- 1200 1254 (1.6) | (22) | 37) | (5.2) | (7.7) 1201- 3200
(0.64) | 125-2 | 125-3 | 125-5 | 125-7 [125-10|125-14

1201- 3200 2001 (11) | (1.5) | (24) | (35) | (5.0) | (7.2) | 3201-10000

(0.41) | 200-2 | 200-3 | 200-5 | 200-7 |200-10|200-14 )

3201-10000 3151 (0.68) | (0.95) | (1.6) | (2.2) | (3.2) | (4.6) |00 p¢] 1000135000
) 5001 | (0-27) | 315-2 | 315-3 | 315-5 | 315-7 | 315-10| 31514 | 315-21| (7-3)

10001-35000 (0.17) (0.44) | (0.61) | (0.99) | (1.4) | (21) | (3.0) | (4.7)

Einfach-Stichprobenplan fiir zerstérende oder sehr teure Priifungen (AEG 1416, Z-Pldne).

Z1 AQL zZ2
normale reduzierte
Prifung 0.06 | 0.10 | 0.15 l 0.25 f 0.40 | 0465l 1.0 \ 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.5 Priifung

n-c¢

N (Dmax in %) N

20
r a0 |6e| ¥ 50
5.0 | (11.6)
26- 90 8o | (72 51- 150
130 | (49 81
91- 150 200 | (28) 131 | (10.8) 151- 500
200-0 | 1250 | 80-0 | 50-0 | 32-0 | (1:8) (6.3)
151- 500 | (0.18) | (0.29) | (0.46) | (0.74) | (1.2) 20 501- 3200
(41 | 202 | 20-3 )
501- 1200 321 (6.8) | (9.5 3201-35000
(2.6) | 392 | 32-3 | 32-5
1201-10000 50-1 4.3) | (6.1) | (9.9 -
N 801 | (17) | 502 | 50-3 | 50-5 | 50-7
10001-35000 (1.1 (27) | (3.9) | (6.3) | (9.0) -
"y LosgréBen iiber 35000 sind zu teilen.
4. Giitebestitigte Bauelemente oder ESA/SCC-5000 System der ESA (Euro-

pean Space Agency)
TELEFUNKEN electronic bietet fiir Anwendungen  qualifiziert sind.
mit hdchsten Anspriichen Giitebestédtigte Bau-  pjege Bauelemente sind sowohlim Inhaltsverzeich-

elemente an, die entweder nach nis, als auch in den Datenblattern gekennzeichnet.

VG 95211 Eine Beschreibung der Verfahren enthélt die Bro-

oder GfWH 0000, Blatt 16 System der Gesellschaft  schijre ,Giitebestitigte Bauelemente von TELE-
fiir Weltraumforschung FUNKEN electronic®.
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5. Paarungsschema fiir Silizium-NF-
Transistoren

Die Silizium-NF-Transistorpaare werden nach fol-
gendem Paarungsschema ausgemessen:

Gruppe Code hge-Bereich
A 13,2.. 19,0

B 17,0.. 23,6

2,5 c 21,2.. 30,0
-~ D 265.. 37,5

4 E 335.. 47,5
F 425.. 60,0

6 G 53,0.. 75,0
-~ H 67,0.. 95,0

10 I 85,0..118
- K 106 ..150

16 L 132 ..190
M 170 ..236

25 N 212 ..300
-0 265 ..375

40 P 335 ..475
R 425 ..600

60 S 530 ..750
T 670 ..950

Die Transistoren kénnen nur in den aufgefiinrten
Gruppen gepaart geliefert werden. Die Zahlenwer-
teder hgg-Bereichsgrenzen sind der DIN-Reihe R40
entnommen.

6. Aufbau der Datenblatter

Der Aufbau der Datenblattangaben entspricht fol-
gendem Schema:
@ Kurzbeschreibung
® Abmessungen (Mechanische Daten)
@ Absolute Grenzdaten
® Thermische KenngréBen —
Warmewiderstande
@ Elektrische KenngroBen

Falls erforderlich sind die Datenblatter mit Vermer-
ken versehen, die eine zusitzliche Information
{iber den beschriebenen Typ vermittein.

6.1. Kurzbeschreibung

Neben der Typenbezeichnung werden die verwen-
deten Halbleitermaterialien, die Zonenfolge, die
Technologie, die Artdes Bauelementes und ggf. der
Aufbau genannt.

Stichwortartig werden die typischen Anwendun-
gen und die besonderen Merkmale aufgefuihrt.

6.2. Abmessungen (Mechanische Daten)

Fiir jeden Typ werden in einer Zeichnung die wich-
tigsten Abmessungen und die Reihenfolge der An-
schliisse dargestelit. Ein Schaltbild ergéanzt diese
Information. Bei den Geh&usebildern wird die DIN-,
JEDEC-, bzw. die handelsiibliche Bezeichnung auf-
gefiihrt. Das Gewicht des Bauelementes ergéanzt
diese Angaben.

Besonders zu beachten:

Wenn keine MaBtoleranzen eingetragen sind, gilt
folgendes:

Die Werte fiir die Ldnge der Anschliisse und fiir die
Durchmesser der Befestigungslocher sind Mini-
malwerte. Alle anderen MaBe sind Maximalwerte.

6.3. Absolute Grenzdaten

Die genannten Grenzdaten bestimmen die maxi-
mal zuldssigen Betriebs- und Umgebungsbedin-
gungen. Wird eine dieser Bedingungen tiberschrit-
ten, so kann das zur Zerstorung des betreffenden
Bauelementesfiihren. Soweitnichtandersangege-
ben gelten die Grenzdaten bei einer Umgebungs-
temperatur von 25+ 3 °C. Die meisten Grenzdaten
sind statische Angaben, bei Impulsbetrieb werden
die zugehorigen Bedingungen genannt.
Grenzdaten gelten unabhéngig voneinander. Ein
Gerit, das Halbleiterbaueiemente enthait, muB so
dimensioniert werden, daB die fiir die verwendeten
Bauelemente festgelegten absoluten Grenzdaten
auch unter ungiinstigsten Betriebsbedingungen
nicht iberschritten werden. Diese konnen z.B. her-
vorgerufen werden durch Anderungen
der Versorgungsspannung,
der Eigenschaften der iibrigen elektrischen Bau-
elemente im Gerét
der Einstellung des Gerétes,
der Belastung,
der Ansteuerung,
der Umgebungsbedingungen, sowie
der Eigenschaften der Bauelemente selbst
(z.B. Alterung).

6.4. Thermische KenngréBen -
Warmewiderstande

Einige thermische GroBen, z.B. die Sperrschicht-
temperatur, der Lagerungstemperaturbereich und
die Gesamtverlustleistung, begrenzen den Anwen-
dungsbereich, daher sind sie im Abschnitt,, Absolu-
te Grenzdaten“ aufgefiihrt. Fiir die Warmewider-
stéande ist ein gesonderter Abschnitt vorgesehen.
Der Warmewiderstand Rynya ist ohne zusétzliche
Kiihimittel als ungiinstigster Fall zu verstehen.
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Die Temperaturkoeffizienten sind bei den zugehori-
gen Parametern unter ,KenngréBen*“ eingeordnet.

6.5. KenngroBen, Schaltzeiten

Die fiir den Betrieb und die Funktion des Bauele-
mentes wichtigen elektrischen Parameter (Mini-
mal-, typische und Maximal-Werte) werden mit den
zugehdrigen MeBbedingungen und ergidnzenden
Kurven aufgefiihrt.

@ Elektrische KenngréBen

Die elektrischen Eigenschaften eines Halbleiter-
bauelements werden mitelektrischen KenngroBen
charakterisiert. Diese setzen sich zusammen aus
statischen KenngréBen, dynamischen Kenngro-
Ben, Vierpol-KenngréBen und Kennlinien.

@ Statische KenngréBen

Die statischen KenngréBen beschreiben das
Gleichstromverhalten der Halbleiterbauelemente.
Sie gelten fiir eine bestimmte Umgebungs- oder
Gehdusetemperatur, oder sie sind in Abhéngigkeit
von der Temperatur angegeben.

® Dynamische KenngréBen

Die dynamischen KenngroBen beschreiben das
Verhalten der Halbleiterbauelemente bei Wechsel-
strom- oder Impulsbetrieb. Je nach Typ werden da-
bei NF-, HF- oder fiir das Schaltverhalten wichtige
KenngrdBen angegeben. Diese KenngroBen gelten
nur unter bestimmten Betriebsbedingungen. Ge-
gebenenfalls sind diese erganzt mit entsprechen-
den MeBschaltungen.

@ Vierpol-KenngréBen

Die Vierpol-KenngréBen gehdren zu den dynami-
schen KenngroBen. Zur Verbesserung der Uber-
sichtlichkeit werden sie gesondert angegeben,

wenn das fiir die Hauptanwendung des betreffen-
den Typs von besonderem Interesse ist.

® Kennlinien

Neben den statischen und dynamischen Kenn-
groBen, die bestimmte Kennlinienpunkte bzw. Be-
triebszustdnde charakterisieren, werden Kennli-
nien angegeben. Damit wird die typische (mittlere)
Abhéngigkeit einzelner KenngréBen voneinander
dargestellt. Zum Teil werden auch die Streugren-
zen mit angegeben. Diese besagen, daB ein Anteil
von wenigstens 95% der Lieferung innerhalb der
angegebenen Grenzen liegt.

6.6. Zusatzliche Vermerke

Vorléufige technische Daten

Mit dieser Angabe wird darauf hingewiesen, daB
sich einige fiir den betreffenden Typ angegebene
Daten noch geringfiigig &ndern kénnen.

Nicht fiir Neuentwicklungen

Typen sind fiir laufende Serien erhaltlich, Neuent-
wicklungen sollten damit nicht vorgenommen wer-
den.

7. Gegurtete Bauelemente

Bauelemente im TO-92-Gehzuse kénnen auf An-
frage radial gegurtet geliefert werden. Die Liefe-
rung erfolgtdann entweder auf Rollen oder gefaltet
in Kartons.

Fig. 7
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8. Zubehor

Best.-Nr.

119880

515390

564542

191131

191940

Fig.

8.1.

8.3.

8.2.

8.4

8.5

Bezeichnung

Isolierscheibe 60 pm dick

Isolierscheibe 75 pm dick

Isolierscheibe 50 um dick

Isolierscheibe 50 pm dick

Montageclip

Fig. 8.4.

Fiir Gehduse

12 A3 DIN 41869
JEDEC TO 126 (SOT 32)

3B 2DIN 41872
JEDEC TO 3
Typen mit hoher Sperrspannung

14 A 3 DIN 41869
JEDEC TO 220 (SOT 78)

15 A 3 DIN 41869
(TOP 3)

15 A 3 DIN 41869
(TOP 3)
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BC 107 - BC 108 - BC 109

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-NF-Transistoren
Anwendungen: NF-Vor- und Treiberstufen

Besondere Merkmale:
® BC 109
fiir rauscharme Vorstufen

@ Verlustleistung 300 mW
® In Gruppen sortiert

® BC 107, BC 108, BC 109
sind komplementar zu
BC177,BC 178, BC 179

Abmessungen in mm

Kollektor mit Gehduse verbunden

Normgehause

18 A3 DIN 41876
JEDEC TO 18
Gewicht max.0.5g

Absolute Grenzdaten BC107 BC108 BC109
Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucso 50 30 30
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 45 20 20
Emitter-Basis-Sperrspannung Ueso 6 5 5 \
Kollektorstrom Ie 100 mA
Kollektorspitzenstrom lem 200 mA
Basisstrom Ig 50 mA
Gesamtverlustleistung

Tamb = 25°C Prot 300 mw
Sperrschichttemperatur T 175 °C
Lagerungstemperaturbereich Tstg —55..+175 °C

T1.2/495.0484 D1



BC 107 - BC 108 - BC 109

Wairmewiderstiande Min. Typ. Max.
Sperrschicht-Umgebung Ringa 500 KIW
Sperrschicht-Gehiuse Rinyc 200 K/IW

Statische KenngréBen
Tamo = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom

Ueg = 20V, Tymp = 150°C lcso 15 A
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Ic=2mA BC 107 Ugryceo " 45 v
BC 108, BC 109 Ugryceo " 20 \%
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
/E =1 pA BC 107 U(BR)EBO 6 \'%
BC 108, BC 109 Usrjeso 5 \
Kollektor-Sattigungsspannung
Ilc= 10mA, Ig=0.5mA Ucksat 90 250 mV
lc=100mA, lg=5 mA Uctsat " 200 mv
Basis-Sattigungsspannung
Ilc= 10mA, Ig=0.5mA Ugesat 700 mV
Ic=100mA,lg=5 mA Usgsat ¥ 900 mv

Basis-Emitter-Spannung

Uce=5V,lc= 0.1mA Use 550 mV
UCE =5V, /C = 2 mA Uge 620 700 mV
UCE =5V, Ic=10 mA UBE 675 mV

Kollektor-Basis-Gleichstromverhiltnis
Uce=5V,Ic=10pA

Gruppe: A BC 107, BC 108 hee 90
B BC 107, BC 108, BC 109 hee 40 150
C BC 108, BC 109 hee 100 270
Uce =5V, lc=2mA
Gruppe: A BC 107, BC 108 hee 110 180 220
B BC 107, BC 108, BC 109 hee 200 290 450
Cc BC 108, BC 109 heg 420 520 800

R —t7f_’- 0.01,t, =03 ms



BC 107 - BC 108 - BC 109

Dynamische Kenngréfien

Tamb = 25°C

Transitfrequenz
Ueg=5V,Ic= 05mA f= 30MHz
Uce = 5V,Ic= 10 mA, f=100 MHz

Kollektor-Basis-Kapazitét
Ueg=10V,f=1MHz

RauschmaB
Uce =5V, Ic =200 pA, Rg = 2 kQ,
f=1kHz, Af= 200 Hz

BC 107, BC 108
BC 109

f=230Hz..15 kHz BC 109

Vierpol KenngroBen

Tamb = 25°C

Emitterschaltung
Uce=5V,Ic=2mA, f=1kHz
KurzschiuB-Eingangswiderstand
Gruppe:

Leerlauf-Spannungsriickwirkung
Gruppe:

KurzschluB-Stromverstédrkung
Gruppe:

Leerlauf-Ausgangsleitwert
Gruppe:

O w> O m>» O w>

O w>

Min. Typ.
fr 85
fr 300
Ccro 25
F 3
F
F
hie 1.6 2.7
hie 3.2 4.5
hie 6 8.7
hye 1.5
hre 2
hye 3
hye 220
hfe 330
hfe 600
hoe 18
hoe 30
hoe 60

Max.

4.5

4.5
8.5
15

-10*
-10*
-10*

MHz
MHz

pF

dB
dB

dB

kQ

kQ

uS
uS
uS



BC 107 - BC 108 - BC 109
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BC 107 - BC 108 - BC 109
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BC 107 - BC 108 - BC 109
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BC 107 - BC 108 - BC 109

* 72 781 T [ I HH” 71403
Ucg =5V
hFE vop - 5V fT ] f Z1ooﬂMHz
Tamb = 25 °C amb = 25°C
600 4 ~ 300 [
MHz
Gruppe C Vil
//’
400 / 200 /
y I /
/ L N /
/ Gruppe B / N ! /
/ '/F/ ! /
200 1P TN 100 ; !
//" Gruppe A N J
g N A
—"/
111
. o LI
0,01 0,1 1 10 mA 0,1 1 10 mA
? BC 109 71786 f ‘ BC 109 71 784
F F /
3 3
dB Ji
] gt ERL
\ [ /
2 2 /
\ /
NV
Uce= 5V ||| Ueg=5V
1 Ic=0,2mA Rg =2kQ
Tamb = 25 °C 1 Tamb = 25 °C
o] Q
0,1 1 10 kQ 0,01 0,1 1 mA
RG — Ic —



BC 107 - BC 108 - BC 109
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BC 140 - BC 141

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-NF-Transistoren
Anwendungen: NF-Verstarker und Schalter

Besondere Merkmale:
@ Verlustleistung 3.7 W @ BC 140, BC 141 sind komplementar zu
@ In Gruppen sortiert BC 160, BC 161

@ Gepaart lieferbar
Abmessungen in mm

# 51 #85 $9,2 40,5

Kollektor mit Gehduse verbunden

Normgehéuse

5C 3 DIN 41873
JEDEC TO 39
Gewicht max.1.5g

2222

Absolute Grenzdaten BC 140 BC 141
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uces 80 100 \
Uceo 40 60 \%
Emitter-Basis-Sperrspannung Ueso 7 \Y,
Kollektorstrom Ic 1 A
Basisstrom Is 100 mA

Gesamtverlustieistung

Tamb =45°C Ptot 650 mwW
Tease =45°C, Uce <7.0V Ptot 3.7 W
Tease <45°C, Ucg <85V Piot 3.7 w
Sperrschichttemperatur T 175 °C
Lagerungstemperaturbereich Tstg —55..+175 °C
Wiarmewiderstande Min. Typ. Max.
Sperrschicht-Umgebung Ringa 200 KIW
Sperrschicht-Gehduse Rinsc 35 KIW

T1.2/497.0484 D1



BC 140 - BC 141

Statische Kenngroen
Tamb = 25 °C, falls nicht anders angegeben
Kollektorreststrom

UCE =60V
Uce =60V, Tymp = 150°C

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

lc= 30mA BC 140
BC 141
Ic = 100 pA BC 140
BC 141

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le =100 pA

Kollektor-Sattigungsspannung
Ilc=1AIlg=100mA

Basis-Emitter-Spannung
UCE= 1 V,IC=1 A

Kollektor-Basis-Gleichstromverhdltnis
UCE= 1V, Ic = 0.1 mA

UCE =1 V, lc =100 mA
Gruppe: 6

10
16

UCE=1V,IC=1A
Fir Paare gilt das hee-Verhiltnis
UCE =1V, lc =100 mA
Dynamische KenngréBen
Tamp = 25°C

Transitfrequenz
Uce =10V, Ic =50 mA, f= 20 MHz

Kollektor-Basis-Kapazitat
UCB= 10V, f=1MHz

Emitter-Basis-Kapazitat
Ugg=05V,f=1MHz

Schaltzeiten
Ic ~ 100 mA, Igy =~ ~lgp~5 mA, Tamb =25°C
Einschaltzeit

Ausschaltzeit

n —tJT’— 0.01,t,=0.3ms

10

Min. Typ.
Ices 10
Ices 10
Ugryceo ” 40
Ugryceo 60
URryces 80
Ugsryces 100
Uerieso 7
UCEsat v 0.6
Uge " 1.2
hee 40
hee 40
hee 67
hee 106
hee " 20
fr 50
Ccro
Ceso 80
Min. Typ.

siehe MeBschaltung
ton

toft

Max.

100
100

1.8

95
150
236

1.4

25

Max.

250
850

nA
A

<< <<

<

MHz

pF

pF

ns

ns



BC 140 - BC 141

75556

MeBschaltung fir: ton, toff

-2v

# Ugg =TV BC 140
|
Prot [T
8V
31
w \
H 1ov [
Rthac
2 \\
 20v \
H
 aov
1
g
NN Fthda \
N
N
L]
o] 50 100 150 °C

Tamb-Tcase —

20V

Oszilloskop:

R; 2100kQ
71405
Uoe = 8.5V BC 141
Ptot \
\
10V
3
wll L] \
| | 13v \‘
\
Rthuc
21120V \\
11
30V
I
H eov \
1
N
N Pthoa
NN
N L
I ~ L_J
(o] 50 100 150 °C

Tamb ' Tcase —
11



BC 140 - BC 141

71 408

/g=05 mA [

SN

? 71409
[ /]_
L4
Ices /]
"’
10 pal
A /-
i
4 /
Streugrenze \‘/’ /
% /
1 7
/
4
/
4
/
0,1 /, v -
_—IP ‘,
Usg =60V
/
0,01 v
/
0,001
0 50 100 °C
Tamb—»

71769

f 71406
.
Ucesat i
0,8 'V I
v '
heg=10 i
Tamb =25 °C
0,6 |
iy
Y
i
]
/
0,4 7
v
Streugrenze /J
LA /
0.2 S~~l -1 /
P~~~ |
0
1 10 100 mA
e —

12




BC 140 - BC 141

|
? 8 71 407
hggn ] f‘“*ji‘
| Ugg=1V ]
(T famp =25°¢ | |
heg. = hre
FEn = g (1o =30 mA)
1 == n
0,5 SJ
0,1 1 10 100 mA

13






BC 160 - BC 161

Silizium-PNP-Epitaxial-Planar-Transistoren
Anwendungen: NF-Verstarker und Schalter

Besondere Merkmale:
@ Verlustleistung 3.2 W

@ In Gruppen sortiert BC 140, BC 141

® Gepaart lieferbar

Abmessungen in mm

£9,2 40,5

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Sperrspannung -Uces
-Uceo
Emitter-Basis-Sperrspannung =Uggo
Kollektorstrom =l
Basisstrom ~Ig

Gesamtverlustleistung

Tamp = 45°C Piot

Tease = 60°C, ~Ucg =8 \ Piot
Sperrschichttemperatur T
Lagerungstemperaturbereich Tstg

Wirmewiderstinde
Sperrschicht-Umgebung Rihaa

Sperrschicht-Gehéduse Rinsc

T1.2/499.0484 D1

@ BC 160, BC 161 sind komplementér zu

Kollektor mit Gehduse verbunden

Min.

Normgehé&use

5C 3 DIN 41873
JEDEC TO 39
Gewicht max.1.5g

BC 161

[s]

60
5
1
100
650
3.2
175

-55..+175

Typ. Max.

200

35

> < <<

mA

mwW

°C
°C

KIW
KIW

15



BC 160 - BC 161

Statische KenngréoBen Min.

Tamb = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom

_UCE =40V BC 160 _ICES
~Ucg =40V, T,mp=150°C  BC 160 —lces
—UCE =60V BC 161 _’CES
_UCE =60 V, Tamb =150 °C BC 161 _ICES
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
—lc =50 mA BC 160 ~Ugryceo " 40
BC 161 _-U(BR)CEO » 60
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
=lg =100 pA ~Ureso 5
Kollektor-Sattigungsspannung
—lc=1A, -Ilg =100 mA ~Ucgsat "
Basis-Emitter-Spannung
_UCE =1 V, _IC =1A _UBE »
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
—UCE =1V, =lc= 0.1 mA hFE
_UCE =1V, _’C =100 mA
Gruppe: 6 hee 40
10 hee 67
16 hee 106
~Uce=1V,-lc=1A heg "

Fir Paare gilt das heg-Verhaltnis
“Uce=1V,=Ic =100 mA

Dynamische KenngréBen
Tamb = 25°C

Transitfrequenz
=Uce =10V, —=Ic =50 mA, f =20 MHz fr 50

Kollektor-Basis-Kapazitéat
_UCB =10V, F=1MHz CCBO

Emitter-Basis-Kapazitit
_UEB =05V,f=1MHz CEBO

g t—; =001, t, =03 ms

Typ.

10
10
10
10

0.6

80

20

Max.

100
100
100
100

1.7

95
150
236

30

130

nA
HA
nA
pA

MHz

pF

pF



BC 160 - BC 161

71.410 7141
BC 160 BC 161
Piot Ptot
-Ucg=8V ~Ucg=8V
3 3
w \ w \
\ 10V \
11 10v \
L1
Ll I Ftnuc Rthyc
2 14V 2 15V \
rrT 20V
1 20v T
11T
30V
[T \ \
a0V 60V
1 1
- N
\\\ Rthya \ N Fthya \
N \ NN \
N N
QY Q
Q 50 100 150 °C o] 50 100 150 °C
Tamb > Tcase — Tamb s Tcase —=
T T T 71415 L T T 71416
? BC 160 7 $ BC 161 7
-1 ll -l ‘v
CES / CES 4
/| /|
10 7 10 o
pA [ [ pA 2
'l 74 Z
| / /s /
; Streugrenze \1/ / ; Streugrenze L/ /
% K4l 7 R4 7
b’ 7) ——
ul ’ 7 /
| a /
/ /
4 4
o1 7 ya o1 24 ya
— / |2 4 L
i “Ugg = 40 \4 - “Ugg=60V
/ /
0,01 S 0,01 A
/ Vi
0,001 0,001
(o] 50 100°C (o] 50 100°C
Tamb—> Tamb —=
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BC 160 - BC 161

lg=5mA /' l I 71414
y 4,5 mAl_L 14—
Tamb= 25 °C 1 I
-1 amb 7 // 4 mA
(o} / ] _‘._.|'“
400 / ]
A V9 _3,5 mA
17, ~ ‘
3 mA
/i |
/
300 | | 2,5 mA
- !
2 mA
|
200 4 1,5 mA
/ ] ;
1 mA
100 l
0,5 mA
l
(o] 1 2V
~Uce
? 71765
~Uge
v
~Ugg= 1V
05 r:,,i= 25°C
0,1
0,05
0,01
0 0,2 0,4 0,6 0,8 A
-Ic_>

18

T 71 412
“UcEsat
0,8
v
|
0,6 I
hFE =10
Tamb =25 °C ]
/
0,4 /
Streugrenze /’
Ld /
<[ P /
0,2 . /
T~ ,—”
0
1 10 100 mA
_IC—>
? 71 413
hren
“Ugg =1V
Tamb =25 °C
hee o FE L
FER = hEg (—1g =20 mA)
1 - .
/
\
0,5
(oh] 10 100 mA
_Ic — -



BC 177 - BC 178 - BC 179

Silizium-PNP-Epitaxial-Planar-NF-Transistoren
Anwendungen: NF-Vor- und Treiberstufen

Besondere Merkmale:
@ BC 179, fiir rauscharme Vorstufen
@ Verlustleistung 300 mW

@ BC 177,BC 178,BC 179
sind komplementar zu

BC 107, BC 108, BC 109

@ In Gruppen sortiert

Abmessungen in mm

2,54

£48

2205

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Basis-Sperrspannung -Ucgo
Kollektor-Emitter-Sperrspannung -Uceo
Emitter-Basis-Sperrspannung =Ueso
Kollektorstrom =l
Kollektorspitzenstrom =lem
Basisstrom ~Ig

Gesamtverlustleistung

Tamb <25°C Piot
Sperrschichttemperatur T
Lagerungstemperaturbereich Tstg

T1.2/501.0484 D1

Kollektor mit Gehduse verbunden

BC 177 BC178 BC179

50
45

30
25
5
100
200
50

300
175
-55..+175

Normgehause
18 A3 DIN 41876
JEDEC TO 18
Gewicht max. 0.5 g

25
20

mA
mA
mA

mwW

°C
°C

19



BC 177 - BC 178 - BC 179

Warmewiderstiande Min. Typ. Max.
Sperrschicht-Umgebung Rihua 500 KIW
Sperrschicht-Gehause Rinsc 200 K/IW

Statische KenngroBen
Tamb = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom

_UCB =20 V, Tamb = 150 oC _ICBO 10 HA
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
—IC =10 |JA BC 177 —U(BR)CBO 50 \
BC 178 _U(BR)CBO 30 \'
BC 179 -Uer)cso 20 \
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
~lc =2 mA BC 177 _U(BR)CEO n 45 \%
BC 178 -Ugryceo 25 \%
BC 179 ~Ugryceo 20 \%
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
—le=1pA -UsriEBO 5 \
Kollektor-Sattigungsspannung
=lc= 10mA, ~lg=0.5mA —UcEsat 100 180 mV
~lc=100mA, -lg=5 mA ~Ucesat " 200 mv
Basis-Sattigungsspannung
—lc= 10 mA, -z = 0.5 mA ~Ugkgsat 700 780 mv
—-lc=100mA, -lg=5 mA ~Usgsat " 850 mv
Basis-Emitter-Spannung
—Uce=5V,~lc= 10pA —Uge 520 mV
—Uceg=5V,-lc= 2mA —Uge 650 750 mV
~Ugg =5V, ~Ic =100 mA ~Ugg " 1 %

Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
—Ucg = 5V, -lc =2mA

Gruppe VI: BC177,BC 178 heg 70 100 130
A: BC177,BC 178,BC 179 hee 110 180 220
B: BC177,BC 178,BC 179 hee 200 290 450
C: BC 178,BC 179 heg 420 520 800

o 1% =001,t,=03ms

20



BC 177 - BC 178 - BC 179

Dynamische KenngréBen
Tamb = 25°C

Transitfrequenz

—Uce =5V, -Ilc =10 mA, f =100 MHz

Kollektor-Basis-Kapazitat
~Ucg =10V, f=1MHz

RauschmaB

"UCE =5 V, —Ic =200 |JA. RG =2 kQ,

f=1kHz, Af=200Hz BC 177, BC 178
BC 179

f=30Hz..15kHz BC 179

Vierpol KenngréBen

Tamb = 25°C
Emitterschaltung

_UCE= 5V, —/C= 2mA, f= 1 kHz

KurzschluB-Eingangswiderstand

Gruppe:

Leerlauf-Spannungsriickwirkung

Gruppe:

KurzschluB-Stromverstéarkung

Gruppe:

Leerlauf-Ausgangsleitwert

Gruppe:

Oom>» = oOm>» = Ow>» =

ow>» =

fr

Ccso

m T

hie
hie
hie
hie

Min. Typ.

130

4.5

110
220
330
600

20
25
35
45

Max.

10

26
4.5
8.5

15

-10*
-10*
-10*
-10*

MHz

pF

dB
dB
dB

kQ
kQ
kQ
kQ

uS
uS
HS
uS

21



BC177 - BC178 - BC 179

f 82773 79599
?
Rot ~lcBo )t
Streugrenze /,
1000 et
300 \ nA /"
mw \ 7
N Ll
N 10042 '
\ 7
\\ ’ A
200 d
\ //
\ 10 ZUCB= 20V |
\ —
\\ i ]
\\ p
100 \\ /l
\\ 1 //
\\
\\
\\ Lo
\ 0,1
0 40 80 120 160 °C ) 40 80 120 °C
Tamb —= Tymb —=—
? 1m’A"?—' l | 73 141 ? 10,5 pA I I 73145
A L T
/| — 0,9 mA
-1 T _ 9,5 pA
c / o 0,8mA | | | IC | “|
M T Ll A
80 , |t~ 0,7 MA 80017 8,5 hA +—1—
mA e . u | HH
- / 4/ - 0,6 mA A
// |1 L1 7,5‘M \
| [/ 0,5 mA T
601 1= T1T 6007 6,5 pA ]
0,4 mA [ 1
— e 1T | ‘ —_
a L]
/ 0,3 mA
40
/ s 400 Afsm
1T
0,2 mA [ 3,5 pA
T 1]
| ba L]
~1g = 01 mA 200 5
P ' -Ig =1,5pA
M Tamb= 25°C y Tamb = 25 °C
o] 0,5 1 1,5V 0 2 3 Y,
~Ugg— “Ucg —
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BC 177 - BC 178 - BC 179

o

‘BOpA 73 143 * 71 595
L[] “Ucesat
e UsEsat il
/
Tamb = 25°C 800 P
mV >
GO 1A “Ugesa
] 1 ,f"
5T pIA 600 L]
40 pA heg =20
Tamb =25°C
B 400
30 uA ]
20 pA
200 >
l 1 L L 2
-lg =10 pA “Uogsat LA
gt
0.
2 3 av 0.1 1 10 m.AI
— | ~——
- UC E— C
71597 ? 71594
hegn
~Ugg =5V
Tamb =25°C
. N _ heg
V4 | FEN " heg (-Ig =1mA)
A1 Il
7
“Ucg=5V 1
Tamb=25 c 4
0,5
0,1
1 10 mA 0,01 0,1 1 10 mA
—IC—> _IC —



BC177 - BC178 - BC 179

+ 71598
fr
P
100
MHz a —
50 ~Ucg=5V |
y =100 MHz ||
Y Tamb=25°C ||
/
10 1/
V4
5
1
0,1 1 10 mA
—Ic-—>
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BC 368

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Transistor

Anwendungen: Komplementdre NF-Treiber- und Endstufen mit niedriger Betriebsspannung.

Besondere Merkmale:

® Hohe Verlustleistung ® Hohe Stromverstarkung
® Niedrige Sattigungsspannung ® Gepaart lieferbar

® Komplementar zu BC 369

Abmessungen in mm

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo
Uces
Emitter-Basis-Sperrspannung Uego
Kollektorstrom Ic
Kollektorspitzenstrom lem
Basisstrom Ig

Gesamtverlustleistung

Tamb < 25°C Piot

RthJA = 1 25 K/W P(m
Sperrschichttemperatur Ti
Lagerungstemperaturbereich Tstg

Warmewiderrstéande

Sperrschicht-Umgebung Rihsa
/=3 mm

Kupferkihlflache 10 x 10 mm, 35 pm dick Rinia

Sperrschicht-Gehéduse Rinsc

T1.2/503.0484 D1

Normgehéuse

10 A 3 DIN 41868
JEDECTO 9227
Gewicht max. 0.2 g

20 \

25 \Y

5 \"

1 A

2 A

100 mA

0.8 w

1 w

150 °C

-55..+150 °C
Typ. Max

156 KIW

125 KIW

55 KIW

25



BC 368

KenngroBen

26

Tamb = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom
UCB =25V
UCB =25V, Tamb =150°C

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
IC =30 mA

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le =10 pA

Kollektor-Sattigungsspannung
IC= 1 A,IB= 100 mA

Basis-Emitter-Spannung
UCE_ 10V,IC=5mA
UCE= 1V,IC=1A

Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
UCE=1OV:IC= 5mA
Uce= 1V,Ic=500mA
UCE = 1V, IC = 1A

Fir Paare gilt das heg-Verhéltnis
Uce =1V, Ic =500 mA

Transitfrequenz
Ucg =5V, Ic=10mA, f=30 MHz

lcso
leso

UeRryceo

UsrjeBO

Ucksat

fr

Min.

20

50
85
60

Typ.

0.6

65

Max.

500

375

14

pA
mA

mV

MHz



BC 369

Silizium-PNP-Epitaxial-Planar-Transistor

Anwendungen: Komplementére NF-Treiber- und Endstufen mit niedriger Betriebsspannung.

Besondere Merkmale:
@® Hohe Verlustleistung

® Niedrige Sattigungsspannung ® Gepaart lieferbar

® Komplementér zu BC 368

Abmessungen in mm

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Sperrspannung -Uceo
-Uces
Emitter-Basis-Sperrspannung -Uego
Kollektorstrom -Ic
Kollektorspitzenstrom =lem
Basisstrom -Ig
Gesamtverlustleistung
Tamb < 25°C Piot
RthJA =125 KIW Ptot
Sperrschichttemperatur Ti
iLagerungstemperaturbereich Tstg
Warmewiderstédnde
Sperrschicht-Umgebung Rihia
/<3 mm
Kupferkiihlfliche 10 x 10 mm, 35 pm dick Rina
Sperrschicht-Gehduse Rinsc

T1.2/505.0484 D1

Min.

@ Hohe Stromverstéarkung

Normgehéuse

10 A 3 DIN 41868
JEDECTO 922
Gewicht max. 0.2 g

20 \
25 \
5 \

1 A
2 A
100 mA
0.8 w
1 w
150 °C
-55...+150 °C

Typ. Max

156 K/W
125 K/wW
55 K/IW

27



BC 369

KenngroBen

28

Tamb = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom
_UCB =25V
_UCB =25 V, Tamb =150°C

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
=lc= 30 mA

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
—le =10 pA

Kollektor-Sattigungsspannung
—lc=1A,Ilg=100mA

Basis-Emitter-Spannung
~Uce=10V, -Ilc=5mA
_UCE= 1 V, —IC= 1A

Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
=Ucg=10V,=-Ic= 5mA
_UCE =1V, "Ic =500 mA
_UCE= 1V, "lc= 1A

Fiir Paare gilt das hgg-Verhéltnis
“Uce=1V, =l =500 mA

Transitfrequenz
-Ucg =5V, -Ic =10 mA, f= 30 MHz

=lceo
—lceo

-Ur)ceo

-U(sRr)EBO

_UCEsat

—Uge
-Uge

fr

20

50
85
60

Typ.

0.6

65

Max.

500

375

14

HA
mA

mV

MHz



BC 635 - BC 637 - BC 639

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Transistoren

Anwendungen: Komplementére NF-Treiberstufen.

Besondere Merkmale:
® Hohe Verlustleistung ® Komplementar zu BC 636/BC 638/BC 640
® Gepaart lieferbar

Abmessungen in mm

Normgehéause
10 A 3 DIN 41868
JEDECTO 92 Z
b 12,4 —— b s2r Gewicht max. 0.3 g
Absolute Grenzdaten BC 635 BC637 BC639
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 45 60 80
Kollektorstrom Ic 1
Kollektorspitzenstrom lem 1.5
Gesamtverlustleistung
Tamp < 25°C Piot 1 W
Sperrschichttemperatur T 150 °C
Lagerungstemperaturbereich Tstg -55..+150 °C
Warmewiderstdande Min. Typ. Max.
Sperrschicht-Umgebung
/<3 mm Rihoa 156 KIW
Kupferkiihlflache 10 x 10 mm, 35 pm dick Rina 125 KIW
Sperrschicht-Gehause Rinic 55 K/IW
KenngroBen
Tamb = 25 °C, falls nicht anders angegeben
Kollektorreststrom
UCB =30V ICBO 100 nA
Ucg =30V, Tymp = 125°C Icso 10 pA
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
Ic=1mA BC 635 UeRrceo 45 v
BC 637 Ur)cso 60 \
BC 639 Ueryceo 80 \Y

T1.2/507.0484 D1

29



BC 635 - BC 637 - BC 639

30

Min.
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
/C =20 mA BC 635 U(BR)CEO n 45
BC 637 Ugryceo " 60
BC 639 Ueryceo " 80
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le=1pA Ugr)eso 5
Kollektor-Sattigungsspannung
Ic =500 mA, Ig = 50 mA Ucksat "
Basis-Emitter-Spannung
Uce =2V, Ic =500 mA Uge "
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
Uce=2V,Ic =150 mA
Gruppe: 6 BC 635, BC 637, BC 639 hee ? 40
10  BC 635, BC 637, BC 639 hee ? 67
16 BC 635 heg " 106
Uce =2V, Ic =500 mA
BC 635, BC 637, BC 639 heg " 25
Fir Paare gilt das hgg-Verhéltnis
UCE= 1V, lc =100 mA
Transitfrequenz
Uce =5V, Ic=50mA, f=30 MHz fr 50
1 791548
Ptot
1,0
W N\
AN
08 N Rihga =125 K/W
N
X\
6 NN
o F—1— 156 K/w‘\ \
NN\
A
04 N
\\ \\
0,2 \
A\
(0] 40 80 120 °C
D% —001,6,=03ms Tamb—™
T P

Typ.

Max.

0.5

95
150
236

1.4

<< <

MHz



BC 636 - BC 638 - BC 640

Silizium-PNP-Epitaxial-Planar-Transistoren

Anwendungen: Komplementéare NF-Treiberstufen.

Besondere Merkmale:
@ Hohe Verlustleistung
® Gepaart lieferbar

Abmessungen in mm

® Komplementér zu BC 635/BC 637/BC 639

Absolute Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Kolléktorstrom
Kollektorspitzenstrom

Gesamtverlustleistung
Tamb =< 25°C

Sperrschichttemperatur
Lagerungstemperaturbereich
Warmewiderstéande

Sperrschicht-Umgebung
/<3 mm
Kupferkiihlflache 10 x 10 mm, 35 pm dick

Sperrschicht-Gehause
KenngroBen
Tamb = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom

_UCB =30V

~Ucg =30V, Tymp = 125°C
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung

=lc =1mA BC 636

BC 638
BC 640

T1.2/509.0484 D1

2327

Normgehause

10 A 3 DIN 41868
JEDECTO 9227
Gewicht max. 0.3 g

BC635 BC637 BC639

Ringa
Ringa

Ringc

—lcso
=Icso

45
60
80

-Ur)ceo
-Uericeo
-Uer)cBo

45

60
1
1.5

1
150
-55..+

Typ.

80
w
°C
150 °C
Max.
156 K/w
125 KIw
55 KIW
100 nA
10 MA
\
\Y
\%
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BC 636 - BC 638 - BC 640

32

Min.
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
—lc =20 mA BC 636 ~Ugnryceo " 45
BC 638 -Usryceo " 60
BC 640 —UgRr)cEo R 80
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
—le=1pA -UrieBO 5
Kollektor-Sattigungsspannung
~Ic = 500 mA, -l = 50 mA ~Uggsat "
Basis-Emitter-Spannung
—Uce =2V, —Ic = 500 mA ~Uge "
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
~Ucg =2V, -Ic =150 mA
Gruppe: 6 BC 636, BC 638, BC 640 hee 40
10  BC 636, BC 638, BC 640 hee " 67
16 BC 636 hee V 106
“Uce=2V,-lc= 500 mA
BC 636, BC 638, BC 640 hee ! 25
Fir Paare gilt das hgg-Verhéltnis
_UCE =1V, —/c =100 mA
Transitfrequenz
—-Ucg =5V, =Ic =50 mA, f=30 MHz fr 50
* 791548
Rot
1,0
W N\
N\
0,8 \\ Rihga =125 K/W
\
NN\
0’6 F—1— 156 K/W\\ \
N\
N
04 \
\\ \\
N\
0,2 N
A\N
N
n 1o =001, 1,=03ms 0 40 80 T120 C
T amb —™

Typ.

Max.

05

95
150
236

MHz



BCY 58 - BCY 59

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Transistoren

Anwendungen: Aligemein und NF-Verstarker

Besondere Merkmale:
® Verlustleistung 1 W
® In Gruppen sortiert
@ Komplementdr zu BCY 78, BCY 79

Abmessungen in mm

Absolute Grenzdaten
Kollektor-Basis-Sperrspannung
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Emitter-Basis-Sperrspannung
Kollektorstrom
Basisstrom

Gesamtverlustleistung
Tease =<45°C

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Warmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung

Sperrschicht-Gehéduse

T1.2/511.0484 D1

@® @ BCY 59 auch als ,,

Gitebestétigtes

Bauelement“ nach: VG 95288 lieferbar

Kollektor mit Gehduse verbunden

BCY 58
Ucro 32
Uceo 32

Tstg

Min.
RthJA

Rinsc

Normgehause

18 A3 DIN 41876
JEDEC TO 18
Gewicht max.0.5g

BCY 59

45

45
7 \%
200 mA
50 mA
1 W
200 °C
-65...+200 °C

Typ. Max.
450 KIw
150 KIW

33



BCY 58 - BCY 59

Statische KenngroBen

34

Tamb = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom

UCE =32V

UCE =45V

Tamb = 150°C, Ucg =32V
Ucg=45V

Tamb =100 °C,

UCE =32V, UBE =02V

Ucg=45V,Ugg =02V

Emitterreststrom
UEB =5 \"

BCY 58
BCY 59
BCY 58
BCY 59

BCY 58
BCY 59

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

lc=2mA

BCY 58
BCY 59

Emitter-Basis-Durchbruchspannung

IE=1}JA

Kollektor-Sattigungsspannung
IC = 10mA, Ig=0.25mA
lc=100mA, lg=25 mA

Ic=100mA, lg=25 mA

Basis-Emitter-Spannung

UCE=5V,IC= 10|JA
UCE=5V,IC= 2 mA
'UCE=5V,IC= 10 mA

Uce =5V, Ic =100 mA

" AQL = 0.65%

" aQL=25% "

P
T

logs ”
Ices *i
logs ™
lces

)

leey ™
)
cev

leso

Usryceo 32
Ugryceo 45

91
Ugryeso " 7

UCEsat )
1
UCEsat )

Ugesar 0.6

Upgsat " 0.75

Uge 550

=0.01,t,=03ms

Typ.

100
700

0.7
0.9

500
600
700
750

Max.

10
10
10
10

20
20

350

0.85
1.2

700

nA
nA
pA
pA

HA
pA

nA

mV
mV

mV
mV
mV
mV



BCY 58 - BCY 59

Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
Uce=5V,Ic=10pA Gruppe: Vil
vili
IX
X

Uce=5V,Ic=2mA Gruppe: VI
viil

Usg=1V,Ic=10mA Gruppe: VIl
Vil

Ucg=1V,Ic=100mA  Gruppe: Vil
viii

Dynamische KenngréBen
Tamb = 25°C
Transitfrequenz
Uce=5V,Ic=10mA, f= 100 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat
Ucgg =10V, f=MHz
Emitter-Basis-Kapazitat
Ugg =05V, f=1MHz
RauschmaB
ch = 5V, IC =200 pA, RG =2 KQ,
f=1kHz, Af=200 Hz

9 AQL=065% " t—; —001,t,=03ms

Ccso

Ceso

Min.

20
40
100

120
180
250
380

80
120
160
240

40
45
60
60

125

Typ.

78
145
220
300

170
250
350
500

190
260
380
550

250

3.5

Max.

220
310
460
630

400
630
1000

MHz

15 pF

35



BCY 58 - BCY 59

Vierpol KenngréBen

Emitterschaltung

Uce=5V,lc=2mA, f=1kHz, Tomp=25°C

KurzschluB-Eingangswiderstand Gruppe: Vil

Leerlauf-Spannungsriickwirkung Gruppe:

KurzschluB-Stromverstéarkung

Leerlauf-Ausgangsleitwert

Schaltzeiten

36

Gruppe:

Gruppe:

vil
1X
X

vil
Vil

vil
viii

vil
vl

Ilc =10 mA, !B1 = -lgo=1mA, Tamb =25°C

Einschaltzeit

Ausschaltzeit

Ic=100mA, Ig; = —Igp = 10 MA, Ty = 25°C

Einschaltzeit

Ausschaltzeit

RG=50Q
ty =t,<2ns

1

P
—_— 1

7 =00 20V
tp =1ps °

76 483

MeBschaltung fir: to,, toss

2) siehe MeBschaltung

Oszilloskop:
R; 2100kQ

Min.

125
175
250
350

Typ.

27
3.6
4.5
75

15-
-10
10
-10™*

200
260
330
520

18
24
30
50

10

Max.

250
350
500
700

30
50
60
100

150
800

150
800

kQ
kQ
kQ
kQ

uS
uS
uS
uS

ns

ns

ns

ns



BCY 58 - BCY 59

J'jllL 822804 82125
? T 1
i U P
1 T =00 tot
c Tcase=25°C tp=0,1ms
1ms 1,0
N w \ 1
N \;\ 4 \
100 A\ N \AthJc
mA \\ PN | 0,8
N \
50 Rihac | \ |
\ 0,6 1+
BCY 58 J ‘\
BCY 591}
10 0,4 %
5 N - \
\\ thJA
0,2
N\
N
N
1 5 10 50 V 0 40 80 120 160 °C
UCE — Tamb>Tcase —
t 79 2812
Zthp
— ™1
L b st ‘/—
100 4— %! B
K/ W e e =
i s e
l | P —
80 — 0.2 — T AT '#—
L — 1] A= T 5T
F
o1 L,—P’://’ {//
—,f B ‘/'
0,05// //A’/'
10 'A'l 4/
{0, 02 &
»
51 4
'/
/'o.m
1 - 2
10~6 1075 1074 1073 10~ 10~1 100¢
fp—>

37



BCY 58 - BCY 59

* BCY 58 Ucgg=32V S 70132
BCY 59 UGp=45V
Ices 7
)4
7/
/_
/| Ucgp=45V
100 SQreugranz;l/ ,’/
nA
/’ /
// 1
7 A
) /
10 / / -
7
/
/|
/ B
/
1 /
/
/
/
//
0’10 50 100 °C
Tamb —
,70 mA L 0,65 mA 3 127
? ° m/ L, 0,60 mA !
I /AN, 0.55mA
C / '/ b 0,50 mA
Ly 0,45 mA
80 l// [ 0,40 mA
mA LA
/’ //' | 0,35 mA
I/ L 0,30 ma
1
60 1/ A L o|,2’5 mA
Rl /.9 2dinP <aSNNEN
u o L 0,20 mA |
=
| ] [
1 0,15 mA
401 A - -
o /4a8pcan o
| | 0,10mA |
L T
[T
201 Ig=0,05 mA
//
Tamb=25°C
0 0,5 1 1,5V
Uce—

38

? Py B | 70137
I If
C I weem N
ramb-mo"c‘l I
\/_'r\ ~ Streugrenzen
bei Tamp=25°
10 / :‘ ei Tamp=25°C
mA h 1 -
1 | |
1N I
| ’ ! -50°C
)
i
1 S
— i -
R | Y . B -
L | [ L1
g |
|
l I
01 i
1 i
|
I
|
11
1 I
I
0,01
o] 0,5 1,0V
Uge ™™
? 4,0 pA 70130
IC I 3,5 uA
800
HA 3,0 uA ——
600 " 2,5 pA ——
il
2,0pA
§n
400 ——t
1,5 pA
1,0 pA
200 T
/3=0,5uA__
Tamb=25°C
11
(o] 1 2 3 4V
Uce—



BCY 58 - BCY 59

* ’/ 30uA 70129
L
Ie /| 25 )
LT
T
8
mA T
| |20ua
1 T
6 -
15 pA
I
I
4
10 pA
2
g=5pA
Tamb=25°C
0 1 2 3 4V
Uce
* 73133
U |
CEsat [
I
1,0
v hpg =40 L
Tamb =25°C ]
0,8 T
| i
0,6 7
/
/*_‘_
/
y
0,4 7T
I L]
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o | |
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le—

? I‘I I 73|2L
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C
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mA // 7 030mA |
7/ i >
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i A |~ |
60 padi P 0,20 mA ]
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(o] 10 20V
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BCY 58 - BCY 59

T 82126
hFEn
B hFE
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BCY 72

Silizium-PNP-Epitaxial-Planar-Transistor

Anwendungen: Verstérker und Schalter

Abmessungen in mm

Kollektor mit Gehduse verbunden

Normgehduse

18 A3 DIN 41876
JEDEC TO 18
Gewicht max. 0.5g

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Basis-Sperrspannung -Ucso 25 \
Koliektor-Emitter-Sperrspannung -Uceo 25 \Y
Emitter-Basis-Sperrspannung =Ueso 5 \%
Kollektorspitzenstrom =lom 200 mA
Gesamtverlustleistung

Tamb =25°C Prot 350 mw
Sperrschichttemperatur Ti 200 °C
Lagerungstemperaturbereich Tstg -65...+200 °C

Warmewiderstand Min. Typ. Max.

Sperrschicht-Umgebung Ringa 500 KIW

Statische Kenngré8en
Tamb = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom

~Ueg =20V ~Icgo ! 50 nA
~Ucg = 20V, Tamp = 100°C . 2 pA
~Ugg =25V ~Icgo 500 nA
_UCE =50 V, UBE =3V —'/CEV 20 nA
Emitterreststrom
—Ugg =4V ~lego 10 nA
~Ugg =4V, Tymp = 100°C ~lggo 2 pA
'UEB =5V —IEBO " 500 nA
T1.2/513.0484 D1 9 AQL=0.65% ' AQL=25%
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BCY 72

Kollektor-Sattigungsspannung

=lc=10mA, -Ig=1mA

—Ic =50 mA, -lg=5mA
Basis-Sattigungsspannung

=lc =10 mA, -lg=1mA

=lc =50 mA, —-Ig =5 mA
Kollektor-Basis-Gleichstromverhiltnis

~Uce=1V, =lc= 1mA

_UCE =1V, —IC =10 mA

Dynamische KenngréBen
Tamp = 25°C

Transitfrequenz
“Uce=20V,-lc= 0.1mA,f= 10MHz
—Uce=20V,~-Ic=10 mA, f=100 MHz

Kollektor-Basis-Kapazitit
—UCB= 10V, f=1MHz

Emitter-Basis-Kapazitat
_UEB= 1 V, f=1MHz

RauschmaR
=Uce =5V, ~Ic =100 pA, Rg = 2 kQ,
f=10Hz...10 kHz

Schaltzeiten

Min.

-Uce *)

sat'
_UCEsat
~Usksat
—UBEsat
hee ? 40
hee ” 50
fr 15
fr 200
Ccso
Ceso
F

=lc ~10mA, —lg; ~ —Igg ~ 1 MA, Tymp = 25°C siehe MeBschaltung

Verzdgerungszeit
Anstiegszeit
Einschaltzeit
Speicherzeit
Abfallzeit

Ausschaltzeit

Rg=50 Q
tg=t, <2 ns

t
2-0,01
T
th=1us

(o]
_M

75558

MeBschaItung fir: ta, tr, ton, ts, ts, tofs

" AQL=0.65%
42

tq
tr
ton
ts
t

Lot

Oszilloskop:
R; 2100kQ

Typ. Max.
250
500
0.9
1
6
8
6
23 35
25 35
48 65
270 350
50 80
320 420

mV
mV

MHz
MHz

pF

pF

dB

ns
ns
ns
ns
ns

ns



BCY 77 - BCY 78 - BCY 79

Silizium-PNP-Epitaxial-Planar-Transistoren
Anwendungen: Alilgemein und NF-Verstérker

Besondere Merkmale:

® Verlustleistung 1 W ® BCY 79 komplementér zu BCY 59
@ In Gruppen sortiert ® ® BCY 79 auch als ,Glitebestétigtes
& BCY 78 komplementar zu BCY 58 Bauelement” nach VG 95288 lieferbar

Abmessungen in mm

Kollektor mit Gehause verbunden

Normgehause

18 A 3 DIN 41876
JEDEC TO 18
Gewicht max. 0.5 g

Absolute Grenzdaten BCY77 BCY78 BCY79
Kollektor-Emitter-Sperrspannung —Uces 60 32 45 \
—Uceo 60 32 45 \Y
Emitter-Basis-Sperrspannung —Ueso 5 5 5 \Y
Kollektorstrom =l 100 200 200 mA
Basisstrom ~lg 50 mA
Gesamtverlustleistung
Tease =<45°C Piot 1 w
Sperrschichttemperatur T 200 °C
Lagerungstemperaturbereich Tstg -65...+200 °C
Warmewiderstande Min. Typ. Max.
Sperrschicht-Umgebung Ringa 450 KIW
Sperrschicht-Gehduse Rinsc 150 KIW

T1.2/515.0484 D1
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BCY 77 - BCY 78 - BCY 79

Statische KenngréBen

44

Tamb = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom
_UCE =60V
_UCE =32V
—UCE =45V

Tamb =150 OC, _UCE =60V
~Ugg =32V
-Ucg =45V

Tamb = 100 °C,

—UCE =60 V, —UBE =02V
_UCE =32 V, _UBE =02V
~Uce =45V, -Ugg =02V

Emitterreststrom
"UEB =4V

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

=lc =2mA

Emitter-Basis-Durchbruchspannung

—.IE=1. 'H‘A

Kollektor-Sattigungsspannung
—lc= 10mA, —-Ig = 0.25 mA
—Ic = 50 mA, -lg =1.25mA
—lc =100 mA, -Ig =25 mA

Basis-Sattigungsspannung

10 mA, —=lg=0.25 mA
50 mA, -lg = 1.25 mA
—lc =100 mA, -lg =25 mA

__IC=
_IC=

Basis-Emitter-Spannung
~Ue =5V, -lc = 10pA
~Uce=5V, ~lc= 2mA
'—UCE =1V, —lc= 10mA
=Uce =1V, —Ic =100 mA

" AQL=0.65%

Min.
BCY 77 ~lces "
BCY 78 legs ”
BCY 79 ~logs ”
BCY 77 ~logs ™
BCY 78 ~lces
BCY 79 ~lcgs ™
BCY 77 ~lcey
BCY 78 —logy ™
BCY 79 gy ™
~lego
BCY 77 -Ugryceo " 60
BCY 78 ~Ugryceo " 32
BCY 79 ~Ugriceo " 45
-Usr)eBo 5
~Ucksat
sat
BCY 77 ~Ucesat
BCY 78, BCY 79-Ucgsnt "
_UBEsat K 0.6
BCY 77 ~Usgsat " 07
BCY 78, BCY 79-Uggss " 07
—Uge
~Uge 550
—-Uge
~Uge "

R %” =0.01,t,=0.3ms

Typ.

120
400
400

0.7
0.85
0.85

500
600
700
750

Max.

100
100
100

10
10
10

20
20
20

20

250
800
800

0.85
1.2
1.2

700

nA
nA
nA

A
HA
A

pA
A
HA

nA

< <<

mV
mV
mV

<< <

mV
mV
mV
mV



BCY77-BCY78-BCY 79

Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
_UCE =5 V, —Ic =10 }JA
Gruppe: VI
Vil
iX
~Ucg = 5V, -ic= 2 mA
Gruppe: VI
Vil

~Ucg=1V,-Ic=10mA
Gruppe: Vil
vili

-Ucg =1V, =Ic =100 mA
Gruppe: Vil
vl

Dynamische KenngroBen
Tamb = 25°C

Transitfrequenz
~Ucg =5V, —=Ic =10 mA, f = 100 MHz

Kollektor-Basis-Kapazitét
-Ueg=10V,f=1MHz

Emitter-Basis-Kapazitét
-Ugg=0.5V,f=1MHz

RauschmaB
-Ugg =5V, —Ic =200 pA, Rg = 2 kQ,
f=1kHz, Af =200 Hz

Vierpol KenngroBen

Emitterschaltung

_UCE= 5V, —IC= 2mA, f=1 kHZ,Tamb=25°C

KurzschluB-Eingangswiderstand
Gruppe: VI
viil
X

" AQL = 0.65%

R iT"— =0.01,t,=03ms

Min. Typ. Max.
hee 140
hre 30 200
hee 40 270
hee 120 170 220
hee " 180 250 310
hee ” 250 350 460
hee 80 180
hee 120 260 400
hee 160 360 630
hee V 40
hee ” 45
hee 60
fr 200 MHz
Ccso 4.5 7 pF
Cego 15 pF
F 2 6 dB
hie 2.7 kQ
hie 36 kQ
hie 45 kQ

45



BCY 77 - BCY 78 - BCY 79

Leerlauf-Spannungsriickwirkung
Gruppe:

KurzschluB-Stromverstérkung
Gruppe:

Leerlauf-Ausgangsleitwert
Gruppe:

Schaltzeiten

=lc=10mA, —lg; = Igg 1 MA, Tymp = 25°C

Einschaltzeit

Ausschaltzeit

—lc =100 mA, —IB1 = —IBQ 10 mA, Tamb =25°C

Einschaltzeit

Ausschaltzeit

RG=50Q
tg=t,<2ns

t
—Tl’:o,m
th=1us

o

75558

MeBschaltung fiir: to,, tost

2 siehe MeBschaltung
46

Vil

Vil
Vil

Toff

Oszilloskop:
R;2100kQ

125
175
250

Typ.

15-10*

2-10*

200
260
330

18
24
30

Max.

250
350
500

30
50
60

150
800

150
800

pS
uS
uS

ns

ns

ns

ns



BCY 77 - BCY 78 - BCY 79
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BCY 77 - BCY 78 - BCY 79
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BCY 77 - BCY 78 - BCY 79
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BCY 77 - BCY 78 - BCY 79
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BD 127 - BD 128 - BD 129

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Leistungstransistoren
Anwendungen: Allgemein bei hohen Betriebsspannungen

Besondere Merkmale:
@ Hohe Sperrspannung @ Verlustleistung 17.5 W

Abmessungen in mm

2361 Kollektor mit metallischer

Montagefidche verbunden

Zubehor Normgehause
Isolierscheibe Best. Nr. 119880 JEDEC1T2 Cfég'(';gl?;
Unterlegscheibe 3.2 DIN 125A Gewicht max. 0.8 g

Absolute Grenzdaten BD127 BD128 BD129
Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucso 300 350 400 \"
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 250 300 350
Emitter-Basis-Sperrspannung Uego 5
Kollektorstrom Ic 500 mA
Gesamtverlustleistung

Tease =< 45°C Piot 175 W
Sperrschichttemperatur T 150 °C
Lagerungstemperaturbereich Tetg -55..+150 °C
Anzugsdrehmoment My Y 70 Ncm

" mit M3-Schraube und Unterlegscheibe 3.2 DIN 125A
T1.2/633.0484 D1
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BD 127 - BD 128 - BD 129

Warmewiderstand Min. Typ. Max.
Sperrschicht-Gehaduse Ringc 6 KIW
KenngréBen
Tamp = 25 °C, falls nicht anders angegeben
Kollektorreststrom
Ucg= 150V Icso 50 nA
Ucg =150V, Tymp = 150 °C IcBo 100 HA
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
IC =1 pA BD 127 U(BR)CBO 300 \
BD 128 U(BR)CBO 350 \
BD 129 U(BR)CBO 400 \
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
lc=1mA BD 127 Ugryceo 250 Vv
BD 128 Ugryceo 300 Vv
BD 129 U(BR)CEO 350 \
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le=1pA Uerjeso 5 v
Kollektor-Basis-Gleichstromverhdltnis
Ue=15V,Ic= 1mA hee 50
Uce =15V, Ic =50 mA hee 30
* 72 045 * 72 046
Ic hge
Tease= 45 °C
1 100
A — =N
i N
0,5 NC 50 — ] \‘
[ UCE=15V ) U N I
L % = 0,01 LI
tp=0,3 ms \
\ Tamb = 25 °C j
0,1 10 T
\\
0,05 N\ sp127 __4 5 [l
N i
\ BD 128 ||
\ BD 129
0,01
10 50 100 500 V 1 10 100 mA

t
" —7'f 0.01,t,=0.3ms
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BD 135 - BD 137 - BD 139

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Leistungstransistoren

Anwendungen: Aligemein im NF-Bereich

Besondere Merkmale:

@ Verlustleistung 8 W @ BD 135, BD 137, BD 139 sind komple-
@ Gepaart lieferbar mentér zu BD 136, BD 138, BD 140

Abmessungen in mm

~
-]
P ey

2361

Zubehor
Isolierscheibe  Best. Nr. 119880
Unterlegscheibe 3.2 DIN 125A

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucgo
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo
Emitter-Basis-Sperrspannung Ueso
Kollektorstrom Ic
Kollektorspitzenstrom Icm
Basisstrom Is

Gesamtverlustleistung

Tamb = 45°C Piot

Toase =70°C Prot
Sperrschichttemperatur T
Lagerungstemperaturbereich Tstg
Anzugsdrehmoment My

" mit M3-Schraube und Unterlegscheibe 3.2 DIN 125A
T1.2/635.0484 D1

BD 135

45
45

Kollektor mit metallischer
Montageflache verbunden

{‘{UIIIIHGIIEUSU

12 A3 DIN 41869
JEDEC TO 126 (SOT 32)
Gewicht max. 0.8 g

BD137 BD139
60 80 \
60 80 \
5 \Y%
1 A
1.5 A
100 mA
1 w
8 w
150 °C
-55...+150 °C
70 Ncm
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BD 135 - BD 137 - BD 139

Warmewidersténde

Sperrschicht-Umgebung

Sperrschicht-Gehaduse

KenngréBen

54

Tamb = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom
UCB =30V
Ucg =30V, Tymp = 150°C
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
lc=1mA BD 135

BD 137
BD 139

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
lc =20 mA BD 135
BD 137
BD 139

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
IE =1 pA

Kollektor-Sattigungsspannung
Ic =500 mA, Ig = 50 mA

Basis-Emitter-Spannung
Uce =2V, Ic =500 mA

Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
Ucg =2V, Ilc =150 mA BD 135
BD 137, BD 139

UCE =2V, IC = 500 mA

Fir Paare gilt das hgg-Verhéltnis
Ug=2V,lc=150mA"

Transitfrequenz

Uce =5V, Ic = 50 mA, f = 30 MHz

t
K *$= 0.01, t,= 0.3 ms

Rinsa

Rinsc

lcso
lcso

Ueryceo
Uericso
UericBo

1
UeRrjceo
URryceo

)

1
Usriceo

UsriEBo

1)
UCEsal

hee

fr

Min.

45
60
80

45
60
80

40
40

25

50

Typ. Max.

100
10

100
100

500

250
160

14

KIW
KIW

nA
pA

<< <

< <<

mV

MHz



BD 135 - BD 137 - BD 139
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BD 135 - BD 137 - BD 139
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BD 136 - BD 138 - BD 140

Silizium-PNP-Epitaxial-Planar-Leistungstransistoren

Anwendungen: Alilgemein im NF-Bereich

Besondere Merkmale:

@ Verlustleistung 8 W @ BD 136, BD 138, BD 140 sind komple-

® Gepaart lieferbar

Abmessungen in mm

[ o i g b linsy WO ’ - 125

q
@

—=| 3,75 ‘——

1,1

2361

Zubehor
Isolierscheibe  Best. Nr. 119880
Unterlegscheibe 3.2 DIN 125A

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Basis-Sperrspannung -Ucgo
Kollektor-Emitter-Sperrspannung ~Uceo
Emitter-Basis-Sperrspannung -Uego
Kollektorstrom =l
Kollektorspitzenstrom ~lem
Basisstrom -Ig

Gesamtverlustleistung

Tamb = 45°C Ptot

Tease = 70°C Prot
Sperrschichttemperatur T
Lagerungstemperaturbereich Tstg
Anzugsdrehmoment M "

" mit M3-Schraube und Unterlegscheibe 3.2 DIN 125A
T1.2/637.0484 D1

mentér zu BD 135, BD 137, BD 139

Kollektor mit metallischer
Montagefldche verbunden

Normgehéause

12 A 3 DIN 41869
JEDEC TO 126 (SOT 32)
Gewicht max. 0.8 g

BD136 BD138 BD 140

45
45

60 80 \
60 80 \
5 \"

1 A
15 A
100 mA
1 w

8 w
150 °C
-55...+150 °C
70 Ncm
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BD 136 - BD 138 - BD 140

Warmewidersténde

Sperrschicht-Umgebung

Sperrschicht-Gehaduse

KenngroBen

58

Tamb = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom
—UCB =30V
=Ucg =30V, Tymp = 150°C
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
=lc=1mA BD 136
BD 138
BD 140
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
=lc =20 mA BD 136
BD 138
BD 140
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
_IE =1 }JA
Kollektor-Sattigungsspannung
—lc =500 mA, —lg =50 mA
Basis-Emitter-Spannung
~Uceg =2V, =Ic =500 mA

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaitnis
=Uce =2V, —Ic =150 mA BD 136
BD 138, BD 140

_UCE =2V, _IC =500 mA

Fiir Paare gilt das hgg-Verhéltnis
~Ucg =2V, —Ilc =150 mA "

Transitfrequenz

~Ucg =5V, —Ic =50 mA, f =30 MHz

t
R 7"= 0.01,t,=03ms

Rinsa

Rinsc

g [:10)
=lceo

-UricBo
-UsricBo
-UgrycBo

1

-Ugriceo

.y 1
(BR)CEO

)

1
~Ugryceo ”

-UsrieBO

- 1)
UCEsat

1
~Uge )

Min.

45
60
80

45
60
80

40
40

25

50

Typ.

Max.

100
10

100
100

500

250
160

KIW
KIW

nA
pA

<< <

<

mV

MHz



BD 136 - BD 138 - BD 140
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BD 136 - BD 138 - BD 140
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BDY 45 - BDY 46 - BDY 47

Silizium-NPN-Leistungstransistoren
Anwendungen: Spannungsregler, Inverter, getaktete Netzgeréte

Besondere Merkmale:
@® Hohe Sperrspannungen @ Hohe Stromverstéarkung
@® Kurze Schaltzeiten @® Verlustleistung 85 W

Abmessungen in mm

DD

Kollektor mit
Gehause verbunden

s

LE)Z Normgehé&use
264 — = 3B 2DIN 41872
JEDECTO 3
Zubehor Gewicht max. 20 g
Isolierscheiben Best. Nr. 515390
Absolute Grenzdaten BDY 45 BDY 46 BDY 47
Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucso 400 600 750 \%
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 250 300 350 \
Ig=0 Uces 400 600 750 Vv
Emitter-Basis-Sperrspannung Ueso 7 \%
Kollektorstrom Ic 15 A
Kollektorspitzenstrom Iem 17 A
Basisstrom Ig 5 A
Basisspitzenstrom Ism 7 A
=Igm 7 A
Gesamtverlustleistung
Ucg <20V, Toase < 45°C Piot 95 w
Sperrschichttemperatur T 175 °C
Lagerungstemperaturbereich Tstg -65..+175 °C
Warmewiderstand Min. Typ. Max.
Sperrschicht-Gehduse Rinsc 1.37 KIW

T1.2/639.0484 D1
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BDY 45 - BDY 46 - BDY 47

Statische KenngréBen Min. Typ. Max.
Tease = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom

Ucesm Ices 200 pA
Tease = 150 °C, Ucesm Ices 25 mA
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
IC =1mA BDY 45 U(BR)CBO 400 \%
BDY 46 Ueryceo 600 \Y
BDY 47 Ugrycso 750 \Y
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
IC =100 mA; Lc =125 mH BDY 45 U(BR)CEO 250 \
BDY 46 U(BR)CEO 300 \%
BDY 47 Uryceo 350 \Y,
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
lE=2mA Uer)eso 7 v
Kollektor-Sattigungsspannung
IC= 15A, IB=5A UCEsat 1.5 \"
Basis-Sattigungsspannung
Ic=15Alg=5A Usksat 2 v
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
ch=2v, IC= 2A hFE 20
Ue=2V,Ic=10A hee 5

Transitfrequenz

Uce =10V, Ic =500 mA, f= 10 MHz fr 10 13 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat
UCB =10V,f=1MHz CCBO 200 pF
Schaltzeiten

Ic=5A,Igy=05A; -lga = 1A, Tease = 25 °C, siche MeBschaltung

Einschaltzeit ton 0.5 us
Abfallzeit t; 1 us
Ausschaltzeit toss 4.5 us

Rg =50Q

Oszilloskop:
.'__p 001 Ry >100 kQ
T t <15 ns
tp =20 us

772232

Fig. 1 MeBschaltung fiir: to,, t;, fost
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BDY 45 - BDY 46 - BDY 47
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BDY 45 - BDY 46 - BDY 47
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BDY 45 - BDY 46 - BDY 47
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BDY 45 - BDY 46 - BDY 47
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BF 420 - BF 422

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-HF-Transistoren

Anwendungen: Video-B-Endstufen in Fernsehempféngern

Besondere Merkmale:

@ BF 420 komplementér zu BF 421 @ BF 422 komplementér zu BF 423

Abmessungen in mm

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucgo
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo
Emitter-Basis-Sperrspannung Uego
Kollektorstrom Ic
Kollektorspitzenstrom lem
Gesamtverlustleistung

Rihya < 150 K/W, Tymp < 25°C Prot
Sperrschichttemperatur T
Lagerungstemperaturbereich Tstg

Warmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung
/<3 mm

Kupferkiihifliche = 10 x 10 mm, 35 pm dick Ringa

T1.2/541.0484 D1

BF 420
300
300

Normgehéuse

10 A3 DIN 41868
JEDEC TO 92 Z
Gewicht max. 0.2 g

BF 422
250 \Y
250
5

25 mA
100 mA
830 mwW
150 °C
-65...+150 °C

Typ. Max.
150 KIW
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BF 420 - BF 422

KenngroBen

68

Tamb = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom
Ucg =250V BF 420
Ucg =200V BF 422
Uce =200V, Rge = 10 kQ, T;=150°C

Emitterreststrom

UEB =5V
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
lc =10 pA BF 420
BF 422
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
lc=1mA BF 420
BF 422

Kollektor-Basis-Gleichstromverhltnis
Uce=20V,lc =25mA

Transitfrequenz

UCB= 10V, IC= 10 mA
Rickwirkungskapazitat

Uce=30V,Ic=0,f=0.5MHz
Riickwirkungszeitkonstante

Ucg =20V, lg=10mA, f=10.7 MHz

Kollektor-HF-Sattigungsspannung
lc=25mA, Tj=150°C

lcso
Iceo
Icer

leso

Usryceo

Ur)cBo

Usryceo

Uryceo

hee

fr

CUre

Iob, Chyc

Ucksat HF

Min.

300
250

300
250

50

60

Typ. Max.
100 nA
100 nA
10 pA
10 pA
MHz
1.6 pF
70 ps
20 \Y



BF 421 - BF 423

Silizium-PNP-Epitaxial-Planar-HF-Transistoren

Anwendungen: Video-B-Endstufen in Fernsehempféangern

Besondere Merkmale:
® BF 421 komplementér zu BF 420

Abmessungen in mm

Absolute Grenzdaten
Kollektor-Basis-Sperrspannung
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Emitter-Basis-Sperrspannung
Kollektorstrom
Kollektorspitzenstrom

Gesamtverlustleistung
Rinua < 150 KIW, Tymp < 25°C

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Warmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung
/<3 mm

Kupferkiihlfliche = 10 x 10 mm, 35 pm dick

T1.2/543.0484 D1

Rinaa

25
100

830
150
-65..+

Typ.

@ BF 423 komplementar zu BF 422

Normgehduse

10 A3 DIN 41868
JEDECTO92Z
Gewicht max. 0.2 g

BF 423
250

250
mA
mA
mwW
°C
150 °C

Max.
150 KIW
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BF 421 - BF 423

KenngroBen

70

Tamb = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom
—Ucg =250V BF 421
—Ucg =200V BF 423
~Uce =200V, Rge = 10kQ, Tj= 150°C

Emitterreststrom

_UEB =5V
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
-lc =10 pA BF 421
BF 423
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
=lc=1mA BF 421
BF 423

Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
_UCE =20V, =lc =25 mA

Transitfrequenz

_UCB =10V, -IC =10mA
Rickwirkungskapazitat

-Ucg =30V, Ilc=0,f=0.5 MHz
Riickwirkungszeitkonstante

—Ucg =20V, -lg =10 mA, f=10.7 MHz

Kollektor-HF-Séttigungsspannung
—lc=25mA, Tj=150°C

=lcso
=lceo
—lcer

-leBo

—Usrico
-Urycso

-Usr)ceo
=Usryceo

hee

fr

Cﬂre

Tob, Ch, ¢

=Ucksat HF

Min.

300
250

300
250

50

60

Typ.

20

Max.

100
100
10

10

70

nA
nA
HA

A

MHz



BF 469 - BF 471

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-HF-Transistoren

Anwendungen: Video-B-Endstufen in Fernsehempfangern

Besondere Merkmale:
® BF 469 komplementér zu BF 470

Abmessungen in mm

@ BF 471 komplementér zu BF 472

b

3,75 1<—

11

2361

Zubehor
Isolierscheibe Best. Nr. 119880
Unterlegscheibe 3.2 DIN 125A

Absolute Grenzdaten
Kollektor-Basis-Sperrspannung
Kollektor-Emitter-Sperrspannung

Rge < 2.7 kQ
Emitter-Basis-Sperrspannung
Kollektorstrom
Kollektorspitzenstrom

Gesamtverlustleistung
Tease =< 110°C

Sperrschichttemperatur
Lagerungstemperaturbereich

Anzugsdrehmoment

Ucso
Uceo
Ucer

Ueso

lewm

Ptot

Tstg
M

" mit Schraube und Unterlagscheibe 3.2 DIN 125A

T1.2/549.0484 D1

BF 469
250
250

Kollektor mit metallischer
Montageflache verbunden

Normgehéause

12 A 3 DIN 41869
JEDEC TO 126 (SOT 32)
Gewicht max. 0.8 g

30
100

2

150
-65...+150

70

BF 471
300

300

< < < <

mA
mA

°C
°C

Ncm

71



BF 469 - BF 471

Warmewiderstinde Min. Typ. Max.
Sperrschicht-Umgebung
=4 mm,
Kupferkiihlfliche = 10 x 10 mm, 35 pm dick Rtnhsa 100 KIW
Sperrschicht-Gehduse Rinyc 20 KIW
KenngréB8en

Tamb = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom

Ucg =200V BF 469 Ieso 100 nA

Uce =250V, Rgg = 2.7 kQ, BF 471 Icer 50 nA

Uce =200V, Rge = 2.7 kQ, Tj=150°C Icer 10 pA
Emitterreststrom

Up=5V leso 10 pA
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung

’C =10 |JA BF 469 U(BR)CBO 250 \

BF 471 Uer)co 300 \"

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

Ic=1mA BF 469 U(BR)CEO 250 \%

IC =1 pA, RBE =27kQ BF 471 U(BR)CER 300 \

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le=10pA Uer)EBO 5 v

Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
Ucg=20V,Ic =25mA hee 50

Transitfrequenz
UCE=10V, IC=10mA fT 60 MHz

Riickwirkungskapazitat
Ucg =30V, Ic=0,f=0.5MHz Cire 1.8 pF

Rickwirkungszeitkonstante
Ucg =20V, l[e=10mA, f=10.7 MHz T'obs Cp, ¢ 90 ps

Kollektor-HF-Sattigungsspannung
lc=25mA, Tj=150°C UcEsat HF 20 \
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BF 470 - BF 472

Silizium-PNP-Epitaxial-Planar-HF-Transistoren
Anwendungen: Video-B-Endstufen in Fernsehempféngern

Besondere Merkmale:
@ BF 470 komplementér zu BF 469 @ BF 472 komplementér zu BF 471

Abmessungen in mm

Kollektor mit metallischer
Montageflache verbunden

Normgehéause

12 A 3 DIN 41869
JEDEC TO 126 (SOT 32)
Gewicht max. 0.8 g

Zubehor
Isolierscheibe Best. Nr. 119880
Unterlegscheibe 3.2 DIN 125A

Absolute Grenzdaten BF 470 BF 472
Kollektor-Basis-Sperrspannung —Ucso 250 300 \Y
Kollektor-Emitter-Sperrspannung -Uceo 250 \Y

Rge < 2.7 kQ -Ucer 300 \
Emitter-Basis-Sperrspannung —Ueso 5 \Y
Kollektorstrom =lc 30 mA
Kollektorspitzenstrom =lem 100 mA
Gesamtverlustleistung

Tease = 110°C Prot 2 W
Sperrschichttemperatur Ti 150 °C
Lagerungstemperaturbereich Tstg -65...+150 °C
Anzugsdrehmoment Ma " 70 N cm

" mit M 3-Schraube und Unterlagscheibe 3.2 DIN 125A
T1.2/549.0484 D1
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BF 470 - BF 472

Warmewiderstande

Sperrschicht-Umgebung

=4 mm,

Kupferkihlfliche = 10 x 10 mm, 35 ym dick

Sperrschicht-Gehduse

KenngroBen

74

Tamb = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom
_UCE =250 V, RBE =27 kQ, BF 472
~Uce =200V, Rgg = 2.7 kQ, Tj= 150°C

Emitterreststrom

_UEB =5V
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
=lc =10 pA BF 470
BF 472
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
=lc=1mA BF 470
—ic =1 pA, Rge = 2.7 kQ BF 472

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
=l =10 pA

Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis

=Uce =20V, -Ic =25 mA
Transitfrequenz

—Uce =10V, -Ic =10 mA
Riickwirkungskapazitét

_UCB =30V, IC =0,f=0.5MHz
Ruckwirkungszeitkonstante

“Ucg =20V, ~lg=10mA, f=10.7 MHz

Kollektor-HF-Séttigungsspannung
—lc =25mA, Tj=150°C

Rtnaa

Rinac

~Icso
—lcer
—Icer

~leso

=Ur)cBo
~UsricBo

~Ur)ceo
~UeRr)cer

~Ugr)eBO

hee

fr

Ci.ire

Tob, Cb ¢

_UCEsat HF

250
300

250
300

50

60

Typ. Max.

100
20

100
50
10

10

90

20

KIW
KIw

nA
nA
pA

A

MHz

pF

ps



BF 869 - BF 871

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-HF-Transistoren

Anwendungen: Video-B-Endstufen in Fernsehempfangern

Besondere Merkmale:
@® Hohe Sperrspannung @ BF 871 komplementér zu BF 872
@ BF 869 komplementér zu BF 870

Abmessungen in mm

BF 869 - BF 871

46 { W Kollektor mit metallischer
[ —— .
Montageflache verbunden
? ' i | I 0,54 9
‘ 23,5 —— — Normgehéause
— —— 2,
" : | “f 34 A3 DIN 41869
—— 36 % i —— 1,_l B JEDEC TO 202

3 ’ ! I Gewicht max. 1.8 g
101 1044 - 72 34 ==+ C

‘ ‘ l 254

| e O

BF 869 A - BF871 A

T1.2/555.0484 D1
75



BF 869 - BF 871

Absolute Grenzdaten
Kollektor-Basis-Sperrspannung

Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Rge =2.7kQ

Emitter-Basis-Sperrspannung
Kollektorstrom
Kollektorspitzenstrom

Gesamtverlustleistung
Tease = 25°C

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Warmewiderstande
Sperrschicht-Umgebung

Sperrschicht-Gehause

KenngroBen
Tamb = 25 °C, faiis nicht anders angegeben

Kollektorreststrom
Ucg =200V BF 869
Uce =250V, Rgg = 2.7 kQ, BF 871
Uce =200V, Rgg = 2.7 kQ, T; =150 °C

Emitterreststrom

UEB =5V
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

lc=1mA BF 869

Ilc =1 pA, Rge = 2.7 kQ BF 871

Kollektor-Basis-Gleichstromverhiltnis
Uce=20V, Ic =25 mA

Transitfrequenz
UCB= 10V,IC=10 mA

Rickwirkungskapazitat
Ueg=30V,Ic=0,f=1MHz

Kollektor-HF-Sattigungsspannung
lc=25mA, Tj=150°C

76

Uceo

Uceo
Ucer

Ueso

lem

Piot

Tstg

Ringa

Rtnsc

lcso
lcer
lcer

leso

Uericeo
Uwr)cer

hee

fr

CU re

Ucksat HF

BF 869 BF 871

250 300 \Y
250 Vv
300 Vv
5 \Y
50 mA
100 mA
5 W
150 °C
-65...+150 °C

Min. Typ. Max.
85 KIW
25 KIW
100 nA
50 nA
10 pA
10 pA
250 Y
300 \Y

50

60 MHz
1.8 pF
20 \



BF 869 - BF 871

? 82 2838
lcer
| | | yg=300V
Rgg =2.7 kQ
1000 A
nA y4
1 y,
+ / [
100 - l
A
7/
/
, — L
/
10 —
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0 40 80 120 °C
T, —»
]
? HHH— 82 2834
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hFE Uog =20V
11
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/ ol
e
100 AN
. g
= T T
5014 25 °C R
AP N\
\
10
5
1
0,1 1 10 mA
le—
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Ugg Upg =20 V /
Y il %

2 o i

AT L §
25}/’ 4 '1
o6 AT ji
e ol ‘| 75°c_LAT]
7]
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0,2

0

0,1 1 10 mA
le™™=
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MHz \

80 \ Ugg =50V

T
60 ‘
\
40
\
\ \
20 \ 30V
\ov | |\
N |
|
(o] 10 20 30 40 mA
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BF 869 - BF 871

1 82 2837
Ciire
Ig=0
4 f=1MHz
pF Tcase =25 °C
3
2
N~~~
1
) 20 40 60 V
Uc "
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BF 870 - BF 872

Silizium-PNP-Epitaxial-Planar-HF-Transistoren

Anwendungen: Video-B-Endstufen in Fernsehempfangern
Besondere Merkmale:

@® Hohe Sperrspannung @ BF 872 komplementér zu BF 871
@ BF 870 komplementar zu BF 869

Abmessungen in mm

BF 870 - BF 872

8362 — |
4.6 L B _ . I \—.—.———:J Kollektor mit metallischer

Montageflache verbunden

? t ' Eﬁs‘s—J 0.54
\ A e Normgehiuse
1 34 A3 DIN 41869
B bl — 1 T iiiJv | B JEDEC TO 202
E |tl1 \ela - @ 7‘2 | _ — _ 7 2454 c Gewicht max. 1.8 g
A I I e I
E ‘ | l I e S 254 £
N - o
4 — 03— =l 08

BF870A -BF 872 A

T1.2/5657.0484 D1
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BF 870 - BF 872

Absolute Grenzdaten
Kollektor-Basis-Sperrspannung

Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Rse = 2.7 kQ

Emitter-Basis-Sperrspannung
Kollektorstrom
Kollektorspitzenstrom

Gesamtverlustleistung
Tease < 25°C

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich
Warmewiderstinde
Sperrschicht-Umgebung

Sperrschicht-Gehiuse

KenngréBen

Tamb = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom

—Ucg =200V BF 870
—Uce =250V, Rgg =2.7kQ, BF872
—Uce =200V, Rge = 2.7 kQ, Ti=150°C

Emitterreststrom

—'UEB =5V
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

—lc=1mA BF 870

—lc =1 A, Rgg = 2.7 kQ BF 872

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
—Uce =20V, —Ic=25mA

Transitfrequenz
—Uce =10V, —lc =10 mA

Riickwirkungskapazitit
—Ucg =380V, lc=0,f=1MHz

Kollektor-HF-Sattigungsspannung
—lc =25mA, T;=150°C

80

—Ucso

—Uceo
—Ucer

—Uepo

—lem

Prot

Tstg

Rinsa

Rinac

—lcso
—lcer
—lcer

—Ileso

—Ur)ceo
—U@Rr)cer

hee

fr

Cijre

~UcEsat HF

BF 870
250
250

Min.

250
300

50

60

50
100

5
150

-65..+150

Typ.

20

BF 872

300 \'
\'
300 \Y
\Y
mA
mA
w
°C
°C

Max.
85 KIW
25 KIW
100 nA
50 nA
10 HA
10 HA
\Y
Y
MHz
1.8 pF
\Y



BF 870 - BF 872

? 822843
“lcer
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BF 870 - BF 872

82

Ciire

10
pF

82 2842
-lg=0
f=1MHz
Tcase=25°C
i
20 40 60V
“Ucg —



BFX 34

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Transistor

Anwendungen: Hochstromschalter, Relaistreiber, Leistungsverstérker, Strom bis 5 A

Besondere Merkmale:

@ Hohe Stromverstarkung @ ® auch als ,Gltebestatigtes Bauelement*
® Hohe Sperrspannung lieferbar:
@ Verlustleistung 5W 1. nach VG-95211

2. nach GFW-HO0O000 als TU 101

Abmessungen in mm

$9,2 40,5

Kollektor mit Gehduse verbunden

Normgehéause

5C 3 DIN 41873
JEDEC TO 39
Gewicht max. 1.5 g

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucgo 120 \"
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 60 \Y
Emitter-Basis-Sperrspannung Uego 6 \
Kollektorstrom Ic A
Gesamtverlustleistung

Tamb < 25°C Piot 870 mw

Tease = 25°C Phot 5 W
Sperrschichttemperatur Ti 200 °C
Lagerungstemperaturbereich Tstg -55...+200 °C

Warmewiderstiande Min. Typ. Max.

Sperrschicht-Umgebung Rihia 200 K/IW
Sperrschicht-Gehause Rinic 35 KIW

T1.2/579.0484 D1
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BFX 34

KenngroBen

Uce = 60 V lces ”
Emitterreststrom

U =4V leso
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung

lc=5mA Ugryceo "
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

Ic =100 mA Ugryceo !
Emitter-Basis-Durchbruchspannung

le=1mA U@rjeBo
Kollektor-Sattigungsspannung

le=5A, I =500 mA Ucesat "
Basis-Sattigungsspannung

lc =5 A, Ig =500 mA Usgsat "
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis

Ue=2V,Ilc=2A hee V
Transitfrequenz

Uceg=5V, ic = 500 mA, f =20 MHz fr
Kollektor-Basis-Kapazitat

Ueg=10V,f=1MHz CCBO
Emitter-Basis-Kapazitat

UEB =05V, f=1MHz CEBO

Schaltzeiten

Ic =~ 5 A, Ig1 =~ ~lgy ~ 500 MA, Tamp = 25 °C
Einschaltzeit ton
Ausschaltzeit toft
RG=50 Q -5V 020V
ty =t, <20 ns
;_—":0,01 3,9Q
tp=10 ps s0v o Os i

o ﬂ Rj <100 kQ

84

Tamb = 25°C

Kollektorreststrom

)

1,

1N 4148

761253

MeBschaltung fiir: toq, tos

) n b
AQL = 0.65, T 0.01,t,=03ms

Min.

120

60

40

70

Typ.

0,75

1.3

Max.
10 pA
10 pA
\
\%
\'%
1 \Y
1.6 \Y
150
MHz
100 pF
400 pF
0.6 us
1.2 ps



BFX 34
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BFX 34
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BFX 34

Ccro

100
pF
80
60

40

20

72 1139

/’

=25 °
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20 V
Ucs

—

CeBo

721140

800
pF

600

400

200

3

4V

Ugg—
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BFX 65

Silizium-PNP-Epitaxial-Planar-NF-Transistor

Anwendungen: Rauscharme Vorstufen und Verstérker

Besondere Merkmale:

@ Besonders rauscharm bei kleinen
Kollektorstrémen

Abmessungen in mm

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Basis-Sperrspannung -Ucso
Kollektor-Emitter-Sperrspannung -Uceo
Emitter-Basis-Sperrspannung ’ -Uggo
Kollektorstrom =l
Gesamtverlustleistung

Tamb < 25°C Piot

Tease =<25°C Prot
Sperrschichttemperatur T
Lagerungstemperaturbereich Tstg

Warmewiderstéande
Sperrschicht-Umgebung Ringa

Sperrschicht-Gehéuse Rinsc

Statische KenngréBen
Tamb = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom

~Uce =40V ~lces

~Uce = 40V, Tamp = 150°C ~loes
Emitterreststrom

~Ugg =4V lego

T1.2/581.0484 D1

Kollektor mit Gehduse verbunden

Normgehduse

18 A3 DIN 41876
JEDEC TO 18
Gewicht max. 0.5 g

45
45
6
50
360
1.2
200
-55...+200

Typ. Max.

480

145

0.1 10

10

10

mA
mwW
°C

°C

KIW
KIW

nA
pA

nA

89



BFX 65

Min.
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
—lc =10 pA ~Usriceo 45
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
“le="5mA ~Upryceo " 45
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
—le =10 pA ~Ureso 6
Kollektor-Sattigungsspannung
—lc =10 mA, -Ig = 0,5 mA ~Ucksat !
Basis-Sattigungsspannung
-lc =10 mA, ~lg = 0,5 mA ~UsEsat
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
"UCE =5 Vv _/C = 1 pA hFE
_IC = 10 HA hFE
=lc =100 pA hee ? 100
_IC = 1mA hFE 100
-lc= 10mA hee 100
=lc= 50 mA hFE n
~Uce =5V, =lc= 10 pA, Tamp = -55°C heg ™ 40
Dynamische KenngroBen
Tamb = 25°C
Kollektor-Basis-Kapazitét
_UCB =5V, f=1MHz CCBO
Emitter-Basis-Kapazitéat
~Ugg =05V, f=1MHz Cego
RauschmaB
_UCE =5V, _IC =20 }JA, RG =10kQ,
f=1kHz, Af =200 Hz F
Vierpol KenngroBen
Tamb = 25°C
Emitterschaltung
—Uce=5V,-lc=1mA, f=1kHz
KurzschluB-Eingangswiderstand hie
Leerlauf-Spannungsriickwirkung hre
KurzschluB-Stromverstarkung hse
Leerlauf-Ausgangsleitwert hoe

90

TAQL=065% " AQL=25%

Typ. Max.
920 250
730 900
120
170
200
210
210
200
6.5
16
3
7
3.10*
200
21

pF

pF

dB

kQ

uS



BFY 56 A

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Transistor

Anwendungen: Allgemein, Verstarker und Schalter

Abmessungen in mm
£51 #85 £92 #0,5
291 2

2222

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo
Uces

Emitter-Basis-Sperrspannung Uggo

Kollektorstrom Ic

Gesamtverlustleistung

Tamb =<25°C Prot
Tease =25°C, Uce =7V Prot
Sperrschichttemperatur T
Lagerungstemperaturbereich Tstg
Warmewiderstinde Min.
Sperrschicht-Umgebung Rinsa
Sperrschicht-Gehause Rinsc

Statische KenngroBen
Tamb = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom

Uce =50V legs

Uce = 50V, Tamp = 150 °C logs ™
Emitterreststrom

Ug=5V lego
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

lc= 30mA Ugryceo " 55

Ic =100 pA Upryces 85
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung

Ig = 100 pA Uerjeso 7
. i t
) AQL=065% ' AQL=25% " Z=001t,=03ms

T1.2/585.0484 D1

Kollektor mit Geh&duse verbunden

Normgehéause

5C 3DIN 41873
JEDEC TO 39
Gewicht max.1.5g

55
85
7
1
800
5
200
-65...+200

Typ. Max.

220

35

20

20

20

> < <<

mwW
°C

°C

KIW
KIW

nA
pA

nA

91



BFY 56 A

Kollektor-Sattigungsspannung
Ilc= 10mMA, lg= 1mA
lc=150mA, lg= 15mA
Ilc= 1A, Ig=100mA

Basis-Sattigungsspannung
Ilc= 10mA,lgz= 1mA
lc=150mA, lg= 15mA
lc= 1A, Ig=100mA

Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis

Uce= 1V,Ic =100 pA
IC = 5 mA
Uce =10V, Ic = 500 mA
Dynamische KenngréBen
Tamb = 25 °C

Transitfrequenz

Uce =10V, Ic =50 mA, f= 20 MHz

Kollektor-Basis-Kapazitat
Ucg =10V, f=1MHz

Emitter-Basis-Kapazitét
UEB =05V, f=1MHz

- Schaltzeiten

Ilc =150 MA, Igy ~ =lgo =~ 7.5 MA, Tymp = 25°C

Einschaltzeit

Ausschaltzeit

Rg =50 Q
ty =t,<15ns

1,
P-o
+ =0,01

20v
= 10 ps
0o

L

P 500

751254

MeBschaltung fir: to, tos

) AQL = 0.65 %,

92

-2V

20V

130 Q

UCEsat
Ucesat

1
UCEsat )

Usksat

U BEsat
1

UBEsat

fy
Ccro

Ceso

tof

Oszi

R; =100 kQ

t
" —;=0.01,tp=o.3 ms

20
50
40
25

60

Typ.

0.12
0.11
0.35

0.65
0.78
1.1

50
75
95
110

Max.

0.25

0.8

1.6

120
120

N
gl

110

225
800

<< <

<< <

MHz

pF

ns

ns



BFY 56 A
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BFY 56 A
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BSS 42 - BSS 43

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Schalttransistoren

Anwendungen: Schaltungen mit hoher Betriebsspannung

Besondere Merkmale:
@® Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

# 51 #£85 $9.2 #05

2222

Absolute Grenzdaten
Kollektor-Basis-Sperrspannung
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Emitter-Basis-Sperrspannung
Kollektorstrom
Basisstrom

Gesamtverlustleistung
Tamb = 25°C
Tease = 25°C, UCE =5V

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Warmewiderstande

Sperrschicht-Umgebung

Sperrschicht-Gehause

T1.2/591.0484 D1

@ Verlustieistung 5 W

Kollektor mit Gehduse verbunden

BSS 42
Uceso 120
Uceo 120

P tot
Piot

Tstg

Min.

Ringa

Rinic

Normgehéduse

5C 3 DIN 41873
JEDEC TO 39
Gewicht max.1.5g

BSS 43

150 \
150 \
6 \
1.5 A
200 mA
1 w
5 w
200 °C
-65...+200 °C

Typ. Max.
175 KIW
35 KIW
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BSS 42 - BSS 43

Statische KenngréBen
Tamb = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom

Ucg =100V BSS 42 lcgo
Ucs =120V BSS 43 Icgo ”
Tamb = 150°C, Ucg =100V  BSS 42 Iego ™
Usg=120V BSS43 Iego
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
Ic =100 pA BSS 42 Ugryceo
BSS 43 Ugryceo
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Ic =100 mA BSS 42 Ugryceo "
BSS 43 Ugryceo "
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
It =100 pA Ugryeso
Kollektor-Sattigungsspannung
Ic=100mA, l[g= 10mA Ucgsat "
lc= 1A, Ig=100mA Ucesat "
Basis-Sattigungsspannung
lc=100mA, lg= 10 mA Usksat "
lo= 1A Ig=100mA Usksat
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
UCE= 5V, IC= 10 mA BSS 42 hFE
BSS 43 hre
Ic =100 mA BSS 42 heg??
BSS 43 hee P
le= 1A BSS 42 hee ?
BSS 43 hee ?

Dynamische KenngroBen

Tamb = 25°C
Transitfrequenz

Uce=5V,Ic =100 mA, f= 20 MHz fr
Kollektor-Basis-Kapazitét

Ucg = 10V, f=1MHz CCBO
Emitter-Basis-Kapazitat

UEB =4V, f=1MHz CEBO
* o t
) AQL = 0.65 %, 'AQL=25%, " —T"= 0.01,t, =03 ms

96

Min. Typ.
120
150
120
150
6

550

750

1

40 60

35 45

50 70

40 60

25 45

20 35

100

10

85

Max.

100
100
50
50

150
800

900
1.2

20

nA
nA
[T
pA

mV
mV

mV

MHz

pF

pF



BSS 42 - BSS 43

Schaltzeiten

Ic =~ 500 mA, Ig1 =~ —Igz 50 MA, Tymp = 25 °C, siehe MeBschaltung

Einschaltzeit

Ausschaltzeit

RG=50 Q
tg=t,<2ns

t

P_
7 =001 2oy
ty =10 ps

P 0

50Q

76560

MeBschaltung fir: ton, tos

1N 4148

? 71587
Ucgsat
0.4 hgg =10 I
V .'r2= 0,01 ’
tp= 0,3 ms
Tamb= 25 °C
0,3
2
0,2
/ H
/
0,1 /
T~ 1
(o]
0,001 0,01 0,1 1A
le—

Min. Typ. Max.
40 ns
700 ns
Oszilloskop
R; 2 100 kQ
? I { ] I 71586
[ 11
UBEsat hEE=10
t
10 —+ =001 //
\") tp= 0,3 ms
Tamb = 25 °C /
A
0,8 //
g
0,6+=]
0,4
0,2
[v]
0,001 0,01 01 1A
lc—
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BSS 42 - BSS 43

BSS 43 71589 $ BSS 42 71588
hre I hre
Ucg=5V
'p
80 +=0,01 80
tp =03 ms
Tamb = 25 °C
mb /] \\
60 601
A \ Y
Ucg=5V
? = 0,01
40 40 tp= 03 ms \
Tamb = 25 °C
20 20
[} 0]
0,001 0,01 01 1A 0,001 0,01 01 1A
IC—’ IC_>

f 71590 $ 71591
c \
CBO CeBo
20 f=1MHz \ f=1MHz
pF Tamb= 25 °C Tamb = 25 °C
140
\
164\ pF \
\ \
\
y 120
12 \
N N
N 100 h
—
8 T N
— 80
a4
60
0 10 20 30V (o] 2 4 6V
Ucg— Ug—
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BSS 44 - BSS 46

Silizium-PNP-Epitaxial-Planar-Schalttransistoren

Anwendungen: Hochstromschalter, Relaistreiber, Leistungsverstérker, Strom bis 5 A

Besondere Merkmale:
@® Hohe Sperrspannung @® ® BSS 46 auch ais ,Gutebestatigtes Baueiement*
@ Verlustleistung 5 W lieferbar:

.. . 1. nach GFW-H0000 als TU 101
® BSS 46 ist komplementar zu BSS 45 2. nach ESA/SCC als 5204/002

Die elektrischen Daten von BSS 46 entsprechen dem Transistor 2 N 5153

Abmessungen in mm
# 5.1 #85 £92 #05

Kollektor mit Geh&duse verbunden

Normgeh&duse

5C 3 DIN 41873
JEDEC TO 39
Gewicht max. 1.5 g

Absolute Grenzdaten BSS 44 BSS 46
Kollektor-Basis-Sperrspannung -Ucgo 65 85 \%
Kollektor-Emitter-Sperrspannung -Uceo 60 80 \
Emitter-Basis-Sperrspannung -Ueso \
Kollektorstrom =l 5 A
Gesamtverlustleistung

Tamb = 25°C Prot 870 mw
Tease < 25°C Piot 5 w
Sperrschichttemperatur T 200 °C
Lagerungstemperaturbereich Tstg -65...+200 °C

Warmewiderstédnde Min. Typ. Max.
Sperrschicht-Umgebung Rithia 200 K/IW
Sperrschicht-Gehéduse Rinsc 35 KIW

T1.2/593.0484 D1
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BSS 44 - BSS 46

Statische KenngroBen
Tamb = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom

~Ucg =60V BSS 46 —lcgo
~Ucg =60V, Tymp =100°C  BSS 46 —lcgo )
~Uge =60V BSS 44 ~logs "
~Uce =60V, Tymp =100°C  BSS 44 —logs
Emitterreststrom
-Ugg =5V ~lego )
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
—lc =5 mA BSS 44 _U(BR)CBO o
BSS 46 -Uryceo "
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
=Ic =100 mA BSS 44 —U(BR)CEO o
BSS 46 ~Ugryceo "
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
—lg =100 pA ~Ugrjeso
Kollektor-Sattigungsspannung
-lc =500 mA, -lg= 50mA BSS 44 Ucesat
-lc= 5A, -ig=500mA BSS44 Ucesat ¥
BSS 46 Ucgsat "

Basis-Sattigungsspannung

-lc =500mA, -lg= 50mA BSS 44 UgEsat "
-lc= B5A, -lg=500mA BSS44 Usgeat "
BSS 46 Usesat "
Kollektor-Basis-Gleichstromverhdltnis
~Ucg =2V, -Ic = 500 mA BSS 44 hee "
BSS 46 hee ©
“Uce=2V,-lc= 2A BSS 44 hee "V
BSS 46 hee? "
~Uce=2V,-lc= 5A BSS 44 hee

Dynamische KenngréBen

Tamb = 25°C
Transitfrequenz

—Uce =5V, —Ic =500 mA, f =200 MHz fr
Kollektor-Basis-Kapazitat .

—Ucg =10V, f=1MHz CcBo
Emitter-Basis-Kapazitét

-Ugg =05V, f=1MHz Ceso
. P t
)AQL=065% ) AQL=25% " —7"% =001,t,=03ms

100

65
85

60
85

30
25

40
30

70

Typ.

800
1.25

82

70
68

45

90

700

Max.

500
200

500
200

100

1.6
16

150

nA
HA

nA
HA

nA

mV

mV

MHz

pF

pF



BSS 44 - BSS 46

Schaltzeiten BSS 44 Min. Typ. Max.
—lc ~ 500 mA, —lg1 ~ ~Igs ~ 50 MA, Tymp = 25 °C
Einschaltzeit ton 2 80 ns

Ausschaltzeit toft 2 450 ns

BSS 46
—lc=1A, -Igy = Ilgg =50 MA, Tymp = 25°C
Einschaltzeit ton 2 03 s
Ausschaltzeit tof 2 1 s

Rg =50 Q
tg =t,<20ns

t
P

£ -0t
T !

R

tp =10 us OU
-20V

75498

Oszilloskop:

Ri 2 100 kQ

BSS 44 MeBschaltung fur: ton, tos

Ag =50 Q

tg =ty <2 ns

t
P 001

T ——>| tp I__

tp=10ps O
—2ovL_i

75860

Oszilloskop:
Rjz100 kQ

BSS 46 MeBschaltung: fiir ton, tost

2 siehe MeBschaltung
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BSS 44 - BSS 46
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BSS 44 - BSS 46
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BSS 44 - BSS 46
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BSS 45

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Schalttransistor

Anwendungen: Hochstromschalter, Relaistreiber, Leistungsverstarker, Strom bis 5 A

Besondere Merkmale:
® Hohe Sperrspannung ® ® Auch als ,Giitebestéatigtes Bauelement”

@ Verlustleistung 5 W lieferbar:
o Komp|ementér zu BSS 46 1. nach GFW-H0000 als TU 105

2. nach ESA/SCC als 5203/010

Die elektrischen Daten von BSS 45 entsprechen dem Transistor 2 N 5154

Abmessungen in mm

#51 #85 $9.2 #0,5

Kollektor mit Gehause verbunden

Normgehéause

5C 3 DIN 41873
JEDEC TO 39
Gewicht max. 1.5g

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucso 85 \
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 80 \
Emitter-Basis-Sperrspannung Ueso 6 \%
Kollektorstrom Ic 5 A
Gesamtverlustleistung

Tamb < 25°C Piot 870 mw

Tease =25°C Piot 5 W
Sperrschichttemperatur T 200 °C
Lagerungstemperaturbereich Tstg -65...+150 °C

Warmewiderstande Min. Typ. Max.

Sperrschicht-Umgebung Rihia 200 K/IW
Sperrschicht-Gehéuse Rinic 35 KIW

T1.2/595.0484 D1
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BSS 45

Statische KenngréBen
Tamb = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom

Ucg =60V leso ”

Ucg =60V, Tymp =150°C lcgo ™
Emitterreststrom

Ugg=5V leso
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung

lc=5mA Ugrycso
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

Ic =100 mA Ugryceo "
Emitter-Basis-Durchbruchspannung

e =100 pA Uryeso
Kollektor-Sattigungsspannung

Ic=5A, Iz =500 mA Ucgsat "
Basis-Sattigungsspannung

lc=5A, g =500 mA UBEsat*)U
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis

Uce =2V, Ic =500 mA hee "

lc= 2A hee "V

Dynamische KenngroBen

Tamb =25 OC
Kollektor-Basis-Kapazitét

UCB= 10V, f=1MHz CCBO
Emitter-Basis-Kapazitét

Ugg=05V,f=1MHz Ceso

Schaltzeiten
lc=1A, Iz = —Igp 50 mA, T,;m, = 25 °C, siehe MeBschaltung
Einschaltzeit ton
Ausschaltzeit toff

Rg =50 Q
tf =t, <15 ns

t
P 0,01
T Oszilloskop:
th =10 ps
p=BH R 2100 kQ

751255

MeBschaltung fir: to, tos

. . t
) AQL=065% " AQL=25% —; =001,t,=0.3ms

106

Min.

85

80

25
30

Typ. Max.
500
500
100
0.65 14
13 1.6
82
80
53 120
550
0.3

nA
pA

nA

pF

pF

ps
us



BSS 45
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BSS 45
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BSS 45
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BSV 15 - BSV 16

Silizium-PNP-Epitaxial-Planar-Schalttransistoren

Anwendungen: NF-Verstérker und Schalter

Besondere Merkmale:

@ Verlustleistung 3.2 W ® in Gruppen sortiert

Abmessungen in mm

£9,2 #05

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Sperrspannung -Uceo
—Uces
Emitter-Basis-Sperrspannung =Ueso
Kollektorstrom =lc
Basisstrom —Ig

Gesamtverlustleistung

Tcase <60°C, “Uce = 6V Piot

“Uce=7V Piot
Sperrschichttemperatur T

Lagerungstemperaturbereich Tstg

Warmewiderstinde
Sperrschicht-Umgebung Rinua

Sperrschicht-Gehéuse Rinac

T1.2/597.0484 D1

Kollektor mit Gehduse verbunden

3.2

Min.

Normgehéuse

5C 3 DIN 41873
JEDEC TO 39
Gewicht max. 1.5 g

BSV 16
&0
60
5
1
200
3.2
175
-65...+175
Typ. Max.
200
35

-

> < <<

mA

=

°C

KIW
KIW



BSV 15 - BSV 16

Statische KenngréBen

112

Tamb = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom
~Uce =40V

=Uce =40V, Tymp = 150°C

—Uce=60V

~Uce =60V, Tmp =150 °C
~Uce=40V, ~Uge = 0.2 V, Tmp =100 °C

Emitterreststrom

BSV 15
BSV 15

BSV 16
BSV 16

BSV 15
BSV 16

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

—UEB =4V
-lc = 50 mA
=lc =10 pA

BSV 15
BSV 16

BSV 15
BSV 16

Emitter-Basis-Durchbruchspannung

=l = 10 uA
TE U EA

Kollektor-Sattigungsspannung
—lc =500 mA, -Ilg = 25 mA

Basis-Emitter-Spannung
—'UCE =1V, _IC =50 mA

Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
~Uce=1V, —/C =0.1mA

Gruppe: 6
10
16

~Uce =1V, —lc =100 mA

Gruppe: 6
10
16

_UCE =1V, —=lc = 500 mA

) AQL = 0.65 %,

Gruppe: 6
10
16

") AQL= 2.5 %,

—logs )

~lcgs
—logs
~lcgs

*x)

=Icex
=lcex

)

—leso

91
~Uryceo "

1
~Ueryceo "

~Ugryces

~Uryces

*

1y )
~U(BR)EBO

21
~Ucksat "

—Use

t
" —;i =001,1,=03ms

Min. Typ. Max.
100
50
100
50
50
50
50
40
60
40
60
5
0.25 1
0.7 0.85 14
15
20
30
40 100
63 160
100 250
20
25
35

nA
pA

nA
pA

pA
HA

nA

<< <<

<



BSV 15 - BSV 16

Dynamische KenngroBen
Tamb = 25 °C

Transitfrequenz
~Ucg =10V, —-Ic =50 mA, f =20 MHz fr

Kollektor-Basis-Kapazitét

_UCB =10V,f=1MHz CCBO
Emitter-Basis-Kapazitat
~Ugg=0.5V,f=1MHz Cego

Schaltzeiten

Min. Typ. Max.
50 MHz
20 30 pF
180 pF

—lc =100 mA, =g ~ Igo ~ 5 MA, Tomp = 25 °C, siehe MeBschaltung

Einschaltzeit ton
Speicherzeit s

Abfallzeit t

Rg =50 Q 2V q-20v

ty =t <15ns

2 _ o001 %650 &2?)0

T = 2 kQ Oszilloskop:

R; 2100 kQ

1N 4148

tp =10 ps 0
—ZZ)—M 5((2)

751331

MeBschaltung fur: top, tf, ts

500 ns
500 ns
150 ns
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BSV 15 - BSV 16
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? BSV 16 70 199
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BSV 15 - BSV 16
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BSV 15 - BSV 16
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71 413

hren
‘UCE =1V
Tamb =25 °C
hep - FE___
FEn = hgg (-l =20 mA)
1
\
0,5
0.1 10 100 mA

_IC —_—



BSV 60

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Transistor

Anwendungen: Hochstromschalter, Relaistreiber, Leistungsverstérker, Strom bis 3 A

Abmessungen in mm

$9,2 40,5

Absolute Grenzdaten
Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucso
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo
Emitter-Basis-Sperrspannung Uggo
Kollektorstrom Ic
Gesamtverlustleistung
Tamb < 45°C Prot
Tease =45°C,Uce =8V Prot
Sperrschichttemperatur T
Lagerungstemperaturbereich Tstg

Warmewiderstand

Sperrschicht-Gehéuse Rinyc

T1.2/599.0484 D1

Kollektor mit Gehause verbunden

Normgehéduse

5C 3 DIN 41873
JEDEC TO 39
Gewicht max. 1.5 g

45 \
40 \Y
5 \
3 A
800 mwW
6.2 W
200 °C
-55...+200 °C
Min. Typ. Max.

25 KIW



BSV 60

KenngréBen

Tamb = 25 °C, falls nicht anders angegeben
Kollektorreststrom

UCB =40V

UCB = 40 V, Tamb = 150 OC
Emitterreststrom

UEB =3V
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung

Ic =100 pA
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

Ic =300 mA
Emitter-Basis-Durchbruchspannung

le=1pA
Kollektor-Sattigungsspannung

Ilc=2A,Ilg=200mA
Basis-Sattigungsspannung

lc=2A,Ilg=200mA
Kollektor-Basis-Gleichstromverhdltnis

UCE= 1 V,/C= 20 mA

UCE =1V, Ic =200 mA

Ueg=2V,Ilc= 2A
Transitfrequenz

UCE =10V, Ic =200 mA, f =20 MHz

Kollektor-Basis-Kapazitat
UCB = 10V, f=1MHz

Schaltzeiten

Min.
lego
leso ™
leso
Ugrycso ! 45
Ugryceo " 40
Usrigso 5
Ucksat "
Usksat "
hee 25
hee 40
hee” 50
fr 50
Ccro

Ic =1A, Igy = —Igg =50 mA, Tymp = 25 °C, siehe MeBschaltung

Einschaltzeit
Ausschaltzeit

Rg =50Q
ty=t <15 ns

[
L -0,01
T

tp =10 ps

751255

MeBschaltung fiir: ton, toss

TAQL=065%, " AQL=2.5%,

118

ton

toft

Oszilloskop:

Rj 2100 kQ

t
R —T" =001,t,=03ms

Typ. Max.
100
50
100
400 900
13
40
70
80 150
75
500

nA
pA

nA

mV

MHz

pF

ns

us



BSV 60

¢ 76 203 ? 751274
tot UcEsat
8 1
w
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BSX 45 - BSX 46

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Schalttransistoren

Anwendungen: NF-Verstéarker und Schalter

Besondere Merkmale:

® Verlustleistung 5 W @ In Gruppen sortiert

Abmessungen in mm

$9,2 40,5

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo
Uces

Emitter-Basis-Sperrspannung Uggo
Kollektorstrom Ic
Basisstrom Ig
Gesamtverlustleistung

Tamb <25°C,Ucg <6V Prot

Tcase =25°C, UCE =7V Ptot
Sperrschichttemperatur T
Lagerungstemperaturbereich Tstg

Wiarmewiderstande
Sperrschicht-Umgebung Rihaa

Sperrschicht-Gehéduse Rinic

T1.2/601.0484 D1

Kollektor mit Geh&duse verbunden

BSX 45

40
80

Normgehause

5C 3DIN 41873
JEDEC TO 39
Gewicht max. 1.5 g

BSX 46
60
100
7
1
200
5
200
-65...+200
Typ. Max.
200
35

> < <<

mA

=

°C
°C

KIW
KIW

121



BSX 45 - BSX 46

Statische KenngroBen

Tamb = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom
Ucg=60V
Uce =60V, Tymp =150°C

Ucg =60V, Ugg = 0.2V, T,mp =100°C

Emitterreststrom

UEB =5V
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Ic =50 mA BSX 45
BSX 46
Ic =100 pA BSX 45
BSX 46

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Ig =100 pA

Kollektor-Sattigungsspannung
Ilc=1 A,IB=100mA

Basis-Emitter-Spannung

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
Ueg=1V,Ic=01mA

Gruppe:
Uce=1V,Ic =100 mA

Gruppe:
Uce =1V, Ic =500 mA

Gruppe:
UCE=1V,IC=1A

Gruppe:

Y AQL=065% " AQL=2.5%,

122

10
16

10
16

10
16

10
16

legs”
lees
legx ™

leso

Ueryceo *)1) 40
Ugryceo " 60

Usryces :) 80
Ugryces 100

Usryeso 7

1
UCEsat )

hee O 40
hee 'V 63

t
" —Tp =001, t,=03ms

Typ.

0.7

28
40
90

25
35
60

15
20
30

Max.

30
10
50

10

N

100
160
250

nA
pA
HA

nA

<< <<

<



BSX 45 - BSX 46

Dynamische KenngréBen
Tamb = 25 °C

Transitfrequenz
Uce=10V,lc =50 mA, f=10 MHz

Kollektor-Basis-Kapazitét
Ucg=10V, f=1MHz

Kollektor-Basis-Kapazitat
Ugg=05V,f=1MHz

RauschmaB
UCE = 10V, Ic =100 |JA, RG =1 kQ,
f=1KkHZ, Af =200 Hz

Schaltzeiten
Ilc =100 mA, Ig1 = =lgz = 5 mMA, Tymp = 25°C
Einschaltzeit
Ausschaltzeit

Rg =50 Q

tg =t, <15 ns

t

P _ v
£ -0,01

T 0,

tp =10 us
751330

MeBschaltung fiir: ton, tos

Ccro

Ceso

tOI'l

toft

Oszilloskop:
R; 2100 kQ

ty< 15 ns

Min. Typ.

50

3.5

Max.

25

80

200
850

MHz

pF

pF

dB

ns

ns
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BSX 45 - BSX 46
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BSX 45 - BSX 46
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BSY 55 - BSY 56

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Schalttransistoren

Anwendungen: HF-Verstarker und schnelle Schalter

Besondere Merkmale:
® Hohe Sperrspannung ® Verlustleistung 3 W

Abmessungen in mm

# 5,1 #85 £9,2 #0,5

Koliektor mit Gehduse verbunden

Normgehéause
5C3DIN 41873
JEDEC TO 39
Gewichtmax. 1.5 g

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucgo 120 \%
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 80
Emitter-Basis-Sperrspannung Ugso 7
Kollektorstrom Ic 500 mA
Gesamtverlustleistung
Tamp < 45°C Piot 800 mw
Tease =<45°C Piot 2.7 w
Tease < 25°C Piot 3 w
Sperrschichttemperatur T 200 °C
Lagerungstemperaturbereich Tstg -65...+200 °C
Warmewiderstande Min. Typ. Max.
Sperrschicht-Umgebung Rinoa 200 K/IW
Sperrschicht-Gehéduse Rinic 58 KIW

T1.2/603.0484 D1



BSY 55 - BSY 56

KenngroBen
Tamb = 25 °C, falls nicht anders angegeben
Kollektorreststrom
Uce =90V leso
Ucs =90 V, Tamp = 150°C leso ™
Emitterreststrom
Ugg=5V ’EBO K
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
lc=1mA Ugrycso
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Ilc=30mA Ugryceo "
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Ie=10pA Ugryeso
Kollektor-Sattigungsspannung
lc =150 mA, IB =15mA UCEsat
Basis-Sattigungsspannung
Ic=150mA, I[g=15mA Usksat
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
Ucg=10V,Ilc= 0.1mA BSY 55 hee
BSY 56 hee
UCE =10 V, /C = 1 mA BSY 55 hFE
BSY 56 hee
Uce=10V,Ic= 10mA BSY 55 hee
BSY 56 hee
Uce =10V, Ic =150 mA BSY 55 hee OV
BSY 56 hee?P
Uce =10V, Ic = 500 mA BSY 55 hee ¥
BSY 56 hee
Transitfrequenz
Ucg =10V, Ic = 50 mA, f = 50 MHz fr
Kollektor-Basis-Kapazitat
UCB =10V, f=1MHz CCBO
Schaltzeiten
Ic =150 mA, Ig; ==lgo =15 mA, R_ =40 Q,
Tamb = 25°C
Einschaltzeit ton
Ausschaltzeit tott
. - t
)AQL=065% T AQL=25%, —; =001,t,=03ms

128

Min. Typ. Max.
10
10
10
120
80
7
600
13
20
35
60
120
35
75
40 120
100 300
20
35
100
15
100
350

nA
A

nA

mV

MHz

o
n

ns

ns



BSY 55 - BSY 56
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BU 126

Silizium-NPN-Leistungstransistoren
Anwendungen: Spannungsregler, Inverter, getaktete Netzgeréte

Besondere Merkmale:
@ In Dreifachdiffusions-Mesa-Technik @ Kurze Schaltzeit

® Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

D
4 '_‘_'\c}/] ags 9195

P
|

r;(/ R

~— 10,9 —

3263

254

Zubehor

Isolierscheiben

Absolute Grenzdaten

Best. Nr. 515390

g1

1,6

e 11,4 —=-|

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo

Ig=0 Uces
Kollektorstrom Ic
Kollektorspitzenstrom

tp<10ms lem
Basisstrom Ig
Negativer Basisspitzenstrom —lgm
Gesamtverlustleistung

Tease = 25°C Ptot
Sperrschichttemperatur T
Lagerungstemperaturbereich Tstg

T1.2/641.0484 D1

Kollektor mit
Gehdause verbunden

Normgehause

3B 2DIN 41872

JEDECTO 3

Gewicht20 g

300 \Y
750
3

6 A

1.5 A

40 w

125 °C

-65..+125 °C

131



BU 126

Warmewiderstand

Sperrschicht-Gehduse

Statische KenngroBen
Tease = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom
UCE =750V
UCE =750 V, Tamb =125°C

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Ic =100 mA, Lc = 60 mH
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
IE =1mA

Kollektor-Sattigungsspannung
Ic=25A,Ig =250 mA
IC=4.0A,IB= 1A

Basis-Sattigungsspannung
Ic =4 A, IB =1A

Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
UCE=5VvIC= 1A

Dynamische Kenngré8en
Tease = 25°C

Transitfrequenz
Uce=10V,Ic =200 mA, f=1MHz

Kollektor-Basis-Kapazitat
UCB =10V, f=0.5MHz

Emitter-Basis-Kapazitat
Ugg =2V, f=05MHz

Abfallzeit
Ic=25AIg=025A

n —tTE >001,t,=0.1ms

132

Rthic

Ices
Ices

1
Ur)ceo

UeRrjeso

U, CEsat
UC Esat

UB Esat

hre

fr

Ccso

CEBO

t¢

Min.

300

15

Typ.

10

75

0.2

Max.

25

500

1.5

KIW

pA
mA

MHz

pF

nF

s



BU 126
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BU 126
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BU 204 - BU 205 - BU 206

Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Anwendung: Horizontal-Ablenk-Endstufen in Schwarz-WeiB-Fernsehempféangern

Besondere Merkmale:

@ Hohe Sperrspannung
@® Verlustleistung 10 W

Abmessungen in mm

388 #19.5

i

3263

Zubehor

Isolierscheiben

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Sperrspannung

Kollektorstrom, Mittelwert

Kollektorspitzenstrom

Negativer Basisspitzenstrom

Negativer Basisstrom, Mittelwert

tay <20 ms

Gesamtverlustleistung

Tease =90°C

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

85

Best. Nr. 515390

-— 11,4 —»|

@ Hohe Spitzenleistung

g1

Kollektor mit
Gehdause verbunden

Normgehéduse

3B 2DIN 41872
JEDEC TO 3
Gewicht max. 20 g

BU204 BU205 BU 206

Uceo

lcav
lem®

| .
‘BM

~Ism

—Igav

Prot
]

Tstg

) StoBspitzenspg. bei Bildrohren-Uberschlidgen BU 204 max. 1430 V

T1.2/643.0484 D1

BU 205 max. 1650 V
BU 206 max. 1800 V

600
Ucesm” 1300

700 800 \
1500 1700 Vv
25 A

3.0 A

25 A

15 A

0.1 A

10 W

115 °C
-65..+115 °C

2) StoBspitzenstr. bei
Bildréhren-Uber-
schlagen max. 5 A
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BU 204 - BU 205 - BU 206

Warmewiderstand

Sperrschicht-Gehéuse

KenngroBen
Tease = 25°C
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
lc=1mA . BU204
BU 205
BU 206

136

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Ilg =100 mA

Dynamische Restspannung Fig. 4
Ilc=2AIg=08A

Basis-Emitter-Sattigungsspannung
Ic=2AIlg=1A BU 204, BU 205
lc=2Alg=11A BU 206

Kollektorreststrom
Ucesm, Use =0V

Transitfrequenz
Uce=5V,Ilc=100mA, f=5MHz

Kollektor-Basis-Kapazitét
Ucg=10V,f=1MHz

Abfallzeit
lc=2Alg=1A"

t
3 -T‘l 0.01,t,=0.3 ms

Rinic

Ur)ces
Urices
Ur)ces

Ugr)eBo

URest dyn

3)
3)

UBEsat
UBEsat

Ices

fr

Ccso

t

Min. Typ.
1300
1500
1700
5

7.5

80

0.75

Max.

25

7.5

1.5
1.5

KIW

<< <

mA

MHz

pF

ps

" Die Induktivitat im Basiskreis und die rechteckférmige Ansteuerspannung sind so zu wahlen, daB

sich eine Speicherzeit t; ~ 10 ps ergibt.



BU 204 - BU 205 - BU 206

L — 1 ———— 731418
? F—— BU 204/BU 205 HH—TF1H 1 BU 206 H——
Ic Jr % } Tease < 90 °C[] Ic 1 I ‘l( Tcas'e s90°c []
o TR LTE=0,01 ; e AN 2-001
\ \ tp=5us || NI \ \ ‘\\ =5 ps 7]
1 MEIANERNNIYG L 1 NN L7 L
. 1 - 11 10 ] N v 10 ps [
A=+ \43; _\f‘w‘ ous & “\ S R B &
\ \\_ b 50 ps i \\‘\: _/50 ps [
\\ 100 ps [T] \ 100 ps [T]
A\ | \ {
0,1 \ ;\gj!f: tme i 01 \: \‘_ —L
NE— A WA H
AN Al \
A \
: 1
\ T Rgg 1000 \ i i
0,01 ; 0,01 || fae =1000
s F=025 !
tp=20ps $50,25
/ tp=20ps
. AR
U [Faa ! Fig.2
0,001 Ll 0,001 Ll
1 10 100 1000 V 1 10 100 1000 V
Uce U™
? 841419
zthp
10
K/wW t
+=1
05 =
ST sl K e B s o o o e i =227
02 =
ol I L= —/
- —IT s s g
— X, 4
0,1 T
’ e 0,01
0,01
Fig.3
0,001 0,01 0,1 1 10 100 1000 ms
fp———
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BU 204 - BU 205 - BU 206

] | 731420

/ ICM f v
Upg = 5
? hFE CE =25°C

Ue / /
? 30
U,
{ S
Ve D)
L N
10 =
Uce ! { N\
50V 2ca90 %oy 3
US N ] Dyn. Restspannung
T 1 1
—| 2 ys l—-—
842085 t—— 0.3 kig.5
Fig. 4 Definition von Upest dyn 70,03 01 0,3 1A
Ic—>
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BU 207 - BU 208 - BU 209

Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Anwendung: Horizontal-Ablenk-Endstufen in Farbfernsehempfangern

Besondere Merkmale:
@ Hohe Sperrspannung
@ Verlustleistung 12.5 W

Abmessungen in mm

41

~— 10,9 —»

3263

254

Zubehor

Isolierscheiben

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Sperrspannung

Kollektorstrom, Mittelwert
Kollektorspitzenstrom
Basisspitzenstrom

Negativer Basisspitzenstrom

85

Best. Nr. 515390

@ Hohe Spitzenleistung

f— 11,4 —|

BU 207
Uceo 600
Ucesm” 1300
lcav 5
lom?
lem
~lem

" StoBspitzenspannung bei Bildrohren-Uberschldgen BU 207 max. 1430 V

2) StoBspitzenstrom bei Bildrohren-Uberschldgen

T1.2/645.0484 D1

BU 208 max. 1650 V
BU 209 max. 1800 V

BU 207 max. 10 A
BU 208 max. 10 A
BU 209 max. 9 A

BU 208
700
1500
5
75
4.0
25

Kollektor mit
Gehdause verbunden

Normgehause
3B 2DIN 41872
JEDECTO 3
Gewicht max. 20 g

BU 209
800
1700

> >» » r < <
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BU 207 - BU 208 - BU 209

BU 207 BU208 BU 209

Negativer Basisstrom, Mittelwert

tay <20 ms —Igav 0.1 A
Gesamtverlustleistung

Tcase =95°C Prot 125 w
Sperrschichttemperatur T 115 °C
Lagerungstemperaturbereich Tsig -65..+115 °C

Warmewiderstand Min. Typ. Max.
Sperrschicht-Gehause Rinic 1.6 KIW
KenngréBen

Tease = 26 °C
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

lc=1mA BU 207 Usryces 1300 \%

BU 208 Usryces 1500 \
BU 209 Ueryces 1700 \

Emitter-Basis-Durchbruchspannung

’E =100 mA U(BR)EBO 5 \
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

lc=45Alg=2A BU 207, BU 208 Ucgsat 5 Vv

Ic=8AIlg=13A BU 209 Ucesat 5 \
Basis-Emitter-Sattigungsspannung

Ilc=45A,1g=2A  BU207, BU 208 Uggsat® 1.5 v

lc=3AIg=13A BU 209 Ugksat® 15 v
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis

Uce=5V,Ic=45A BU 207, BU 208 hee 2.25

UCE =5 V, IC =3A BU 209 hFE 2.25
Transitfrequenz

Uce=5V,lc =100 mA, f=5MHz fr 7 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat

Ucg=10V,f=1MHz Ccgo 125 pF



BU 207 - BU 208 - BU 209

Schaltzeiten

Speicherzeit
lc=45A,Ig=18A,Lg=10pH

BU 207, BU 208 ts 10 us
lc=3A Jg=15A, Lg =10 pH
BU 209 ts 10 us
Abfalizeit
lo=45A,lg=18A, Lg= 10 pH
BU 207, BU 208 1 0.7 us
Ic=3A,lg=15ALg=10pH
BU 209 t 0.7 us
? [TIT T T TIIT T T %soxfzall T 11T 1801422
" BU 207/BU 208 1] ’ BU 209 [ +H—1—H
le Tease= 95 °C I 7;:,?,5 95°C
‘ 20,01 ]] T =001 [T]
101111 L] =5 us II % { 10 tp=5ps [
A BRI AN NS o ws T T AT WAL 10 s []
N N P‘}“ BU 207 | \ N A ul
AN BU 208 ANN _\'%__ 50 ps | ||
TSN N
i} N \l N\ \ 50 s | . N \ N\ 1
1 AN Y_;%.; 100 ps [ ! \‘ \'\A W1 100 ps [
N I N\ AN [ ]
N \ N [ \ N 1
\ h ims | 1 \ \ i ims L1
0,1 \ \:ﬂ 0,1 \
AN N \
H|
N
II <100 Q }
\ If Rge* N TI| Rge=1000
0,01 \m 526 0,01 o6
‘ tp= 20 ps tp= 20pus
I ‘-
0,001 L 0,001 1
1 10 100 1000 V 1 10 100 1000 V
Uce ™™ Uee —
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BU 207 - BU 208 - BU 209

f 84470 84472
Rihdc Uggsat,
UcEsat
1 /
10 v /
K/W —~ UBesat [1T]
-
I
S ?p =1 0,8 ”
T et
0,75
1= e
= o5 -t 0,6 heg = 2
Ll o33 Tease = 25 °C
—1 0,20 —— =] 1 —'TE =0,01
| T tp =0,3ms
| o1 _H—T" 7 0,4
| )y ;
or [l 17 /
: 7 /V
[~ o002 [
/f'o 7 0,2 ‘/
50,01// Ucesat 171
0,01 M 0o
0,001 0,01 0,1 1 ms 0,1 0,5 5 A
tp —_— IC -
? 841322
heg
//"---
10 - U, 5V X
cE
Tj=25°C R il
5 —
1 1]
0,5
0,1
0,01 0,1 1A
lc—
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BU 208 A

Silizium-NPN-Leistungstransistor
Anwendung: Horizontal-Ablenk-Endstufe in Farbfernsehempfangern

Besondere Merkmale:
@® Hohe Sperrspannung @® Hohe Spitzenleistung
@ Verlustleistung 12.5 W

Abmessungen in mm

C
| o

T 4—% 1 |3s8 2195

T 1 E 1 30,1

BPya:

Lol R

41 16

o B Bl v

Zubehor

Isolierscheibe Best. Nr. 515390

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung Uceo
Kollektor-Emitter-Spannung, Scheitelwert Ucesm”’
Kollektorstrom, Mittelwert Icav
Kollektorspitzenstrom Iem?
Basisspitzenstrom Izm
Negativer Basisspitzenstrom —lgm

D StoBspitzenspannung bei Bildrohren-Uberschlidgen max. 1650 V

2 StoBspitzenstrom bei Bildrohren-Uberschldgen max. 10 A

T1.2/790.0784 D1

700
1500

4.0

Kollektor mit
Gehduse verbunden

Normgehaduse

3B 2DIN 41872
JEDEC TO 3
Gewicht max. 20 g

75

> >» >» > < <

25
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BU 208 A

Negativer Basisstrom, Mittelwert
tay <20 ms

Gesamtverlustleistung
Tease =95 °C

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Warmewiderstand

Sperrschicht-Gehéuse

KenngréBen
Tease = 25 °C

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Ilc=1 mA

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
lg =100 mA

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
lc=45Alg=2A

Basis-Emitter-Sattigungsspannung
IC=4.5A,IB=2A

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
Ue=5V,Ic=45A

Transitfrequenz
UCE=5V,IC= 100 mA, f =5 MHz

Kollektor-Basis-Kapazitét
Ucg =10V, f=1MHz

Schaltzeiten

Speicherzeit
Ilc=45Alg=18A, Lg=10pH

Abfallzeit
lc=45Alg=18A,Lg=10pH

2 —'TE =001,t,=03ms

144

—lgav

Prot

Tstg

Rinsc

U(BR)CES 1500
UerjeBo 5
UCEsat

3
UBEsat )

heg 2.25
fr

Ccro

ts

t

0.1

125
115
-65..+115

Typ.

125

10

0.7

Max.

1.6

1.1

15

°C
°C

KIW

MHz

pF

HS

ps



BU 208 A

[]842732 84470
f I 17 ?
T TT
IC Tease = 95 °C RihJc
lp .|
T= 0,01 -
10 L
A —\ \t _e'—\— 10 us 1OW
N N K/Wi—
NI &
; AN MRNAI TS e
N\ N 100 ps [] T
0,75
\ s =
\\ \ I Erosart 2=
0,1 T [ 020 T —= "’, o
| 117 M
\ | [ 1o __’/" ¥ /%
I Rg <1009 0,1+— °°r5 — A
t T v |
0,01 7”:0,25 ;10;(% T
=20 A
i ’ <00
] A
0,001 L 0,01
1 10 100 1000 V 0,001 0,01 0,1 1 ms
Ucg— '
? 84472 ? 841322
UBEsat, hgg
UcEsat
1 /
\' T A L= N
UBEsa! R /LV'
/
v 10
0,8 Ucg=5V \
R 1 - Tj=25°C \
1 i
'1 5
0.8 heg =2 -
’ Tease = 25 °C
—;_5 =0,01
0’4 tp = 0,3 ms 1
Vi
/
— // 0,5
0,2
/UCEsat FT
L
(o) 0,1
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BU 208 D

Silizium-NPN-Leistungstransistor
Anwendung: Horizontal-Ablenk-Endstufen in Farbfernsehempféngern

Besondere Merkmale:
® Monolithisch integrierte Inversdiode @ Hohe Sperrspannung
@ Kleine Riickgewinnungsverluste @ Hohe Spitzenieistung

Abmessungen in mm

[
8-
1_1
; E
Kollektor mit
Gehause verbunden
Normgehéause
3B 2DIN 41872
- 109 L_—‘—-" JEDECTO 3
s283 254 — 88 4 —= Gewicht max. 20 ¢
Zubehor
Isolierscheibe Best. Nr. 515390
Absolute Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 700 \Y
Kollektor-Emitter-Spannung, Scheitelwert Ucesm D 1500 \
Kollektorstrom, Mittelwert lcav 5 A
Kollektorspitzenstrom Iem? 75 A
Basisspitzenstrom Iam 4.0 A
Negativer Basisspitzenstrom ~Igm 25 A

) StoBspitzenspannung bei Bildrohren-Uberschlagen max. 1650 V

2 StoBspitzenstrom bei Bildrohren-Uberschidgen max. 12.5 A

T1.2/647.0484 D1
147



BU 208 D

Negativer Basisstrom, Mittelwert
tay <20 ms —Igav

Gesamtverlustleistung

Tcase <95°C Prot
Sperrschichttemperatur T
Lagerungstemperaturbereich Tstg

Wairmewiderstand

Sperrschicht-Gehaduse Ringc
KenngroBen

Tease = 25°C
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

lc=1mA Uryces
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis

UCE =5V, IC =25A hFE

lc=45A hee

DiodendurchlaBspannung

IF =4A UF
Basis-Emitter-Widerstand Rge

Transitfrequenz
UCE=5V,IC=100mA,f=1MHz fT

Kollektor-Basis-Kapazitat

UCB= 10V, f=1MHz CCBO

Schaltzeiten

148

lc=45A,Ig=18A,Lg=7 pH, Ugg; = 2V, Toase = 90°C, Fig. 4

Speicherzeit ts

Abfallzeit t;

1500

45

15

0.1

125
115

-65..+115

Typ.

3.2

1.2
25

125

0.7

°C
°C

Max.
1.6 KIW

1.5 \

MHz

pF

us
us



BU 208 D

11842732
f S
IC Tease = 95 °C
I 2ol
A TR oo
N \\ NI\ o us
N N \\ i\ 50 ps
1 AN ‘\\_}4 O
] 100 ps ]
N
\ \\ l 1ms r>4_
0.1 \ il
|
\\ } Rgg<100Q
0,01 %: 0.25
Ips20 us
1
0,001 A
1 10 100 1000 V
Uce—
f T 11 HIRZ 2734 T
L Uggi=2v ,’
B ]Rv=o,sa Q IB
1 ts <12 us I
14 Tcase =90°C I
pH
1,6
A
12
Lg s
1,4
10
\\ 1,2
8 N
1,0
6 ~
/ 0,8
a4
2 3 4 5 A
Ilc —

? 84470
Rtnac
10
K/W ]
e ]
+ =1
|
0,75
R=TTac: =
% 0,331 T = ~
1 0.20 ——= ” 1
1 ” s
| Lo -/A// /%
01+4°%% A
T
55 i
| A
<00 [f
0,01 m
0,001 0,01 0,1 1 ms
fp —

Fig. 3 Ansteuerungsdiagramm bezieht sich auf:

Ig = konstant fiir die Zeit t, — ts
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BU 208 D

842733

Oszillator

Al

Treiber

I V

f s

UCE LT} R f=—

—— g [ N
s
pu—_ )
Ugg,

e r

i I—"‘—ﬂ =_ .

‘|‘ —1 Fig. 4 Funktionsschaltung zur Messung des
Utrato t— Schaltverhaltens und deren Impulsverlauf
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BU 426 - BU 426 A

Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Anwendung: Schaltnetzteile

Besondere Merkmale:
@ In Dreifachdiffusions-Technik @ Kurze Schaltzeit
® Glaspassivierung ® Verlustleistung 70 W
@ Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

i

4,5 ‘ . | r J S I
= [T 1] | oy
e il ! f
! !
!
‘ W F—————r——3 — E Kollektor mit
L ) } D Montageflache verbunden
| ..
15 145 415 4 — — —+ Gehduse
| 15 A 3 DIN 41869
. | ’ (TOP 3)
| | Gewicht max. 5.5 g
| I |
—= 4,3 |
—= 33
20,7 16
Zubehdr

Isolierscheibe Best. Nr. 191131
Montageclip  Best. Nr. 191940

Absolute Grenzdaten BU 426 BU 426 A

Kollektor-Emitter-Sperrspannung

Rge <100 Q Ucer 800 900 \Y

Uces 800 900 Vv

Uceo 375 400 \Y

Kollektorspitzenstrom lem 10 A

Kollektorstrom Ic 8 A

Basisstrom Iam 4 A

T1.2/738.0584 D2
151



BU 426 - BU426 A

Gesamtverlustleistung
Tease =< 73°C

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Warmewiderstand

Sperrschicht-Gehause

KenngréBen

Tease = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom

UCE =800V BU 426

Uce =900V BU 426 A
T=125°C,

Ucg =800V BU 426

Uce =900V BU 426 A

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

Ilc =0.5mA, Rge <100 Q BU 426
BU 426 A
lc=100mA, Lc =125 mH
BU 426
BU 426 A

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le=1mA

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
lc=25A1g=05 A
lc=4 Alg=125A

Basis-Sattigungsspannung
Ic=4AIg=125A

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
UCE=5V, IC=0.6A

Transitfrequenz
UCE =10V, /c =200 mA
f=1MHz

Schaltzeiten
Ic=25AIg1=05A -lgp=1At,=20ps
Abfallzeit

Speicherzeit

D JTR =0.01,t,=03ms

Prot

Tstg

Rinuc

Ices
lces

Ices
Ices

Uricer
Uericer

Uryceo
Uryceo

UeRrjeBO

1
UCEsat )

)
Ucgsat !

1
Uggsat”

hee

fr

2

ts

1)
1)

800
900

375
400

70
150
—65..+150
Typ. Max.
1.1
1
1
2
2
1.5
3.0
1.6
30
10
0.3
35

2) Beim Abschalten induktiver Last unter Verwendung eines Riickschlagkondensators

152

°C
°C

KIW

mA
mA

mA
mA

MHz

us
ps



BU 508 - BU 508 A

Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Anwendung: Horizontal-Ablenk-Endstufen in Farbfernsehempféangern

Besondere Merkmale:
@ In Dreifachdiffusions-Technik
® Glaspassivierung
® Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

@ Kurze Schaltzeiten
@ Hohe Spitzenleistung
@ Verlustleistung 125 W

0,6 +0.05

Kollektor mit

E Montageflache verbunden

Gehéduse

15 14,5 415 | — Cc 15 A 3 DIN 41869
] e 6s (TOP 3)
) | Gewicht max.5.5g
i 1 °
J

3379

Zubehor

Isolierscheibe Best. Nr. 191131
Montageclip  Best. Nr. 191940

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 700 \
Uces 1500 Vv
Kollektorstrom, Mittelwert lcay 8 A
Kollektorspitzenstrom lem 15 A
Basisstrom, Mittelwert Igav 4 A
Basisspitzenstrom Igm 6 A
Negativer Basisspitzenstrom —Igm 2.5 A
Gesamtverlustleistung
Tease < 25°C Prot 125 w
Sperrschichttemperatur T 150 °C
Lagerungstemperaturbereich Tstg -65...+150 °C

T1.2/487.0484 D1

1563



BU 508 - BU 508 A

Warmewiderstand Min.
Sperrschicht-Gehause Rihic
KenngroBen
Tease = 25 °C
Kollektor-Emitter-Reststrom
7}= 125 OC, UCES= 1500 v ICES
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
lc=1mA Uerices 1500
Ilc =100 mA, Lc = 125 mH Ugryceo 700

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le =100 mA Uer)eBO 5

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
lc=45Alg=2A BU 508 Ucesat
BU 508 A Ucesat

Basis-Emitter-Sattigungsspannung

lc=45AIlg=2A Ugesat
Transitfrequenz

UCE =5V, IC = 100 mA,

f=5MHz fT
Kollektor-Basis-Kapazitat

UCB= 10 V, IC= 0,

f=1MHz CCBO

Schaltzeiten

Ic=45A,lg=16A,Lg=7 pH, Tease = 25 °C, siehe MeBschaltung

Speicherzeit ts
Abfallzeit t;
+150 V 84 4167
)
Lc=0,87mH ‘
Lg=7pH
— -
J offen 36 us

I geschlossen 28 us
-2V
MeBschaltung fiir: t;, tg

!

% =001,t,=03ms

Typ.

125

Max.
1.0 K/W
2 mA
\
\"
\
5 Y
1 \"
13 \Y
MHz
pF
us
us



BU 508 - BU 508 A

? 844268
tot
150
w
100
50
Fig.3
0 50 100 150 °C
Tcase—™
1 I 844168
11117
T 11
UCEsat Tease=25°C
[T]] 5 k=64
2A
1A \‘ 4A (
Y \.L i
v
\
1
N\ L]
\ e
\ N
0,1 ==
Fig.5
0,01 0,1 1A
IB —_—

f B84 4166
lc
10’
A
10° \
10"
N
_o UBE51OOQ
10 th=20ps
/'p
~—=<0,25
Tcase =25 °C T
1072
104 HiE™
1 10 100 1000 V
Ucg——
? 84 4169
UBEsat
6A
1 il
Haa{
v ’c=1A
0,1
Tease =25
Fig.6
0,01 0,1 1A
lg—
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BU 508 - BU 508 A

1 GLAALA ? 84 4170
hee heg
100 100
Uce=5V
Tcase=+125°C Tcase=25°C
1 +715°C
| l
WERE et} !
= +25°C ot Sy
N
s \\ \
10 10
AW
45V
Ucg=1,5V \
10V
1 1
Fig.7 ﬂ Fig.8
0,1 1 10 A 0,1 1 10 A
In — IC —
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BU 508 D

Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Anwendung: Horizontal-Ablenk-Endstufen in Farbfernsehempfangern

Besondere Merkmale:
® In Dreifachdiffusions-Technik
® Glaspassivierung
® Hohe Sperrspannung
@® Monolithisch integrierte Inversdiode

Abmessungen in mm

@ Kurze Schaltzeiten

@ Hohe Spitzenleistung
® Verlustleistung 125 W

L [

* 2
f

‘ =
,( \ e
- P
|
15 14,5 415 1 — -+ c
[ I
‘ f | ; 1150 5.5
| | R
‘ L | I Bem———=' 18
— T |
43 e 0.8 |
I N
3379 - 207 ————— - 16 — -———J
Zubehor
Isolierscheibe Best. Nr. 191131
Montageclip  Best. Nr. 191940
Absolute Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo
Uces
Kollektorstrom, Mittelwert lcav
Kollektorspitzenstrom lem
Basisstrom, Mittelwert IBav
Basisspitzenstrom Iam
Negativer Basisspitzenstrom =lgm
Gesamtverlustleistung
Tease = 25°C Piot
Sperrschichttemperatur T
Lagerungstemperaturbereich Tstg

T1.2/487.0484 D1

Kollektor mit
Montageflache verbunden

Gehause

15 A 3 DIN 41869
(TOP 3)

Gewicht max. 55¢g

700
1500

8
15
4
6
25

> > > > » <<

125
150
-65...+150

3

°C
°C

157



BU 508 D

Warmewiderstand

Sperrschicht-Gehause

KenngroBen

Tease = 25°C

Kollektor-Emitter-Reststrom

T;=125°C, Uggs = 1500 V

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
lc=1mA
Ilc =100 mA, Lc = 125 mH

Emitter-Basis-Durchbruchspannung

lg =100 mA

Basis-Emitter-Sattigungsspannung

IC=4.5A,IB=2A

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis

Ue=5V,Ic=25A
lc=45A

DiodendurchlaBspannung der
integrierten Schutzdiode

k=4A

Transitfrequenz

158

U(:E=5V, Ic= 100 mA,
f=5MHz

Kollektor-Basis-Kapazitat
UCB= 10V, Ic=0,
f=1MHz

t
”—$=oot¢=03ms

Rtnsc

Ices

Uryces
;
Ugryceo

UrieBo

1
UBEsat

Ur

fr

Ccso

)

Min. Typ.
1500
700
5
45
3.2
7
125

Max.

1.0

1.5

1.5

KIW

mA

MHz

pF



BU 508 D

tot

150

844268

100

50

Fig.3

50

100

150 °C
Tcase—™

f 844166
le
10
A
AN
10°
N
107" N
_2 Ugg=100Q
10 tp=20ps
/2 =0,25
Tcase =25 °C T
10°°
10 Fig.4
1 10 100 1000 V

159






BU 526

Silizium-NPN-Leistungstransistor
Anwendung: Getaktete Netzgeréte

Besondere Merkmale:
@ In Dreifachdiffusions-Mesa-Technik
® Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

4+ A »—.w‘%,/ ss8 7195

30,1

254 —
3263

Zubehor
Isolierscheiben  Best. Nr. 515390

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Sperrspannung

Rge =100 Q Fig. 5
Kollektorspitzenstrom Fig. 3
Kollektorstrom Fig. 3
Basisstrom

Gesamtverlustleistung
Tease = 25°C Fig. 2,3,4

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

T1.2/653.0484 D1

AL | 1
D J_
41
~—10,9 -—
85

@ Kurze Schaltzeit
@ Verlustleistung 86 W

Uceo
Uces
Ucer

lem
I

lem
~lsm

P tot

Tstg

Kollektor mit
Gehause verbunden

Normgehéause

3B 2DIN 41872
JEDEC TO 3
Gewicht max. 20 g

400 Vv
900 \
900 \

10 A

8 A

4 A

4 A

86 w

175 °C
~65...+175 °C
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BU 526

Warmewiderstand

Sperrschicht-Gehiuse

KenngréBen
Tease = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom
Uce =900V Fig. 7
T;=150°C, Ucg=900V Fig. 7

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

Ic =100 mA, Lc = 125 mH
Ic =0.5mA, Rge < 100 Q

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le=1mA

Kollektor-Sattigungsspannung
Ic=8AIlg=3A Fig. 8

Basis-Sattigungsspannung
IC=6A,IB= 125A

Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis

UCE=5V,IC=1A Fig.11
IC =4A
Transitfrequenz

Uce=10V,Ic =500 mA, f=1 MHz

Schaltzeiten
lc=4A,lg1=-lgg=125A,t,=20ps

Ausschaltzeit

Abfallzeit
lc=25A, Igy =0.5A, —dig/dt ~ 0.5 Alps,
dUce /dt = 500 V/ps Fig. 1

Ringc

Ices
Ices

2
Ugriceo?

Uer)cer
Uerieso
UCEsat 2
2)

UsEsat

heg
hee

fr

totf

t')

ts

Min. Typ.

400
900

10

Max.

1.75

e

45

0.25

KIW

mA
mA

MHz

us
ps

ps

Hinweise zur Berechnung der Speicherzeiten und Ausrdumstréme mit Speicherladungswerten Qg
aus Fig. 18 fiir induktive Kollektorlast, Ice = 2.5 A, und /g, Begrenzung durch Vorgabe von:

/ dig
=gy = 1.41 OS(BE) . E

1 +1/s2|
dis
dt

ts

" Beim Abschalten induktiver Last unter Verwendung eines Riickschlagkondensators

2 t—TD =001, 1,=0.1ms
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tp=20 s

p
—+=0,01

823115

125V

100 uF

-

10 kQ

Fig. 1 MeBschaltung fiir Schaltzeiten

ﬁ 84 2177
Rot
100
w
\
80 \\Rth.lc
N
60
\\\
40 N\
N
20
N
RthJA \
T NFig. 2
(] 40 80 120 160 °C
Tamb' Tcase —

47nF BYV 16

) L1 - 15 Wdg. ¢ 0.8 CuL
! und
L, — 3Wdg. ¢ 1.5 CuL
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30x 19
o.L.
L3 -3 }.IH
Ly — 63 Wdg. ¢ 1 CuL
auf Kern
36 x 22 AL 250
? P eeeee
T T T
lC Tcase=25 °C
i:,l = 0,01 H
10 <X [T 1
A \ \‘\‘ tp=1ps [
ANIIES
\ \ Y TT100us
1 \‘ \ T
\ \ /,/1 mswiA
N
\_\
\\\ /,10 ms
0,1
0,01 Ugg =0 LT
hBE$100 Q
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T
0,001 t
1 10 100 1000 V
Uce—
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BU 526

f 842168
Zthp
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; 1 - ﬂ
0,5
K/W —
- P 1 7
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? 82 2176
Ices
4
mA Ugg= 900V
§
3 4 -
|
-
2
/
1 ad
Fig.7
0 40 80 120 160 °C
Tcase—
? 822175
Uge
1,6 v
Uce
v Tcase™ 25 °C
1,2
/
/
0,8 iz
pteT] —T|
0,4
Fig.9
0
10 100 1000 mA
le—

? T 82217
T
T T
UCEsat Tcage=25 °C
10 7 i
v T
F—1{Ic=1AH1{ 2A [3A -{5A| 8A
l \
T
1 1 ’ 1
\ !
i | A
\ \
\ \
\
\ N
\ N
\ N
Fig. 8
0,1
’’10 100 1000 mA

lg——

? 822174
hee ucg=5V
100
i
T=+150 °C 1
s NN
L—T100 °c h
b—T"+25 °c
10 L G
~40 °c ] I
1 Fig.10
10 100 1000 mA
lc—->

165



BU 526

? s22173 1 111 s2ai7e
ug=125 v
hre tLoft o= 4 A
L 1 =1, =126 A
Tease= 25 °C 4 B! Bl:= 20 us tott_p 2]
S
*° [T] " P
lc=1 A
v
A
/ B
20
T
= 2
5A
/'
A )
10
A ; P
/ L e
Fig. 11 Fig. 12
(o} 8 16 24V (o] 40 80 120°C
Ucg— Tease—
? 822171 82 2172
tf.ton tg.toft torr
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16 T 2,0 /
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? 822170
I
2,0 Ugg =125V
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BU 536

Silizium-NPN-Leistungstransistor

Anwendung: Getaktete Netzgeréte

Besondere Merkmale:

@ In Dreifachdiffusions-Mesa-Technik

@® Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

4
|—-— 10,9 —»=i

254

3263

Zubehor

Isolierscheibe

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Sperrspannung

Rge< 100 Q
Kollektorspitzenstrom
Kollektorstrom

Basisstrom

Gesamtverlustleistung
Tease = 25°C

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Warmewiderstand

Sperrschicht-Gehéuse

T1.2/655.0484 D1

.

8,5

Best. Nr. 515390

@ Kurze Schaltzeit

@ Veriustieistung 62 W

1,6
——

l— 11,4 —=]

Uceo
Uces
Ucer

lem
le

Igm
~lem

Prot

Tstg

Rihsc

Kollektor mit
Gehause verbunden

Normgehéuse

3B 2DIN 41872
JEDECTO 3
Gewicht max. 20 g

480 \Y
1100 \Y
1100 \

10 A

8 A

4 A

4 A

62 W

150 °C
-65...+150 °C

Typ. Max.

2 KIW
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BU 536

KenngréBen T;,sc = 25 °C, falls nicht anders angegeben Min. Typ. Max.
Kollektorreststrom
Uee =1100V lces 1 mA
T=125°C, Uge=1100V Ices 2 mA
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Ic =100 mA, Lc = 125 mH Ugryceo? 480 \%
Ic=0.5mA Rge <100 Q Uericer 1100 \Y
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le=1mA Uerieso 6 v
Basis-Sattigungsspannung
lc=4AIlg=08A Uggsat? 2 \%
Kolliektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
Ucg=5V,Ic=1A heg 10
UCE =5 V, /C =4A hFE 5.5
Transitfrequenz
Uce =10V, lc =500 mA, f=1 MHz fr 10 MHz
Schaltzeiten Ic =4 A, Igy = -lgy = 1.25 A, t, =20 ps
Abfallzeit " 1 us
Ausschaltzeit toit 4 us
? 844267 t { e };?‘i 84 3124
1 1 I
-
PtOt Ic Tcase =25 °C
)
F=0,01| 1
100 th=1us
w 10 - ¢ % Sks FH
A N NN 0
kN 3\
\ \ A :v; 50 ps [T
75 \ | MW} 100ns M
YN
T 1 N\ ]
—IX A Vi § 500 pus [
A\ \ ]
I\ I
50 \ -1 ms 1T
.\ ¥ 5ms [ |]
N 0,1 |
\
25 \
Fig.1 0.01 |Fig-2
0 50 100 150 °C T 10 100 1000 V
Tcase— Uce ™™

" Beim Abschalten induktiver Last unter Verwendung eines Riickschlagkondensators

2 —’;— =001,t,=0.1ms
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BU 546

Silizium-NPN-Leistungstransistor
Anwendung: Getaktete Netzgeréte

Besondere Merkmale:
@ In Dreifachdiffusions-Technik @ Kurze Schaltzeit
® Hohe Sperrspannung @ Veriustieistung 100 W

Abmessungen in mm

C -
[ #1
/] | D Kollektor mit
4. _Pl —F\c?,/——— sgs #195 = - Gehause verbunden
B | E
\ { | o1 Normgehduse
i : 16,9) 3B 2DIN 41872
. | ] JEDEC TO 3
~~ ) Gewicht max. 20 g
41 1,6
|~-— 10,9 —=i —-——
254 —| 85 |w— 11,4 —oi
Zubehor

Isolierscheibe  Best. Nr. 515390

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Usrices 1300 Y
Ugryceo 550 Y,
Kollektorstrom Ic 6 A
Kollektorspitzenstrom lem 8 A
Basisstrom Ig 2 A
Basisspitzenstrom Iam 4 A
—Igm 4 A

Gesamtverlustleistung
Tease = 25°C Prot 100 w
Sperrschichttemperatur T 150 °C
Lagerungstemperaturbereich Tag -65...+150 °C

T1.2/006.0484 D3
173



BU 546

Warmewiderstand

Sperrschicht-Gehéuse

KenngroBen

Tcase = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom
UCE =1300V
T;=125°C, Uce=1200V

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

Ilc =100 mA, Lc =125 mH
IC= 0.5 mA, RBE <100Q

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le=1mA

Kollektor-Sattigungsspannung
lc=6AIlg=2A

Basis-Sattigungsspannung
Ilc=6Alg=2A

Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
UCE =2 \!, 'IC =32A
Uce=5V,Ilc=15A
UCE=5V'IC= 10 mA
UCE=3V,IC=4A

Transitfrequenz
Uce =10V, Ic =500 mA, f=1 MHz

Schaltzeiten

lcend = 3.2 A, Igend = 0,7 A, Tease = 25 °C siehe MeBschaltung

174

Abfallzeit

" _tTP— =001, t,=03ms

Min.
Rinsc
Ices
Ices
Ugryceo " 550
U(BR)CER 1300
Uer)eBO 6
Ucksat !
Usksat ?
TFE [§]
hee 8
hee 6
hee 55
fr

t

Typ. Max.
125 °C/W
1 mA
mA
\
Vv
\
1.8 Vv
2.0 \Y
10 MHz
0.5 us
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o —

84 4164

Fig. 1 Impulsdiagramm

| N 15V 84 4165
1 —0
e
2,7nF_l_
6 1000 V
33Q
TDA
4600
4 270 kQ
o
s 22k 100 pF ==
g
S 22pF 7 =0..15V ==8,2nF —= Ug=300
2 7 1kQ Regel =U- d S v
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a=t
1 2,2kQ S tp=1ps
‘ L L 4

Fig. 2 MeBschaltung fir: t;
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I l [ 833503
UcEsat Tcase=25°C
10
\'
1
¥
1 Ig=5A
SN
3A
\ 25A\\
24 ) ) N
N
A /\ \N::""\\
0,1 P .
|Fig.6
0,1 1A
IB—->
T - ‘]r 33506 }
|
heg
Ucg=2V
100 Tcase=25°C
1
[ | |
T ~
10—+ il NG
AN
H 1
1 Fig.8
0,01 0,1 1A I

T 823504
Use ”
10 il
v Ucg=2V 7]
P Tcase=25°C L‘
s
08 Vi
T
06 +—=T
0,4
Fig.7
0,2 g
0,01 01 1A
Ic—
T 823505
hpg
Ic=1A
15
/
pmmnte=]
,4// 01A| |
3a | |
I
10 p.
y.
/ Tcase=25°C
5
[0} Fig.9
0 10 20 V
Ucg—»

177



BU 546

178
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BU 705

Silizium-NPN-Leistungstransistor

Anwendung: Horizontal-Ablenk-Endstufen in Schwarz-WeiB-Fernsehempféangern

Besondere Merkmale:

® Hohe Sperrspannung
@ Spitzenleistung
@ Verlustleistung 10 W

Abmessungen in mm

@ In Dreifachdiffusions-Technik

@ Glaspassivierung

4.5‘ . F \J —L—'—'_——‘ *
P T A
i —y— v ¢

3379

20,7

Zubehor

Isolierscheibe Best. Nr. 191131
Montageclip  Best. Nr. 191940

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Sperrspannung

Kollektorstrom, Mittelwert
Kollektorspitzenstrom
Basisspitzenstrom

Negativer Basisspitzenstrom

Negativer Basisstrom, Mittelwert
tay <20 ms

Uceo
Ucesm
leav
Iem”
lem

~lgm

~Igav

" StoBspitzenstrom bei Bildrohren-Uberschldgen max. 5 A
T1.2/709.0484 D1

E
¢ Kollektor mit
iMontagefiache verbunden
B Gehduse:
15 A 3 DIN 41869
(TOP 3)

Gewicht max. 5.5 g

700
1500

25
3.0
25
1.5

> >» » » <<

0.1

179



BU 705

Gesamtverlustleistung
Tease =< 25°C

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Warmewiderstand
Sperrschicht-Gehause

KenngroBen
Tease = 25°C

Kollektorreststrom
Ucesm, Uge =0V

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

lc=1mA
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Basis-Emitter-Sattigungsspannung

Ic=2AIlg=1A
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis

Ue=5V,Ic=2A
Transitfrequenz

UCE =5V, IC =100 mA,

f=5 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat

Ucg= 10V, f=1MHz

Abfallzeit
lc=2Alg=1A%

Prot 78
T 150
Tstg -65...+150

Min. Typ. Max.
Rinac 1.6
Ices 1
Uer)eBo 5
UBEsata) 1.5
hFE 2.0
fr 7.5
CcBo 80
t; 0.75

°C
°C

KIW

mA

MHz

pF

HS

2 Die Induktivitat im Basiskreis und die rechteckférmige Ansteuerspannung sind so zu wihlen,

daB sich eine Speicherzeit t; = 10 ps ergibt.

t
3 7" =0.01,t,=03ms
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Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Anwendung: Schaltnetzteile

Besondere Merkmale:
@ In Dreifachdiffusions-Technik
® Glaspassivierung
® Hohe Sperrspannung

® Kurze Schaltzeit

Abmessungen in mm

0,6 +0,05
| \
ja % , r Y 1 l E‘L——"‘—‘—*
i ; ’ JJ 1 e
_ohs— !
Il
=]
| Y= t—3
|
|
|
e — — et ——3
|
| % 150 55
l p ol
| _:1,—_"‘_—:':-7 — 1
L AN l 't
0.8 L
—= 33
3379 20,7 ——— _._L ,,,,, 16
Zubehor
Isolierscheibe Best. Nr. 191131
Montageclip  Best. Nr. 191940
Absolute Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Ucer
Rge =100 Q Uces
Uceo
Kollektorspitzenstrom lem
Kollektorstrom Ic
Basisstrom Iam
~lgm
Gesamtverlustleistung
Tcase =25°C Pto\
Sperrschichttemperatur T
Lagerungstemperaturbereich Tstg

T1.2/711.0484 D1

® Verlustleistung 100 W

Kollektor mit
Montageflache verbunden

Gehéduse

15 A 3 DIN 41869
(TOP 3)
Gewichtmax. 5.5 g

1100 \
1100 \
480 \

10 A

8 A

4 A

4 A

100 w

150 °C
-65...+150 °C
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Warmewiderstand

Sperrschicht-Gehause

KenngroBen

Tcase = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom

T,=125°C,

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

Ucg=1100V
Uce=1100V

Ic =100 mA, Lc =125mH

Ilc=0.5mA,

Emitter-Basis-Durchbruchspannung

IE=1 mA

Rge <100 Q

Basis-Séttigungsspannung
Ilc=4AIg=08A

Kollektor-Basis-Gleichstromverhdltnis

UCE=5V,IC=1A

UCE=5V,IC=4A
Transitfrequenz

1. =10\ I_ — ENN mA

Uce =10V, Ic =500 mA,

f=1MHz

Schaltzeiten

Ilc=4A, Igq =-lgo=125A, tp=20 us

Abfallzeit

Speicherzeit

t
"2 =001t
T

=03ms

Min.
Rthic
Ices
Ices
Ugryceo 480
Urycer 1100
UerjEBO 6
Upgsat ”
hee 10
hee 55
fr
t?
ts

Typ. Max.
1.25
1
2
2

10
1
4

2 Beim Abschalten induktiver Last unter Verwendung eines Riickschlagkondensators

182

KIW

mA
mA

MHz

ps
ps
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BU 903

Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Anwendung: Schaltnetzteile

Besondere Merkmale:

@ In Dreifachdiffusions-Technik

® Glaspassivierung
@ Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

@ Kurze Schaltzeit
® Verlustleistung 125 W

0,6 +0,05

] Py —

e

15 14,5 4,15  — -

3379 20,7

Zubehor

Isolierscheibe Best. Nr. 191131
Best. Nr. 191940

Montageclip

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Sperrspannung

Koliektorstrom
Koliektorspitzenstrom

Basisstrom
Basisspitzenstrom

Gesamtverlustleistung
Tcase =25°C

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

T1.2/729.0784 B1

Uces
Uceo

lem

lam
+igm

~lgm

Prot

Tstg

Kollektor mit

Montageflache verbunden

Gehéuse
15 A 3 DIN 41869
(TOP 3)

Gewicht max. 5.5 g

1300 \
550 \%

6 A

8 A

2 A

4 A

4 A

125 w

150 °C
-65..+150 °C
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BU 903

Waéarmewiderstand

Sperrschicht-Gehause

KenngroBen

Tease = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom

UCE= 1350V
Tj=125°C, Ucg = 1350V

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

Ic =100 mA, Lc = 125 mH
Ic = 0.5 mA, Rge < 100 Q

Emitter-Basis-Durchbruchspannung

le=1 mA

Kollektor-Sattigungsspannung

Ic=6AIg=2A

Basis-Sattigungsspannung

/c=6A,/B=2A

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
UCE=2V, /C=3.2A
Uce=5V,Ilc=15A
UCE=5V1 Ic=10 mA

UCE=3V,IC=

Transitfrequenz

Uce =10V, Ic = 500 mA,

=1 MHz

Schaltzeiten

Rtnsc

Ices
Ices

Ugryceo 550

UerjeBo 6
1
UCEsat J

1
Usksat !

ao®mo

fr

Icend = 3.2 A, Igeng = 0.7 A, Tease = 25 °C, siehe MeBschaltung

Abfallzeit

Fig. 1 Impulsdiagramm

t,
" —Tp =001,t,=03ms

188
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Typ.

10

Max.
1.0 K/IW
1 mA
mA
\
\
\'%
1,8 \'
2,0 \Y
MHz
0.5 Hs
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BU 903
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BU 908

Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Anwendung: Schaltnetzteile

Besondere Merkmale:
@ In Dreifachdiffusions-Technik
® Glaspassivierung
@® Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

@ Kurze Schaltzeit

® Verlustleistung 125 W
@ Hohe Spitzenleistung

0,6 20,05

j—

4,5

e g
)

——

b

15 14,5 4,15

-

\
|
|

ﬂ 4.3 —

3379 20,7

Zubehor

Isolierscheibe Best. Nr. 191131
Montageclip  Best. Nr. 191940

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Sperrspannung

Kollektorstrom, Mittelwert
Kollektorspitzenstrom
Basisstrom, Mittelwert
Basisspitzenstrom

Negativer Basisspitzenstrom

Gesamtverlustleistung
Tcase = 25°C

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

T1.2/489.0484 D1

Uceo
Uces

leav
lem
lsav
lem

~lsm

Prot

Tstg

Kollektor mit
Montageflache verbunden

Gehause

15 A3 DIN 41869
(TOP 3)
Gewichtmax. 5.5 g

700
1500

8
15
4
6
2.5

> >» >» » >» <<

125 w
150 °C
-65...+150 °C
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BU 908

Min.

Typ.

Max.

1.0

K/Iw

Warmewiderstand
Rtnic

Sperrschicht-Gehaduse

U(BR)CES 1500
Ugryceo ' 700

KenngroéBen
Tease = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

lc=1mA
lc =100 mA, Lc = 125 mH
Kollektor-Emitter-Reststrom

TJ = 12500, UCES= 1500V
UerjEBO 5

Ices

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
e =100 mA
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
lc=32AIg=08A
Basis-Emitter-Sattigungsspannung
lc=45AIlg=2A

;
Ucesat”

1
UBEsat )

Transitfrequenz
UCE =5V, IC =100 mA,
fr

f=5MHz

Kollektor-Basis-Kapazi
UCB =10 V, Ic = O,

itat
1MHz CcBo

D:

[

Schaltzeiten
Icend = 3.2 A, Igeng = 0.7 A, Tcase = 25 °C, siehe MeBschaltung
1]

Abfallzeit

125

84 4164

Fig. 1. Impulsdiagramm

t
" 2 =001,t,=03ms
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BUT 54

Silizium-NPN-Leistungstransistor
Anwendungen: Getaktete Netzgerate, Lampenansteuerschaltungen

Besondere Merkmale:
@ In Dreifachdiffusions-Technik @ Kurze Schaltzeit
@ Glaspassivierung @ Verlustleistung 100 W
@ Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

o Kollektor mit
48 ) — . Montageflache verbunden
foros [T T T T 248
i | Normgehause
14 A 3 DIN 41869
—T 1 0,75 +01
_____ ; J ‘ .!EDEC TO 220
L | : ______T_M_J_f E Gewicht max. 2.5g
I
10 35t +ff———+—Feo——m—— —j—-j [
* 2,54
+ |
_____ g po
—e! 2,9 |=— —i 47 o1
o 5,3——J
16 12,2 1 3377
Zubehor
Isolierscheibe Best. Nr. 564 542
Absolute Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 430 \Y
Uces 800 Vv
Rge <100 Q Ucer 800 \Y
Kollektorspitzenstrom Iem 10 A
Kollektorstrom Ic 8 A
Basisstrom Igm 4 A
~lgm 4 A
Gesamtverlustleistung
Tease = 25°C Piot 100 W
Sperrschichttemperatur T 150 °C
Lagerungstemperaturbereich Tstg -55..+150 °C

T1.2/404.0484 D4
197



BUT 54

Warmewiderstand

Sperrschicht-Gehéduse

KenngroBen
Tease = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom
UCE =800V
T;=150°C, Ucg =800V

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

Ic =100 mA, Lc =125 mH
Ic=0.5mA, Rge <100 Q

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le=1 mA

Basis-Sattigungsspannung
lc=4A,lg=08A

Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
UCE=5V1IC= 1A
UCE=5V,IC=4A

Transitfrequenz

eque

Uce=10V,Ic =500 mA, f=1 MHz

Schaltzeiten
IC=4 A, IB1 = —‘I32= 1.25 A, tp= 20 MuS

Ausschaltzeit

Abfallzeit
lc=25A,lg1=0.5A, —dig/dt ~0.5 Alys,
dUcg/dt =500 V/ps Fig. 1

Rinac

lces
lces

2
Ugryceo?

Usr)cer

Uerjeso
2

UBEsat )

hee
hee

fr

tott
ti")

Min. Typ. Max.
1.25
1
2
430
800
6
2
20 45
5.5
10
4
1
0.25

KIW

mA
mA

MHz

us
us

us

Hinweise zur Berechnung der Speicherzeiten und Ausrdumstréme mit Speicherladungswerten Qg g,
fiir induktive Kollektorlast, Icg = 2.5 A, und -Ig; Begrenzung durch Vorgabe von:

dig
“ls2 =141V Qseg) G|~

¢ _Is1 +lso|
*~ s
dt

" Beim Abschalten induktiver Last unter Verwendung eines Riickschlagkondensators

2 _pr_ >0.01,t,= 03 ms
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BUT 54

125vT Ly — 15Wdg. ¢ 0.8 CuL
wgiw — und
4 é[m kQ Ly - 3 de ® 1.5CulL
1 auf Kern
Al e B 30x190.L.
—p=0,0\
T L3 -3 HH
1V s00V/s L4 - 63 de @ 1 CuL
o_l_‘_ o auf Kern
! 36 x 22 AL 250
Fig. 1 MeBschaltung fir Schaltzeiten
i‘ 843894 ? 843473
[ [ 1
Ic Tcase=25 °C 'CES
'?p =0,01
10 XTX - 4
A AR W tp=1ps [ mA Ugg= 900 V
b Y I
N
NANIIER
\ \ N+ 100 s
1 \ \ 1 3 l
\ \ /’/1 ms [T
AN |
N\
0,1 \ \Y B L 10 ms 2
N
N\ /
” 4
0,01 1 -
Ugg=0 —
Rgg = 100 Q
lps 2ms
v
Fig. 2 ] o,
0,001 L || fo.d
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Ucg— Tcase —=
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BUT 54

1 HHH 843474 1 843475
I EEAR
T
UCEsaf Tease=25 °C UBE
1,6 »
Ugg= 2
v Tcase™ 25 °C
10
\")
—Ic=1AHH 2A 3A |H5A| 8A 1,2 )
1 \
|
\ v
\ 0,8 /‘
1 A 1 1 ____/’ I
\ \ \
\\ \
\ \ \‘ 0,4
A LN
\ \h.
| Fig.4 Fig.5
0,1 0
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heg Ucg=5V hre
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30
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100 Ic=1A
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] J_LU- N 2044
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7
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BUT 54

l l I 843478 ? 843479
Ug=125V
tf"Off Ic= 4 A tfvton
F— Igy="lg2=1.25 A ]
4 tp= 20 s 'o}rﬁ— 1,6 =
s Pl ps| —— '
e —_——— ‘On
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| A
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/] T N R S /
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Fig. 8 Fig.9
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us f Ug=125V
Ic= 4A
Ig1=~lg2 = 1,25 A
1,6 [ Tease= 25 °C
=
1,2 I

0,8
't
—(—
0,4 >
/£
[
Fig.10
(o] 10 20 30 40 us
tp———>

201






BUT 56 - BUT 56 A

Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Anwendung: Getaktete Netzgeréte

Besondere Merkmale:

@ In Dreifachdiffusions-Technik

@ Glaspassivierung
@ Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

@ Kurze Schaltzeit

@ Verlustieistung 100 W

*o.swm

- |

2,45

<_
I
o
»
Ll

f

11 0,75 o1
E

10 35+{+ —t
2,54
________ L B
T ! | ?—f
L_—
—— 2,9 |=— —| 47 e o
[ 5, 8 ——
16 12,2 3317
Zubehor
Isolierscheibe Best. Nr. 564 542
Absolute Grenzdaten BUT 56
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 400
Ucks 800
Rge <100 Q Ucer 800
Kollektorspitzenstrom Iem
Kollektorstrom Ic
Basisstrom Igm
—lgm
Gesamtverlustleistung
Tease = 25°C Prot
Sperrschichttemperatur T
Lagerungstemperaturbereich Tstg
Warmewiderstand Min.
Sperrschicht-Gehéduse Ringc

T1.2/237.0484 D2

Kollektor mit
Montageflache verbunden

Normgehause

14 A 3 DIN 41869
JEDEC TO 220
Gewichtmax.2.5¢g

BUT 56 A
450
1000
1000
10
8
4
4
100
150
-55..+150
Typ. Max.
1.25

>>» >» » <<<

3

°C
°Cc

KIW
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BUT 56 - BUT 56 A

KenngroBen

Tease = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom
UCE = 800V
UCE =1000V
T7=150°C, Ucg= 800V
Ti=150°C, Ucg= 1000V

BUT 56
BUT 56 A
BUT 56
BUT 56 A

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

Ic =100 mA, Lc =125 mH

Ilc =0.5mA, Rgg =100 Q

BUT 56
BUT 56 A

BUT 56
BUT 56 A

Emitter-Basis-Durchbruchspannung

le=1mA

Basis-Séttigungsspannung
lc=4AIlg=08A

Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis

Ue=5V,lc=1A
Ue=5V,Ic=4A
Uce=2v,Ic=3A

Transitfrequenz

Uce =10V, Ic = 500 mA, f=

Schaltzeiten

BUT 56
BUT 56 A

1 MHz

lc=4A, Ig;=~lgp=1.25A, t, =20 ps

Ausschaltzeit

Abfallzeit

lc=25A,Ig1 =05A, —dig/dt =~ 0.5 Alps,

dUcg /dt = 500 V/ys

Fig. 1

Ices
lces
Ices
Ices

1
Ugryceo

)

1
Ugryceo !

Uericer
Urycer

UirjeBO
1
U BEsat )

hee
heg
hee

fr

400
450

800
1000

15
55

Max.

NN = -

45

0.25

mA
mA
mA
mA

MHz

s
s

us

Hinweise zur Berechnung der Speicherzeiten und Ausrdumstrome mit Speicherladungswerten Qggg,)

aus Fig. 18 fiir induktive Kollektorlast, Icg = 2.5 A, und —Ig; Begrenzung durch Vorgabe von:
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2) Beim Abschalten induktiver Last unter Verwendung eines Riickschlagkondensators

/ dig
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ts

LY +ig2l
%

dt



BUT 56 - BUT 56 A

823115

Fig. 1 MeBschaltung fur Schaltzeiten

I

T
I
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111843512
11
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L
P .

o,
[T 1

A

tp=1ps "-—

T10 Hs

- —/‘¢

.|

[ 100 us

T

l -1ms

:

7
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"
2

0,1
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1]

0,01

o 11
Ugg=0

Rn,-<100 Q
BE

Fig. 2

tp= 2ms

0,001
1

10

100

N
1000V
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auf Kern
30x19o0.L.
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36 x 22 AL 250
t 843473
Ices
4
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L
3
/
2
/
A
1
Fig.3
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BUT 56 - BUT 56 A

? = 843474
T
T
UCEsat Toase™25 °C
10
\"
F— tc=1AHH 2A 3A H5A] 8a
LF [Ty il
1 \ n
1
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\ L
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BUT 56 - BUT 56 A

J I ] 843478 ? [ ] 843479
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BUT 93

Silizium-NPN-Leistungstransistor

Anwendungen: Getaktete Netzgerate, Lampenansteuerschaltungen

Besondere Merkmale:
@ In Dreifachdiffusions-Technik
® Glaspassivierung
@ Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

@ Kurze Schaltzeit
@ Verlustleistung 55 W

‘0_540.03
s - —
—r 2,4
p s [T T s
! ' N

o,75w.|$

———7 E

2,54

N — 1

i

0,1

Zubehor

Isolierscheibe Best. Nr. 564542

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Sperrspannung

Emitter-Basis-Sperrspannung

Kollektorstrom

Kollektorspitzenstrom

Basisstrom

Gesamtverlustleistung
Tease =25°C

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

T1.2/226.0484 D2

3377

Uceo
Uces
Ueso

lem

Kollektor mit
Montagefldche verbunden

Normgehaduse

14 A 3 DIN 41869
JEDEC TO 220
Gewichtmax.2.5¢g

350 \
800 \"

5 \

4 A

6 A

2 A

2 A

55 w

150 °C
-65..+150 °C
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BUT 93

Warmewiderstand

Sperrschicht-Gehiuse

KenngroBen
Tcase = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom
UCE =800V
T=125°C, Ucg =800V

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

Ic =100 mA, Lc =125 mH
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le=1mA

Kollektor-Sattigungsspannung
Ilc=300mA, Ig= 30mA
Ilc= 3A, Ilg=750mA
Basis-Sattigungsspannung
Ilc=1AIg=02A
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
UCE=2V1IC= 1A

Transitfrequenz
Uce =10V, Ic =500 mA, f=1 MHz

Schaltzeiten

Rinsc

Ices
Ices

1
UeRr)ceo
UeRrEBO

Uckesat
1
UCEsat )

UB Esat

Ilc=1A, Ig; =200 mA, —Ig; = 400 MA, Toase = 25 °C

Speicherzeit

Abfallzeit

t
n —Tp =001, t,=0.1ms

210

ts
t

)

350

10

Typ.

0.3

Max.

2.25

200
1.5

KIW

pA
mA

MHz

s
us



BUT 93

? 82 312
UCEsat
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VvV | e !
5 \ i
|
1
A
0,5
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"
1 N -30°C
= \”
10
5 il
i
1
0,01 0,1 1A
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? 82 3120
Uge Ycg =2V
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IRRNIERY// )
+25°C / (
0,8 Dt
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le—
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heg
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—
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7
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BUV 30

Silizium-NPN-Darlington-Leistungstransistor

Anwendungen: Allgemeine Schaltanwendungen bei hohen Spannungen, elektronischen Ziindungen

fiir diverse Benzin-Motoren.

Besondere Merkmale:
@ Dreifachdiffundiert
® Glaspassivierung

Abmessungen in mm

@® Monolithischer NPN-Darlington
@ Hohe Sperrspannung

—

2,45

10 3,51

}

0,75 :u,}

Zubehor

Isolierscheibe Best. Nr. 564542

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Sperrspannung

Emitter-Basis-Sperrspannung

Kollektorstrom

Basisstrom

Gesamtverlustleistung
Tease <25°C

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Warmewiderstand

Sperrschicht-Gehause

T1.2/657.0484 D2

Tstg

Rinsc

‘0'51»0.0:

3377

Min.

813280

700Q 100 Q

Normgehause

14 A 3 DIN 41869
JEDEC TO 220
Gewicht max.2.5g

400 \

5 \

8 A

25 A

25 A

83 w

150 °C

-40...+150 °C
Typ. Max.

1.5 KIW
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BUV 30

KenngroBen

Tcase = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom
UCE =400V

Uce =400V, Tymp = 125°C
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

U,=410V,Ic=7A,Lc=53mH Fig.1,5,6
Emitter-Basis-Durchbruchspannung

lg=25mA

Kollektor-Sattigungsspannung

Ilc=5A, Ig =250 mA

Basis-Sattigungsspannung
lc=25A,Ilg=50mA

Kollektor-Basis-Gleichstromverhltnis

Ue=2V,Ic=25A
UCE=2V,IC=5A

Induktive Energie

Uz=410V,lc =8A,Lc=53mH,

Schaltzeiten

Tamb = 25°C

Ausschaltzeit
Us=125V,Ic =3 A,
Igy = =Ilgo =10 mA

3 Impulse
t

p
- =0,1
tp=10 ms

Fig. 1 MeBschaltung fiir: Ugpyceo, EL

214

Min. Typ. Max.
Iceo 0.25 mA
ICEO 2 mA
U(BR)CEO 400 \"
Uer)eso 5 \
UcEsat 1.75 \%
Uggsat 2.0 \%
hee 250
E. 170 mWs
Lot 25 us
84 4371
IC=8A Lc=5,3 mH
~
L Uz=410V J\ Ugqy=0...30 V Z
"'7
~—( -
q—D Ur) ceo
8RR
100
mQ
* 5w




BUV 30
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y
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R)R" “'PR
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100°C
//
100
/
/
8R)R
50
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U
Yer) ceo on CEsat
fon 8 i Tcase=25°C
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\ 10
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AN \
N NSRININS N
\ il
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BUV 30

f 813289 t 813290
Uge hee
30 Upp = 2V
Vv CE _ Toase= + 150 °C (/"' \
i 1000 +100 °C N
VAW, "\
+ 25°C/
s ~AW
20 !_—4 - 30°C 7/ \\
Tease =" 30 °c il /
= At (V47
1 e, / Y =2V
- +25°C—3 H 100 / / il
LLH 1/ ,I’ 7 HH
+100°C LA
1,0 1L e - /7 i
1 __--/r]’ ,/l, /'
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/ / i
Ll //
0 Fig.9) Fig.10
10 100 1000 mA 10 100 1000 mA
|~ fa—
C o
? 813291
hFE Tease= 25°C
e
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1500 2TV
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/ Ic=1a_| L
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/
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|
00
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BUV 47

-BUV 47 A

Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Anwendung: Schaltnetzteile, Inverter, Motor- und Relaistreiber

Besondere Merkmale:
@ In Dreifachdiffusions-Technik @ Kurze Schaltzeit
@ Glaspassivierung @ Verlustleistung 120 W
® Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

0,6 +0,05

15 14,5 4,15 |+ —
! e~
— 4,3
3379
Zubehor

Isolierscheibe Best. Nr. 191131
Montageclip  Best. Nr. 191940

Absolute Grenzdaten BUV 47
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 400
Uckes 850

Emitter-Basis-Sperrspannung Uego
Kollektorstrom, Mittelwert lcav
Kollektorspitzenstrom lom
Basisstrom, Mittelwert Igav
Basisspitzenstrom Ism

=lgm

T1.2/792.0784 D1

Kollektor mit

Montageflache verbunden

Gehause:

15 A 3 DIN 41869
(TOP 3)

Gewicht max. 5.5 g

BUV 47 A

450
1000

-

N W o © N
>>» >» » > < <<
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BUV 47 - BUV 47 A

Gesamtverlustleistung
Tcase = 25°C

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Warmewiderstand

Sperrschicht-Gehduse

KenngroBen

Tcase = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom
Ucg= 850V BUV 47
Ucg= 1000V BUV 47 A

Tease = 125°C,
Uce= 850V BUV 47
Ucg = 1000V BUV 47 A

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

lc=1mA BUV 47
BUV 47 A
Ic =100 mA, Lg = 125 mH
BUV 47
BUV 47 A

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le=1mA

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
lc=5Alg=1A

Basis-Emitter-Sattigungsspannung
IC =5A, IB =1A

Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
UC =3 V, IC =8A

Transitfrequenz
UCE= 10V,IC= 1A

Kollektor-Basis-Kapazitat
Ucg=10V,lg=0,f=1MHz

n ’—Tp 0.02, t, = 300 s

P tot

Tstg

Rinac

Ices
Ices

Ices
Ices

Uerjces

U{Bn\nce

R)CES

]
URryceo

)

1
Ugryceo

UerjEBo

1
UCEsat )

1
UBEsat )
hee

fr

Ccro

120 w
175 °C
—65..+175 °C

Min. Typ. Max.
1.25 KIW

0.5 mA
0.5 mA

1.5 mA
1.5 mA

850 v
1000 Y

400 Y
450 v

15 \"

3.2 v

7 MHz

150 pF



Schaltzeiten

Tcase = 25°C

Ohmsche Last

UCE=150V
Ic=5Alg=1A

Einschaltzeit

Speicherzeit

Abfallzeit

Induktive Last

Uce =300V, —Uggott =5V, Lg =3 pH
IC=5A¢IBend= 1A

Speicherzeit

Abfallzeit
1 844313
Fiot
150 |-
w
\
100
\\ Rihac
N
50
\\
AN
(o] 50 100 150 °C
Tcase

t

BUV 47 - BUV 47 A
Min. Typ. Max.
0.4 us
1.8 us
0.4 08 ps
25 ys
0.9 us
1 HHE—] ot |
1
| F
Ie ! il
Tcase =25 °C
10 ‘ o
A N
1
\
\ T i
i
\
T
091 N L
A Y LHH
N
0.0 10 100 V
Uce —™
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BUV 47 - BUV 47 A

? 84 4280 ?
84 4283
UcEsat Ugesat
5
Tease =25°C v
T
il
] 05A 1A A lg=10A Tease =25°C
v 3A 4: 5A ?’
o5 ll l‘ 10 A #—‘
’ > 7A A E
\ et 1 5A
\ LA = > AT
\ \ N =P 1A L
\ ™ — Ic=05A
0,1 A\ 0,5
NCTHEN
N
0,05 S
-
0.1
0,01 0,1 1A IB—> 0.01 0,1 1A
lg —
644304 [ IIIHII‘{ 844305
h Ugg=t0v |
UBE FE Toase = +125°C
50 +100 °C
1,5 i Y
T, =25°C 4
v case Litrt /A— Ny
Uee =15V~ , L | N
Il/ 10V 0 c LA ™
/AR il +18°
45V +50°C
1,0 l{/\ 10 y +25°C
/ 1 -257c
| et fit 5
0,5
EX 1 10 A !
’ R 0,01 0,1 1A
le —
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BUV 47 - BUV 47 A

? 844279
heg
50 Tcase =25°C
T 7] NN
IR
vog =15V \ \\\ a5V
\\~ =20V
\ \ va 1
10 L1 sy
“‘
\
\
5 \
1
0,1 1 10 A

25

20

15

10

T 84 4282
1A
\ |
/ gt
4A
P
1
>
7
/ pd
AR, A
y. AL P
/ P
4 1
/ P
A
V|
Y |ic=104
Tease =25°C
10 20 30 40V
Yce
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BUV 48 - BUV 48 A

Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Anwendung: Schaltnetzteile, Inverter, Motor- und Relaistreiber

Besondere Merkmale:
@ In Dreifachdiffusions-Technik
@ Glaspassivierung
® Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

@ Kurze Schaltzeit
@ Verlustleistung 150 W

0,6 +0,05

15 14,5 415 +—+ 1+ —f———— -+
|
l 55
|
| e =————= B
‘ L L |
0.8
= |
3379 20,7 — 16
Zubehor
Isolierscheibe Best. Nr. 191131
Montageclip  Best. Nr. 191940
Absolute Grenzdaten BUV 48
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 400
Uces 850
Emitter-Basis-Sperrspannung Ueso
Kollektorstrom, Mittelwert lcav
Kollektorspitzenstrom Icm
Basisstrom, Mittelwert Isav
Basisspitzenstrom Igm
=lgm

T1.2/794.0784 D1

15
30

20

Kollektor mit

f c Montageflache verbunden

Gehéduse:

15 A 3 DIN 41869
(TOP 3)
Gewichtmax. 5.5 g

BUV 48 A

450
1000

>> >» > > < <<
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BUV 48 - BUV48 A

Gesamtverlustleistung
Tease = 25 °C

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Warmewiderstand

Sperrschicht-Geh&use

KenngroéBen

226

Tease = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom
Uge= 850V BUV 48
Ucg = 1000V BUV 48 A

Tease = 125°C,
Uce= 850V BUV 48
Ucg = 1000V BUV48 A

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

lc=1mA BUV 48
BUvV4g A
Ilc =100 mA, Lc =125 mH
BUV 48
BUV 48 A

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le=1mA

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

Ic=10A,lg=2A BUV 48
lc= 8AIlg=16A BUV 48 A
Basis-Emitter-Sattigungsspannung
lc=10Alg=2A BUV 48
lc= 8A lg=16A BUV 48 A
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
Uce=35V,Ic=10A BUV 48
Uce= 5V,Ic= 8A BUV48 A

Transitfrequenz
UCE= 1OV,IC= 1A

Kollektor-Basis-Kapazitat
UCB= 10V, IE=0,f= 1 MHz

B t—Tp = 0.02, t, = 300 ps

P tot

Tetg

Rinic

lces
Ices

lces
Ices

Urjces

~{BR)CES

;
Uryceo

)

1
Ugryceo

Uer)eBo

1

UCEsat )
1

UCEsat )

1
UBEsal )

1
UBEsat )

hee
hee

fr

Ccro

150
175
—65..+175

Min. Typ.
850
1000
400
450
7
3.75
5

5

250

W

°C

°C
Max.

1.0 K/W
0.5 mA
0.5 mA
2.0 mA
2.0 mA

\

vV

\

\

\Y

1.5 \%
1.5 \Y
1.6 \
1.6 \Y
MHz

pF



BUV 48 - BUV48 A

Schaltzeiten

Tease = 25°C

Ohmsche Last

UCE= 150V
lc=10A,Ig=2A BUV 48
lc= 8A/Ilg=16A BUV 48 A

Einschaltzeit

Speicherzeit

Abfallzeit

Induktive Last

Uce =300V, —Uggost =5V, L = 3 pH

Ilc=10A, lgena=2A BUV 48
lc= 8Algena=16A BUX48A

Speicherzeit

Abfallzeit

? 844314
Prot

150 \

w \

\\
\\
\\
\ "tnhac
100
\\
\
\\
\\
N\
50 \
\\
N\
\
N
\
0] 50 100 150 °C
Tcase =

ts
ts

ts
t

Min. Typ. Max.
0.8 us
2.5 us
0.5 0.8 us
3.0 us
0.1 us

? 844315
le
Tcase =25°C
10 S===t
A H
\
1 S maEi
i AR
AN
N
0,1 &
0,01
1 10 100 V
Uce—
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BUV 48 - BUV 48 A

f 84 4286
Ucesat
Ease=2soc
0,54 | 1A ‘QA lc=124
:, 1 3A I“I 6A l
0,5 \
N T
N~
N /
\ \\-— .
N L
0,1 \ =
N
0,05 1 -
N
0,01 0,1 1A
1o —
B
? 84 4288
Use
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1,5
Ugg =15 V4
v [1/, 10V
/Bl
//ﬁ\\Asv
/)
1,0
T
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0
0,1 1 10 A
e
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? 844287
Uggsat
5
v N
|
L
Tcase =25°C
12A %ﬁ
9A ﬁ%
6A
1 | 1
= 3A [l
7 1A
Ic=0,5A
0,5
0,1
0,01 0,1 1A
 J—
‘s =
T T TITIMI —owanen
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heg -
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+100 °C
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5
1
0,01 0,1 1A
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BUV 48 - BUV48 A

# 84 4290
heg
50 )‘”‘
Tease =25°C
it
1 ;:
Ugg =15V NN
. \: \\\ 45V
10 \\‘ 20 v
\\
\\
N\ v
A\‘ 5V
5
\
1
0,1 1 10 A
e —
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/ 4A
/ T A i
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/
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BUV 93

Silizium-NPN-Leistungstransistor
Anwendungen: Schaltnetzteile, Lampenansteuerschaltungen

Besondere Merkmale:
@ In Dreifachdiffusions-Technik @ Kurze Schaltzeit
@® Glaspassivierung @ Verlustleistung 15 W
® Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

L3

Normgehéause

14 A 3 DIN 41869

JEDEC TO 202

Kollektor mit Montagefldche verbunden Gewicht max. 1.8 g

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 350 \%
Ucks 600 \Y
Emitter-Basis-Sperrspannung Uero 5 \
Kollektorstrom Ic 4 A
Kollektorspitzenstrom lcm 6 A
Basisstrom Is 2 A
-Ig 2 A

Gesamtverlustleistung
Tcase = 25°C Ptot 15 W
Sperrschichttemperatur T 150 °C
Lagerungstemperaturbereich Tstg -65...+150 °C

T1.2/227.0484 D2
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BUV 93

Wairmewiderstande

Sperrschicht-Umgebung

Sperrschicht-Gehaduse

KenngroBen

Tease = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom
UCE =600V
T;=125°C, Ucg =600V

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
lc =100 mA, Lc =125 mH

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
lE =1mA

Kollektor-Sattigungsspannung
Ilc=300mA, Ilg= 30mA
Ilc= 3A Ig=750mA

Basis-Sattigungsspannung
lc=1AIlg=02A

Transitfrequenz
Uce=10V,Ic =200 mA, f=1 MHz

Schaltzeiten
Ilc =1A, Ig1 =200 mA, =gz = 400 MA, T;zse = 25°C

232

Speicherzeit
Abfallzeit

t,
n —T" >=0.01,t,=0.1ms

Rtnhaa

Rinsc

Ices
Ices

1
Ugryceo

Usr)eso

UCEsat
UCEsat

UsEsat
hee

fr

ts
tt

Min.

350

10

Typ.

0.3

Max.

80
83

100
0.5

1.1

K/W
KIW

HA
mA

MHz

us
s



BUV 93

? 84 4284
Rot
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w
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10 \
A
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0 50 100 150 °C
Tcase—
? 82 3121
UCEsat
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2,5A
10 1
v T
5 \
1
1A I
0,5 i
\
N N
N
N D
0,1 w
’0,01 0,1 1A
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BUV 93

f 82 311 ? 82 3122
heg Pre
L lc=0,14
Ucg=2v 40 :
7 A
/1 | /
£9,5A
100 [T Tcase=+125 °C I @
+75°C WAl 30 /
50 +25°C i /
7T ore E l / fasenae e
'//’ N ~30°c ] I /
// N 20
10
|
5 il —]
10
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| T
B e
| 1
501 o1 1A o 8 16 24V
In — CE ™
YcE —
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BUV 94 - BUV 95

Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Anwendungen: Schaltnetzteile

Besondere Merkmale:
@ In Dreifachdiffusions-Technik @ Kurze Schaltzeit
® Glaspassivierung @® Verlustleistung 15 W
@ Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

f ) 56 0,54
. T

} o e 8

10,1 10‘,4 4 C

J | | E

L |
—=
el 4 e

Normgehduse
34 A 3 DIN 41869
JEDEC TO 202

Gewicht max. 1.8 g
Kollektor mit Montagefidche verbunden

Absolute Grenzdaten BUV 94 BUV 95

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 400 450 \Y
Uces 800 1000 Y

Emitter-Basis-Sperrspannung Uggo 5 \'
Kollektorstrom I 2 A
Kollektorspitzenstrom Iem 3 A
Basisstrom Ig 1 A

-Ig 1 A

Gesamtverlustleistung

Tease = 25°C Prot 15 w
Sperrschichttemperatur T 150 °C
Lagerungstemperaturbereich Tsig -65...+150 °C

T1.2/239.0484 D2
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BUV 94 - BUV 95

Wairmewiderstinde Min.
Sperrschicht-Umgebung Rihga
Sperrschicht-Gehiuse Rinac

KenngroBen

Tcase = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom

UCE = 800V BUV 94 ICES

Uce = 1000 V BUV 95 Ices
T,=125°C,

ch = 800V BUV 94 ICES

Ucg = 1000 V BUV 95 Ices

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Ic =100 mA, Lc =125 mH

BUV 94 Ugryceo " 400
BUV 95 Ugryceo " 450
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le=1mA Ugr)eso 5
Kollektor-Sittigungsspannung
Ic =300 mA, Iz =30 mA Ucgsat
le= 1A, Ig=02A Ucesat

Basis-Sattigungsspannung
IC =1A IB =02A UBEsat

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
UCE=5VxIC= 10 mA

Transitfrequenz
Uce =10V, lc =200 mA,f=1 MHz fr

Schaltzeiten
Ilc=1A, Ig1 =200 mA, —Igy = 400 MA, T.zse = 25 °C
Speicherzeit ts

Abfallzeit t

t
"2 >001,t,=01ms

236

Typ.

12

0.4

Max.
80 K/IW
8.3 KIwW
200 pA
200 pA
1.5 mA
1.5 mA
\Y
Vv
\
0.8 \Y
1.0 Vv
1.1 \%
MHz
3.5 ps
us



BUV 94 - BUV 95

* 84 4284 ? 83 3123
F;ot Ic
Tcase =25 °C
20
w 10 t
A 200
lp =5us _:J
15 YA o ]
\ \Y N \ 11 s0 us ||
1 \ \ \ \ H 100 us H
Rthgc = X
\ 500us |||
\ \\\ \ || 1ms
0,1 ‘\“ t FHH sms FH
5 \
N\
N\ A
L suv 94 _[{1Buves
T
(o] 50 100 150 °C 1 10 100 1000 Vv
Tcase— Ucg—

1 84 3126
zthp
'p
10 +— 7'
K/W T
| L r p—
ST Tt = =
-1,
| -1 pe
1 02 TH=="F = -
=TT PR gl
1o =T
S
1_1o05 — A
0,5 =1 %2 L7
l A
’0,02 _’f ‘/’
4 7
~ /’0,01
ad 1]
017 =% \—5 —4 3 -2 —1 3} 1
10 10™ 10 10~ 10 10 10 10's
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BUV 94 - BUV 95

? 82 3121
UCEsat
Tcase =25°C
IC =3A N\
2,5A
10 22 N
v i |
5 |
1
1A
0,5
\M
NN
U
N
0,1
0,01 0,1 1A
IR —
? 82 311
heg
Ucg=2v
100
[LHI Teage=+125°C
T1 +75°C
50 —— +25°C
1’——\ o°c
] NN -30°¢c
=l W
10
5 H
1
0,01 0,1 1A
Ic —
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? 82 3120
Uge Ugg =2V
1,6
v
L
1,2 H-H
Tcase=-30°C
[ [[[]oe A}
+25°C /
DetTls Y,
0,8 = —ohe 4
|t t=T"TT] i ’/:,— v, /
et M
et - d
Lt TTTT] A +125 °C
0,4 LT [+7sec
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0,01 0,1 1A
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A
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heg
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-
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A
&
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BUX 30

Silizium-NPN-Darlington-Leistungstransistor

Anwendungen: Elektronische Kfz-Ziindschaltung, Allgemeine Schaltanwendungen bei hohen
Spannungen, wobei nur relativ geringe Steuerleistung vorhanden ist

Besondere Merkmale:

® Dreifachdiffusions-Technik @ Kurze Schaltzeiten
@® Monolithischer NPN Darlington @ GroBe Spannungsfestigkeit bei hohen
@ Hohe Sperrspannung Temperaturen

Abmessungen in mm

80 2430

| K
J 21
. | D % =120 Q =40 0
4 $+ Ay igg #195 e
B E
} ] 301 Kollektor mit
. | 16,9' Gehduse verbunden
[ / I 1
e 1
Normgehduse
. 16 3B 2DIN 41872
= |- 10,91 " <—'“ . JEDEC TO 3
szes 254 SEEREE Gewicht max. 20 g
Zubehor
Isolierscheiben Best. Nr. 515390
Absolute Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 400 \%
Kollektorstrom Ic 10 A
Kollektorspitzenstrom Iom 15 A
Basisspitzenstrom Ism 25 A
Gesamtverlustleistung
Tcase =25°C Pto! 90 W
Sperrschichttemperatur T 175 °C
Lagerungstemperaturbereich Tstg -65...+175 °C
Warmewiderstand Min. Typ. Max.
Sperrschicht-Gehéuse Rinsc 1.66 K/W

T1.2/659.0484 D1
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BUX 30

KenngroBen

Tease = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom
UCE =400V
Ucg =400V, Tgase = 125°C

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
lc=2A, Lc=1900pH
Kollektor-Sattigungsspannung
Ic=10A,lg=04A
Kollektor-Basis-Gleichstromverhiltnis
UCE=3V, IC= 5A
Ic =10A

DurchlaBspannung der integrierten Schutzdiode

-lc=10A

Induktive Energie
Uz=350V,Ic=10 A, Fig. 1

Schaltzeiten

Ic=5A,Ig1 = —Igg =50 MA, Tszse = 25°C

Abfallzeit

Ausschaltzeit

822425
D~
Uce '

- lp

Uz=350V 3

Impulsgenerator = % ‘Le-lc

Fig. 1 MeBschaltung mit Impulsdiagramm

" —’;— =001, t,=0.1ms

240

Iceo
Iceo

Ueryceo

Ucksat

toff

1)

01

0,01

Min. Typ. Max.
300 HA
2 mA
400 \%
3 \%
150
25
18 \
250 mWs
2 HS
8 us
78 2422
T T1T1T
NN
FURALL'
F=o01
1h=001ms
- — \\‘\ 9§ .‘ "'\\
AN ‘\
N\ MIEN
X N i
~\\‘ A 0,1 ms|
M\
\
\
\ \ \\ 0,5 ms
\ NCHHH
\ AL~ 1 ms]
\
N\
Tease=25 °C \ \ s
N
1 10 100V
Uce™



BUX 30

t 84 2423
Zthp
b s
1 ' 1
K/W 0s —=TEt L
] 7
0,5 ] = A ’,' - /-
0,2 [ = pp .,‘/ ol
P v
L= AT (4
01~ /’/ /’/ /
0.1 = 7/ 4
! 0,05 7 = 1 L
7 ,/ — ’pl'_
0,05 " 4 -7
/]
rd
//
0,02 ‘,/
0,01 [|_eo 1
' 107 10~6 105 10~4 10-3 10~2 107 's
tp—=

? 844308 t Th2829

Ur)cEO o2 | | UcEsat
Lc=0,9 mH
Tcasa=25°c
485
v ™
NN 10
™ ~ v 2A 3A
4 5A
™ 5 | IC—1ﬂ l 6 A
L 8A

] /
480 i
|

1 NN
415
I i 0,5
470
S50 0 50 100 150 °C 0.19 10 100 mA
Tease —— Ig—
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* 78 2426 f 78 2428
U
BE heg
UCE v
1§18 Tease=25 °C Yce~3V
1000
1,6
/ 500
/ /'
l/ Tcase =125 °C /’ ‘/-‘Q‘
¥ i
1,4 . q / Ny
Py 75 GC\// ///\:
> 100 257 A
Pl T V4
—‘/ Ty 7
Pg 50 7
1,2 ] -30 °C
4
1,0 10
10 100 1000 mA 0,1 05 1 5 A

? [ I ’ ' I ] ' 782427
Tease=25 °C IC:BAL
h 5 A
FE >
500
4
400 4
y/ 3A
P
3004 [
/
/ 2A
200 /
J 1A
100
i
0] 10 20 30V
Uce —
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BUX 30 AV

Silizium-NPN-Darlington-Leistungstransistor
Anwendungen: Allgemeine Schaltanwendungen mit induktiver Last

Besondere Merkmale:

@ Integrierter Uberspannungsschutz @® GroBe Spannungsfestigkeit bei hohen

@ Dreifachdiffundiert Temperaturen

® Monolithischer NPN-Darlington @ GroBe Energiefestigkeit bei Spannungsspitzen
® Hohe Sperrspannung @ Glaspassivierung

@ Kurze Schaltzeiten

Abmessungen in mm

80 3156 oc
C
B Y
o—d
| g1 K
+ $_j_ Ay ags 7195 ;‘ - =300 0 =80Q |,
E
30,1 Kollektor mit

‘ /‘L( 15,9, Gehéause verbunden
¥ |

[ Normgehause
3B2DIN 41872
- 109— —l |18 JEDEC TO 3

254 — 85 |w— 11,4 —» .
3263 Gewicht max. 20 g

Zubehor

Isolierscheiben Best. Nr. 515390

Absolute Grenzdaten A B (o]
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 250 300 350
Kollektorstrom Ic 10 A
Kollektorspitzenstrom Iem 15 A
Basisspitzenstrom

tp, =10 s Fig. 7 Isz 20 A
Gesamtverlustleistung

Tcase =25°C Ptot 90 w
Induktive Energie

Ic=10A, T<20 ms, Tease =<100°C Fig.56 E_ 270 mWs
Sperrschichttemperatur T 175 °C
Lagerungstemperaturbereich Tstg -65..+175 °C

T1.2/661.0484 D1
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BUX 30 AV

Warmewiderstand

Sperrschicht-Gehaduse

KenngroBen
Tease = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom

Uceomax
Uceomax, Tease =150 °C

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

Ic =100 mA, Lc =60 mH BUX 30 AV A
BUX 30 AVB
BUX 30 AV C

Kollektor-Sattigungsspannung
lc=10AIg=02A

Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
UCE=3Vv IC= 5A
IC =10A

DurchlaBspannung der Diode
Ie =10 A (Kollektor-Emitter)

Schaltzeiten
Ilc=5A, Ig1 = —lga =50 MA, T a5 = 25 °C
Abfallzeit
Ausschaltzeit

Einschaltzeit

244

Rinsc

Iceo
Iceo

UeRr)ceo
UeRriceo
Uryceo

UCEsat

hee

Ur

Min. Typ. Max.
1.66
300
2
250
300
350
3
250
50
1.8
3
20
0.7

KIW

HA
mA

< <<

s
s
s



BUX 30 AV

b e 813292
5

I
1 ; il Prot
c {—"_= : o1 T \
L £ R RH e ;f 80 N
10 2 ﬁtw..w w
A \ H P
\\ |‘ 1\ - T \

"L - ]
s
=4 =
— % =
(<]
o
,/

1 L \ AN | \
8 ' NPT
I 500 ps|
N \ \\{ Fims ¢ 40
Tcage=25°C }. e \\
0.1 i \\
- - 20
BUX 30AV A
BUX 30AV B
BUX 30AV C
0,01 ‘ lH Fig.1 | Fig.2 \
! 10 oov 0 50 100 150 °C
U T >
CE case

t 813247
Zthp
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—— — T —T=
1 1+ L —=— L =t = -
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L 5
L ™ ,/
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1 —
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[ A
0,01 I~
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tp—>

245



BUX 30 AV

1 84 4310
_
Usr)CEO Io=100 mA
LC= 60 mH
‘4
390 ,
Vv /
A
"4
385 4
/
/
/|
380114
375 Fig.4
=50 0 50 100 150°C
7E:ase —
T 813279
Eg
uCEsal 2v
3 oo Tcase=100°C
mWs
/ Tz220ms
10ms | |
y./4 1
/// 5ms _ | |
200 4
/D4
A A
Y
100 f %
Fig.6
o 8 12 A
lc——>
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813251
g -Yce " lc'pR
R™ 2
1
=1 1.2
zee

813252
? I
sz
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Z 5ms
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A \
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0,1
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\ il
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BUX 30 AV

r 813278 ? 813277
Ucesat Uge
Tecase=25°C |
10 "\ - 2,5
v H T Vv Uce=2V
A ir Tcase=25°C
T REIIREI
] Z\A 54 6A ga B “
e=1A| 3A N T
'c /\\J:: NN L
LI —— = e 2
i
il
U /
0,1 L 1,5
T
]
1 1
] P 1
i 4
0,01 F-i—g-.i 1 Fig.9
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a [
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BUX 37

Silizium-NPN-Darlington-Leistungstransistor

Anwendungen: Elektronische Kfz-Ziindschaltung, Allgemeine Schaltanwendungen bei hohen
Spannungen, wobei nur relativ geringe Steuerleistung vorhanden ist

Besondere Merkmale:

® Dreifachdiffundiert

@ Monolithischer NPN Darlington

® Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

C _
|
D
4 '_._'EVI 38 #195
|B ‘ E 30,1
i i 16,9
Y/l
~ /
4 |==— 10,9 —»=i
254
Zubehor

Isolierscheiben ' Best. Nr. 515390

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung
Kollektorstrom
Kollektorspitzenstrom
Basisspitzenstrom

Gesamtverlustleistung
Tease =100 °C

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

T1.2/663.0484 D3

-y

® Kurze Schaltzeiten

@ GroBe Spannungsfestigkeit bei hohen
Temperaturen

823570

B

#1

=150 Q =50 Q

Kollektor mit
Gehéuse verbunden

Normgehéause

3B2DiN41872

JEDEC TO 3

la— 11,4 —o| Gewicht max. 20 g

l{ceo 400 \Y

I¢ 15 A

Iem 20 A

lem 4 A

Piot 50 W

T 175 °C
‘

Ttg -65..+175 °C

249



BUX 37

Warmewiderstand

Sperrschicht-Geh&duse

KenngroBen

Tease = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom

UCE =400V

Uce =400V, Tease =125°C

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

Ilc =500 mA Lc =1.5mH

Kollektor-Sattigungsspannung

Ilc=10A,lg=0.15A

Ic=10A,lg=0.15A, Toase = -40°C

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis

UCE=1-5V1IC= 7A
5V,Ic=15A

Uce =

DurchlaBspannung der integrierten Schutzdiode

=lc=10A

Induktive Energie

Uz=400V, Ig=5A L =18 mH, Fig. 1

823620

.

o

Uz=400V =

|Impu|sgenerator

Fig.1

R _ng =0.01,t,=0.1ms

250

Uce'lc'tp
EL= 5 =

=1
=5 lelc

Min. Typ. Max.
Rihac 15 KIW
lceo 250 pA
Iceo 2 mA
Ugryceo " 400 v
Ucksat 2 \
UCEsat 29 \)
hFE 100
hee 20
Ue 1.8 \'%
E. 200 mWs
f 8234
lc
tp=14s
X Lo e
100 o EENRL ANV il
y N\ A ¥ us
A N 100 pg
AY NN
\ 1
A} T
500 us
\ il
10 \‘, Tms
\ H
NI
1 \ IAH]
+ =0,01 \ | 5ms
Tcase= 25°C N \
N
0,1 \
AN
N
Fig.2
0,01
T 10 100 V
Uce—



BUX 37
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BUX 47 - BUX 47 A

Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Anwendung: Getaktete Netzgerate, Inverter, Motor- und Relaistreiber

Besondere Merkmale:

@ In Dreifachdiffusions-Technik
® Glaspassivierung

@ Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

Ay

38,8

0,1

41
~— 10,9~

254
3263

Zubehor

#19,5

Isolierscheibe Best. Nr. 564 542

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Sperrspannung

Emitter-Basis-Sperrspannung

Kollektorstrom, Mittelwert

Kollektorspitzenstrom

Basisstrom, Mittelwert

Basisspitzenstrom

T1.2/792.0784 D1

\3L|

@ Kurze Schaltzeit

@ Verlustleistung 125 W

BUX 47

400
850

Uceo
Uces

Ueso
lcav
lem
Y

lem
=lgm

Kollektor mit
Gehéuse verbunden

Normgehéause:
3B2 DIN 41872

C4 UnN 4

JEDECTO 3
Gewicht max. 20 g

BUX 47 A

450
1000

—_

N W N O O
>> r » r < <<

253



BUX 47 - BUX 47 A

Gesamtverlustleistung
Toase = 25°C

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Warmewiderstand

Sperrschicht-Gehause

KenngroBen

254

Tease = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom

Uce = 1000V BUX 47 A
Tease = 100°C,

Uce= 850V BUX 47

Uce = 1000V BUX 47 A

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

lc=1mA BUX 47
BUX 47 A
Ic=100mA, Lc =125 mH
BUX 47
BUX 47 A

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le=1mA

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
lc=6AIlg=12A BUX 47
lc=5AIzg=1A BUX 47 A

Basis-Emitter-Sattigungsspannung

lc=6AIlg=12A BUX 47
lc=5Al=1A BUX 47 A
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
UCEEE)V,I'C—:—QA BUX 47
Uce=5V,Ic=8A BUX 47 A

Transitfrequenz
UCE=' 1OV,IC= 1A

Kollektor-Basis-Kapazitat
Ucg=10V,lg=0,f=1MHz

n t—; =0.02,t, = 300 s

Piot

Tstg

Rinsc

Ices
Ices

Ices
Ices

Ueryces
Urices

;
Uer)ceo

)
Ugryceo !

UsreBo

)
)

1

Ucksat
)

Ucksat

1
UBEsat )

1)
UBEsat

Ccgo

125 w
200 °C
—65...+200 °C
Min. Typ. Max.

1.4 K/w
0.5 mA
0.5 mA
25 mA
25 mA
850 \Y
1000 \%
) 400 %
450 \
6 \%
1.5 \Y
1.5 \Y
1.6 \
1.6 \Y

5

5
7 MHz
150 pF



BUX 47 - BUX 47 A

Schaltzeiten

tot

150

100

50

Tcase = 25°C
Ohmsche Last
Uce =150V

lc=6AIg=12A
IC=5A,IB=1A

Einschaltzeit
Speicherzeit

Abfallzeit

Induktive Last

BUX 47
BUX 47 A

Uce =300V, —Uggosi =5V, Lg =3 uH

Io=6A, lgeng=12A BUXA47

IC=5AvIBend=1 A BUX 47 A
Speicherzeit
Abfallzeit
844292
A
Rthdc
AN
N
N
N
N
N
N
A
N
50 100 150 °C
Tcase—

ts

t

Min. Typ. Max.
0.8 us
25 us
0.5 0.8 us
25 us
0.08 us
? 844281
le
Tease =25°C
10 =
A N\
1
AY
\ I
\
0,1 = N
N\ H
0,01
1 10 100 V
Uce—™
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BUX 47 - BUX 47 A

t 844280 t 84 4283
Ucesat Usesat
5
Tease = 25°C v
05A 1A 7a lc=104 Toase =25°C
1 rv;
Vv 3A :‘l: 5A |l‘/ .
ﬂ
0,5 \ :;:
LA TA ol
\ ot 1 5
\ \ N1 == 3a 1]
\ N T 1A
\ \\ —1 Ic=0.5A
0,1 A\ h 0,5
’ .
— AN
0,05 T
- i
0,1
0,01 01 A — 0,01 0.1 1A
lg —

844304 [ IIIII“ ‘{ 844305
Ugg =10V |
UBE hFE Tase = +125°C
50 +100°C
1,5 HH— r
’V Tease = 25°C Lt /A—— T
L+
vee=15 V] il L L
it e
L +75°C
//'\ a5V +50°C
1,0 ', 10 +25°C
.” [ 1 -25°C
— 5
0,5
X 1 oA 1
s 1
J —— 0,01 0,1 1A
Cc IC -
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BUX 47 - BUX 47 A

¢ 844279
heg
50
Tease =25°C
—
NN
] N N\
T T
Ugg =15V \ \\ a5V
\\ ~20V
\\' |10V ||
10 ‘{‘L/sv HI
“|
\\
\
5 \
1
0,1 1 10 A
le —

20

15

10

J 84 4282
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\ -
/ ot
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Py
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A
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/ / A
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/[ Pt
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A
/
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10 20 30 40 V
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BUX 48 - BUX 48 A

Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Anwendung: Getaktete Netzgeréte, Inverter, Motor- und Relaistreiber

Besondere Merkmale:
@ In Dreifachdiffusions-Technik @ Kurze Schaltzeit
@ Glaspassivierung @ Verlustleistung 175 W
@® Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

C
21
3s8 #195 = -
301 Kollektor mit
16,9[ Gehause verbunden
Normgehéuse:
6 3B 2DIN 41872
’ JEDEC TO 3
s26 " 88 = e Gewicht max. 20 g
Zubehor
Isolierscheibe Best. Nr. 564 542
Absolute Grenzdaten BUX 48 BUX 48 A
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 400 450 \
Uces 850 1000 \Y
Emitter-Basis-Sperrspannung Ueso 6 \
Kollektorstrom, Mittelwert lcav 15 A
Kollektorspitzenstrom Iem 20 A
Basisstrom, Mittelwert Igav A
Basisspitzenstrom Ism 10 A
~Igm 4 A

T1.2/794.0784 D1
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BUX 48 - BUX48 A

Gesamtverlustleistung
Tease = 25°C

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Warmewiderstand

Sperrschicht-Gehéduse

KenngroBen

260

Tease = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom

Ucg= 850V BUX 48

Uce = 1000V BUX 48 A
Tease = 100°C,

Uce = 1000V BUX 48 A

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

lc=1mA BUX 48
BUX 48 A
Ilc =100 mA, Lc =125 mH
BUX 48
BUX 48 A

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
IE =1mA

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
Ilc=10Alg=2A BUX 48

Ilc= 8AIlg=16A BUX 48 A

Basis-Emitter-Sattigungsspannung
lc=10Alg=2A BUX 48

Ilc= 8AIg=16A BUX 48 A

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis

niv an

DUA 40

BUX 48 A

BN 40 A
Ucg =090 V,ic=10A

UCE=5V,IC=12A

Transitfrequenz
UCE=1OV,IC= 1A

Kollektor-Basis-Kapazitat
Ucg=10V,lg=0,f=1MHz

" —t;% = 0.02, t, = 300 ps

Ptot

Tstg

Rtnac

Ices
Ices

Ices
Ices

Uryces
URrces

1

Usriceo

U 1
(BRICEO

UsrieBO

1
UC Esat )

1
Ucesat

1)
)

UsEsat
1
UBEsat

fr

.
Cceo

175 w
200 °C
—65...+200 °C
Min. Typ. Max.
1.0 K/IW
0.5 mA
0.5 mA
25 mA
25 mA
850 \
1000 \
) 400 \
450 \
6 \%
1.5 \'%
1.5 \'%
1.6 \%
1.6 \'%
5
5
5 MHz
250 pF



BUX 48 - BUX48 A

Schaltzeiten Min. Typ. Max.
Tcase = 25°C
Ohmsche Last
UCE =150V
lc=10A,lg=2A BUX 48
Ilc= 8Alg=16A BUX 48 A
Einschaltzeit ton 0.8 us
Speicherzeit ts 25 us
Abfallzeit te 0.5 0.8 ys
Induktive Last
UCE =300 V, _UBEoff =5 V, LB =3 UH
Ic=10A,lgend=2A BUV 48
Ic= 8A, IBend=1-6A BUX 48 A
Speicherzeit ts 27 us
Abfallzeit t; 0.1 Hs
f 844293 ? 844285
Rot lo
Tcase =25 °C
200
w 10 AN
A N
150 \
RthJc \
1
100 1
\\
T T N\
| 0,1
50
0,01
o] 50 100 150 °C 1 10 100 V
Tcase — Uce
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BUX 48 - BUX48 A

$ 84 4286 f
844287
UCEsat UBEsat
5
Tease =25°C v
I '
_ T
Loon| oa lc=12A Toase=25°C
v fisa ‘:2 6A l
|1 \ 12A
0,5 \
N 9A
LT i ] | ' 6A
\ u ==
\ L = - 3a [
\ 1o =0,5A
q c
0,1 ) R 0,5
AN
0,05 N ot
]
0,1
0,01 0,1 » 1A ! 0,01 0,1 1A
B IB —
? 84 4288 » f [ ]lll”[‘{ 844289
Upp =10V
U hFE T, CE=+125 °c
BE 50 case
+100°C
7case =25 ]
1;15 Ueg =15V wass ~
] N
h/’ v i \\ \:N
/R e -1 AT
- o°c I ™™
/e 7
7/ a0 | TT8C
1,0 10 b / +25°C
T |
"1 i 5
0,5
o 1
0,1 1 oA 0,01 0,1 1A
C [c —_—
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BUX 48 - BUX 48 A

heg
50
Tcase =25°C
H N \\\
Ugg =15V \\\
\\\ a5 v
10 N\ 20 v
\
\\
W Tov
\\‘ 5V
5
\
1
0,1 1 10 A
e —

15

10

| 84 4291
1A
|
‘/ 4A
/ LT 7A ]
’/
£ Ar"’"
// ///' Ig =10 A
/
// Tease =25°C
4
10 20 30 40 V
Uce —
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BUX 84 - BUX 85

Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Anwendungen: Schaltnetzteile

Besondere Merkmale:
® In Dreifachdiffusions-Technik
® Glaspassivierung
@ Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

@ Kurze Schaltzeit
@ Verlustleistung 40 W

*0,5‘0‘03
“° * y T - ] 2,45
i 1.:5 O : f
1 +0,1
————— 1 { o8 | Kollektor mit
t ] ! [ Se——— =3 E Montagefldache verbunden
i { by
10 354+ ————:——- ———————— c )
| + 2,54 Normgehéuse
i D — 5 P L 14 A3 DIN 41869
L L ot JEDEC TO 220
] 28 :‘ ] 47 Gewicht max. 2.5 g
f— 5,8 —]
16 12,2 3377

Zubehor

Isolierscheibe Best. Nr. 564 542

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Sperrspannung

Emitter-Basis-Sperrspannung

Kollektorstrom

Kollektorspitzenstrom

Basisstrom

Gesamtverlustleistung
Tease = 50°C

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

T1.2/665.0484 D2

BUX 84 BUX 85
Uceo 400 450 \
Uces 800 1000 Vv
Ueso 5 \%
e 2 A
lem 3 A
Is 1 A
~Ig 1 A
Prot 40 w
T 150 °C
Tstg -65...+150 °C
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BUX 84 - BUX 85

Warmewiderstand

Sperrschicht-Gehause

KenngroéBen

Tease = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom

UCE= 800V
Uceg = 1000V
Tj=125°C,Uce = 800V
Uce = 1000 V

BUX 84
BUX 85

BUX 84
BUX 85

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

Ic =100 mA, Lc = 125 mH

BUX 84
BUX 85

Emitter-Basis-Durchbruchspannung

le=1mA

Kollektor-Sattigungsspannung

Ic =300 mA, Ig =30 mA
lc= 1A Ig=02A

Basis-Sattigungsspannung
IC=1 A,IB=O.2A

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis

UCE=5V,IC=10mA

Transitfrequenz

Uce =10V, Ic = 200 mA, f = 1 MHz

Schaltzeiten

Ilc=1A, Ig; =200 mA, —Igz = 400 MA, Tcase = 25°C

266

Speicherzeit

Abfallzeit

t,
n —T" =001,t,=0.1ms

Rinac

Ices
Ices

Ices
Ices

1
Ueryceo

)

)
Ugryceo

Uer)eso

UCEsat
Ucksat

UB Esat

hee

fr

ts
t

Min.

400
450

Typ.

15

20

0.4

Max.

25

200
200

1.5
1.5

0.8
1.0

1.1

3.5

K/w

pA
pA

mA
mA

MHz

s
ps



BUX 84 - BUX 85

$ * 82 3118
tot Ic
Tcase =50 °C
40
w 10 T ==
o ==
A F =001
1 te=5us [
10 ps
30 AN ’1/50 us JJ
‘L\‘ \\\l
100 ps
1 { \t‘ \ 1
X
p— |
20 ek o
A\
\ N\l [ 500 ps
‘\ \ 1ms
0,1 X 1 k4/5 ms :‘:
A VICW =
10 \i/|
A\ H
1
sux 8a-J [ Bux 85
oo A
(o] 1 10 100 1000 V
Ucg—
? 84 3125
zthp
e e o s
—
1 Tz
K/W
0 »”a
0.5 B 7
0,1 B o’
[ 7
0,05 A
0,1 0,02,
T
>
0,05 0,01
0,01
1072 1071 10%s
fp-»
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BUX 84 - BUX 85

? 82 3121 1
82 3120
Ucksat Use Uge =2V
Tcase =25 °C 1,6
Ic=3A v
2,54 \
10
v 2a Iy 1 };__;
L\ 1,2 T
5 \ Tcase=-30°C _|
1] BIIEXN// )
+25°C 4
il o8 ‘>,——_/
’ - B ”:f’>‘;,/
1 T A
” =TT 1 +125 °C
0,5 T [+750c
\ 0.
N\
\ NS
U
N
0,1 V]
0,01 0,1 1A 0,01 0,1 1A

f 82 3119 T 82 3122
heg Pre
— c=014A
Ugg =2V 40 {=4 =
/
l 0,5 A
100 Tcase=+125 °C I 1
+75 °C 30 if
50 +25°C /
g 0°c ] / Tcase = 25 °C
//’ N -30°C /
= N 20
10 i
j |
5 ] e
il 10 yym—
P
"
1
0,01 0,1 1A o 8 16 24V
le— Uce—
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BUX 86 - BUX 87

Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Anwendungen: Schaltnetzteile, Treiberschaltungen

Besondere Merkmale:
@ In Dreifachdiffusions-Technik @ Kurze Schaltzeit
® Glaspassivierung ® Verlustleistung 20 W
@® Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

Kollektor mit

Montageflache verbunden

78 Normgehéause
l 12 A 3 DIN 41869
. \** o, * I JEDEC TO 126 (SOT 32)

AT R T - pa— Gewicht max. 0.8 g
Zubehor

Isolierscheibe  Best. Nr. 119880
Unterlegscheibe 3.2 DIN 125 A

Absolute Grenzdaten BUX 86 BUX 87
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 400 450
Uces 800 1000
Emitter-Basis-Sperrspannung Ueso 5
Kollektorstrom Ic 0.5
Kollektarspitzenstrom Iom 1.0
Basisstrom Ig 0.3
—Ig 0.3
Gesamtverlustleistung
Tease = 60°C Piot 20
Sperrschichttemperatur T 150
Lagerungstemperaturbereich Tstg -65...+150

T1.2/786.0784 D

>> r» r» < <<

3

°C
°C
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BUX 86 - BUX 87

Warmewiderstand

Sperrschicht-Gehduse

KenngroéBen
Tease = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom
Ucg= 800V BUX 86
Uce = 1000 V BUX 87

T;=125°C, Ucg= 800V BUX 86
Uceg = 1000 V BUX 87

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

lc =100 mA, Lc =125 mH BUX 86
BUX 87

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le=1mA

Kollektor-Sattigungsspannung

Ic =100 mA, [g =10 mA

lc =200 mA, Ig =20 mA
Basis-Sattigungsspannung

Ic =200 mA, Ig =20 mA
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis

UCE=5V,IC=50mA

Transitfrequenz
UCE= 10V, IC= 50 mA, f=1MHz

Schaltzeiten

Rthic

Ices
Ices

Ices

Ices

1
Ugryceo

1
Ugryceo
Uerjeso

UCEsal
u CEsat

UBEsat
hee

fr

Ic =200 mA, Ig1 = 20 mA, —Igy = 40 MA, Tease = 25°C

Speicherzeit

Abfallzeit

t
n —; =001,t,=0.1ms

270

ts
t

Min. Typ. Max.

45

100
100

1.0
1.0

400
450

1.5
3.0

1.0

50

20

3.5
04

KIW

pA
pA

mA
mA

MHz

s
s



BUY 50

Silizium-NPN-Leistungstransistor

Anwendungen: Elektronische Kfz-Ziindschaltung, Allgemeine Schaltanwendungen bei hohen
Spannungen mit Induktivitdten, bei denen hohe Riickschlagspannungen auftreten.

Besondere Merkmale:
@® Hohe Sperrspannung
® Hohe Stromverstarkung
® 100 % avalanchegepriift

Abmessungen in mm

C
|
YLD
4+ AFH '\<Pl agg #195
T ‘ E 30,1
I i 16,9)
e
41
(~— 10,9 —=1
254 —
3263
Zubehor

Isolierscheiben Best. Nr. 515390

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Basis-Sperrspannung

Kollektor-Emitter-Sperrspannung

Emitter-Basis-Sperrspannung
Kollektorstrom
Kollektorspitzenstrom
Basisstrom

Gesamtverlustleistung
Uce <20V, Tease <45°C

Avalanche Energie

85

I(BR)CER =5A, Rge = 2KkQ, Fig. 2,5

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

T1.2/667.0484 D1

16
f—

e 11,4 —o]

@ Kurze Schaltzeiten

@ Verlustleistung Py = 95 W

21

Kollektor mit
Gehduse verbunden

Normgehdause

3B 2DIN 41872
JEDEC TO 3
Gewicht max. 20 g

400 \"
250 \"

7 \"

15 A

17 A

5 A

95 w

150 mWs
175 °C
-65..+175 °C
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BUY 50

Warmewiderstand

Sperrschicht-Gehaduse

KenngroBen

Tcase = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom
UCE =400V
Ucg =400V, Tgase = 150 °C

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Ilc =100 mA, Lc =125 mH

Emitter-Basis-Durchbruchspannung

IE =2mA
Kollektor-Sattigungsspannung

Ic=15A,lg=5A
Basis-Sattigungsspannung

IC= 15A,IB=5A
Avalanche Energie

lgrycer = 5 A, Rge = 2kQ, T=3ms
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis

UCE=2V,IC= ZA

IC = 10 A

Transitfrequenz

Uge =10 A, Ic =500 mA, f =10 MHz

Kollektor-Basis-Kapazitat
UCB= 10V, f=1MHz

Schaltzeiten

782553

Fig.

272

Ringc

Ices
Ices

Uriceo

Ugr)eBo

UCEsat

UgEsat

E_

Cceo

1)

Ilc=05A,Ig1 =-lga=1A, Tease = 25 °C, siche MeBschaltung

Einschaltzeit
Abfallzeit

Ausschaltzeit

1 MeBschaltung fur: ton, tos, ts

v —t;— =0.01,t,=0.1ms

tO n
4]

tofs

Oszilloskop:
R; >100 kQ
ty<1ns

250

20

Typ.

13

200

Max.

1.37

e

600

1.5

150

0.5

KIW

mA
mA

mWs

MHz

pF

ps
s
ps



BUY 50

. i:wv

Rg=50Q
th 14 mH
+=02
tp =50 ms

Y(eR)CER

0 o
!(BR)CER
010
L

78 2554

Fig. 2 MeBschaltung fir: £

T l 78 2551
T T\
| Unp <20V
Piot °
80 \
w \
\
60 25 Vv \
i i
30V \
40 40 vV | |
100 V | |
250 V
20 - \
\
\
Fig-3 \
0 40 80 120 160 °C

7;:ase

78 2555

!(8R) CER

"

Uigr) cER

!

H—— 78 2552
Tcase=45 °C

IC '7p=0,o1
tp=0,01 ms ||
L — = e — = i L
10 Q ‘\ \‘ 0,05 ms 4
A N v : 0,1 ms |
N Y
N I |
\ \ N\ Tlo,5ms
1 \ \‘\\IA 1ms ||
h o
N ]
2 msy
il
|
\U
0,1
Fig.4
0,01
1 10 100V
Uce—



BUY 50

$ B84 2556 f 78 2557
E. heg
Tcase=25°C
L
300 7
mWs /
/ 100 vog=1v [T
Tj=+100 °C []]
50 +50 °C [T]
200 //’— anll --: o<c []|
=T i
— ) I
/ =gl
'// ;”— =20°C | 4o oc
10 : i
100 ” 5
4
Fig.5 4 —,zi';"
(o] 2 4 6 8A 0,01 0,1 1A
. R - fs—>
"(BR)CER - C
? 78 2558
heg
20 —
L
le=5A | |
16 Tease=25°C _| |
/
12 /
8
-
4
Fig.7
0 10 20V
Uce™™
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S518T

Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Anwendung: Getaktete Netzgerate

Besondere Merkmale:
@ In Dreifachdiffusions-Mesa-Technik @ Kurze Schaltzeit
® Hohe Sperrspannung ® Verlustleistung 12,56 W

Abmessungen in mm

21
—
£19,5

B ‘ E 304 Kollektor mit
l Gehause verbunden

l /t\/ 1;"91 Normgehduse

3B 2DIN 41872

-~ 1091 16 JEDEC TO 3
= 25,4 —wl 85 |l 11,4 — Gewicht max. 20 g
Zubehor
Isolierscheiben Best. Nr. 515390
Absolute Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 700 \
Ucesm 1500 Vv
Kollektorstrom, Mittelwert lcav 5 A
Kollektorspitzenstrom Iem 7.5 A
Basisspitzenstrom Iam 4.0 A
Negativer Basisspitzenstrom ~lgm 25 A
Negativer Basisstrom, Mittelwert
tay <20 ms =Igav 0.1 A
Gesamtverlustleistung
Tease <95°C Prot 12.5 w
Sperrschichttemperatur T; 115 °C
Lagerungstemperaturbereich Tstg -65..+115 °C

T1.2/673.0484 D2
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S518T

Warmewiderstand
Sperrschicht-Geh&use

KenngroSen
Tease = 25°C

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Ic=1mA

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Ie =100 mA

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
Ic=3832Alg=08A

Basis-Emitter-Séattigungsspannung
/C=45A,IB=2A

Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
UCE= 5V,IC=32A
T;=100°C

Transitfrequenz
Uce=5V,lc=100mA, f=5MHz

Kollektor-Basis-Kapazitit
UCB= 10Vf=1 MHz

Schaltzeiten

Abfallzeit
lcend = 3.2 A, Igena = 0.7 A, Fig. 1, 2

t
n 7" =001,t,=03ms

276

Min.
Rinac
Uryces 1500
UeRrEBO 5
UCEsat
UBEsat R
heg 4
fr
C

Typ.

(5]

Max.

1.6

1.5

05

KIW

MHz

he]

us



S518T

o —

84 4164

Fig. 1 Impulsdiagramm

__j 15V 84 4165
] -0
l'c
)
2,7nF
1000 V
33Q
TDA
4600
‘ 270 kQ
o
22 kQ 100 pF ==
3 —
— F - . —_ =
) 22p g URege1=0..15V == 8,2nF == Ug=300V
Ug=#1V
1 2,2kQ fp=1us
f=1KHz

Fig. 2 MeBschaltung fiir: t¢
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1 841322 * 84470
heg Rtnac
puin N 10
L K/W
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0,01 0,1 1A 0,001 0,01 0,1 1 ms
fa—
C th ——
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7 sa N N
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o 0,001 i
0,1 0,5 1 5 A 1 10 100 1000 V
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S601T

Silizium-NPN-Darlington-Leistungstransistor

Anwendungen: Elektronische Kfz-Ziindschaltung, allgemeine Schaltanwendungen bei hohen
Spannungen, wobei nur relativ geringe Steuerleistung vorhanden ist.

Besondere Merkmale:
@ Dreifachdiffundiert

@® Monolithischer NPN-Darlington

@® Hohe Sperrspannung
@ Glaspassivierung

Abmessungen in mm

@ Kurze Schaltzeiten

® GroBe Spannungsfestigkeit bei hohen

Temperaturen

I

i

BeO —Keramik, Metallisierung beidseitig

Ni, KollektoranschluB

1

,95

Chip

4391

0.2

|
K

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Sperrspannung

Kollektorstrom
Basisspitzenstrom

Gesamtverlustleistung
Tease = 100 °C
Tease < 55°C

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

T1.2/675.0484 D3

16,8

Uceo

lem

Ptot
Prot

Tstg

844157

B

Chip-Abmessungen

5,7 x 6,0 mm?
Dicke:
200 ym
Bondfleck
Metallisierung:
AL 4.5 um
400 \Y
15
4
62.5 W
100 W
175 °C
-65...+175 °C
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S601T

Warmewiderstand Min. Typ. Max.
Sperrschicht-BeO-Keramik Rihic 1.2 KIW
KenngroBen

Tease = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom

UCE =400V ICEO 250 |JA

UCE =400V, Tease = 125°C ICEO 2 mA
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

Ic =500 mA, L=15mH Ugryceo 400 \Y
Kollektor-Sattigungsspannung

lc=10A,lg=0.15A Ucksat 2 v

Ic=10A,lg=0.15A, Toase = -40°C Ucksat 29 \
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis

Uce=15V,lc= 7A hee 150

Uce=5 V,Ic=15A hee 20

DurchlaBspannung der integrierten
Schutzdiode
-lc=10A Ug 1.8 \%

Induktive Energie
Uz=400V,Ic=5A, Fig. 1

=16 mH E. 200 mWs

823620 $ 8234
Ic [

le

tp=1 us
NN XN 5 e
! 100 NN WY
v ’ AR N\ 50 us
ce A AN \ O 100k
N T [ 1T
—  BR IR VR Bl
—l 1y, \ 50([);,15
\ ) I
1,0 \\‘ 1Lm§
© \ s
\ RAL
te — T, SR VAT N ¢ B
+ =001 | [\ A) [ 5ms |
uz=400V 3 | Tease= 25°C N il

4 Ucglc'tp \\ \l
01 == — ' N m=sas

Impulsgenerator =%ALC.IC2 - _ - \\

Fig.1 |
Fig-2
0,01
7 10 100U \'
CE
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S601T
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S630T

Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Anwendung: Getaktete Netzgerate

Besondere Merkmale:
® In Dreifachdiffusions-Mesa-Technik
® Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

|

&/

41 109 1.6
| |— 10,9 —=] |2
L 254 — 85 |l=— 11,4 .

3263

Zubehor
Isolierscheiben Best. Nr. 515390

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Sperrspannung

Kollektorstrom, Mittelwert
Kollektorspitzenstrom
Basisspitzenstrom

Negativer Basisspitzenstrom

Negativer Basisstrom, Mittelwert
tay <20 ms

Gesamtverlustleistung
Tease <95 °C

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

T1.2/677.0484 D1

@ Kurze Schaltzeit

@ Verlustleistung 12,5 W

g1

Uceo
Ucesm

lcav
Iem
lem

~lgm

~Igav

Piot

Tstg

Kollektor mit
Gehéduse verbunden

Normgehause

3 B 2 DIN 41872
JEDEC TO 3
Gewicht max. 20 g

800 \
1400 \

5 A

75 A

4.0 A

25 A

0.1 A

125 w

115 °C
-65..+115 °C
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S630T

Warmewiderstand

Sperrschicht-Gehduse Rihsc
KenngroBen

Tease = 25°C
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

lc=1mA Uerices

Ic =100 mA, Lc = 125 mH, Fig. 1, 2 Usryceo
Emitter-Basis-Durchbruchspannung

Ie =100 mA Ur)eBo
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

Ic=45A1g=2A Ucksat
Basis-Emitter-Sattigungsspannung

Ilc=45AIg=2A UBEsat”
DC forward current transfer ratio

UCE=5V,IC=1OmA hFE

UCE=5V,IC=1.5A hFE

Transitfrequenz
Uce=5V,Ic =100 mA, f=5MHz fr

Kollektor-Basis-Kapazitat
UCB= 10V, f=1MHz CCBO

Schaltzeiten

Speicherzeit
lc=45AIg=18A,

Lg =10 uH t
Abfallzeit

Ic=45A,lg=18A,

Lg=10pH 1

t
n —T" =001,t,=03ms

284

Min. Typ.
1400
800
5
4
8

7

125

10

0.7

Max.
16 KIW

1.5 \

MHz

pF

ps

ps



S630T

84 4306

Ic=0,5A LC=125 mH

Ig=100 mA o -
Ug1=0...30 V| 1
5V le=5A -
1 J s 7]
S R 1) Yer)ceo
3 Impulse -
t
P _
'7_——0,1
tp=10 ms BrRIR
100
mQ

Fig. 1 MeBschaltung

(1842732
? 1 T
| [ 11
Ic Tease = 95 °C
t 1
? H F=0,01
I} 10 th=5 pus
C RN P
05h A T IS ST Lo oo
N N
01A \ AN \
SN i
+ L 4 N \‘\ \ 50 ps ||
1 ' N ] 100 s
H
t \ \ \\ l 1ms |1}
U,
CE 01 N C v;
Yer) cEO
\ ! REE<1OOQ
0,01 ;”: 0,25
!p:20 us
| »
844301 —1 =100 ps L— 0,001 .
1 10 100 1000 V
Fig. 2 Impulsdiagramm Uce

285



S630T

t 84470 f 84472
Rthac Uggsat
Ucksat
1
10 Vv /
K/W UBEsat 111
|| _;3 o 0,8 »=
LT
[ ———_
0,75
=it 06 ree=2
| 1033 Tease = 25 °C
1 0,20 T—r— > N % = 0,01
- 01] - ——//'/' 0.4 tp = 0,3 ms
et T -t (]
™ To.05 //” ,/
0,14— 7 /
} /
= 0,2 /
T L ' /veen:
50,011;/ CEsat
oo L .
0,001 0,01 0,1 1 ms 01 0,5 5 A
th — Ic —

? 841322
hre
Lt ™
T
10 -] Ugg=5V \
cE \
Tj=25°C
5
1
0,5
0,1
0,01 01 1A
le—

286



S637T

Silizium-NPN-Darlington-Leistungstransistor

Anwendungen: Elektronische Kfz-Ziindschaltung, allgemeine Schaltanwendungen bei hohen
Spannungen, wobei nur relativ geringe Steuerleistung vorhanden ist.

Besondere Merkmale:
@ Dreifachdiffundiert
® Monolithischer NPN-Darlington
® Hohe Sperrspannung
@ Glaspassivierung

Abmessungen in mm

@ Kurze Schaltzeiten
@ GroBe Spannungsfestigkeit bei hohen

5 [ ]

b [T 1]
%

1

Temperaturen
0,6 +0,05
l i1 2v6 823570 OC
! ! 8
ry
F————ir——3 — E
‘ =150 Q =50 Q
0E
Kollektor mit

5 14,5 4,15 4+ — —— —— —

7{ ¢ Montagefldche verbunden

‘i ~ Gehéuse
] 15 B 3 DIN 41869
. (TOP 3)
— 43 Gewicht max. 5.5 g
3379 20,7 16
Zubehor

Isolierscheiben Best. Nr. 191131
Montageclip Best. Nr. 191940

Absolute Grenzdaten
Koliektor-Emitter-Spannung
Kollektorstrom
Kollektorspitzenstrom
Basisspitzenstrom

Gesamtverlustleistung
Tease < 25°C

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

T1.2/713.0484 D2

Uceo
Ic
lem

Iem

Prot

Tstg

400
15
20

100
150
-65..+150

> >» >» <

3

°C
°C

287
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Warmewiderstand
Sperrschicht-Geh&duse

KenngréBen
Tease = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom
UCE =400V
Uce =400V, Tgase = 125°C

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
lc=500mA,L=15mH

Kollektor-Sattigungsspannung
Ic=10A,lg=0.15A
lc=10A, Ig=0.15 A, Tgase = —40°C
Koiiektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
UCE= 15V, /c= 7A
UCE=5 V,Ic=15A
DurchlaBspannung der integrierten Schutzdiode
-lc=10A
Induktive Energie
Uz=400V,Ic=5A, Fig. 1
=16 mH

823620

1

Uce

t

Vvic
Lc

Up=400V 3
|Impu|sgenerator

Fig. 1 MeBschaltung und Impulsdiagramm
288

UCE‘IC"p
E=—p —=

Rinac
Iceo
lceo
Uericeo
UCEsat
UCEsat
hee
hee
Ur
E
e
10,0
A
10
0,1
0,01}

Min. Typ. Max.
1.25 K/IW
250 pA
2 mA
400 v
2 \%
29 \%
100
20
1.8 \
200 mWs
8234
fp=1ps
N N -5 pus
N N\ W
\\ LVA ¥ :01_‘51
N\ AY 100 s
A) M
\‘ 1L
LIBRAL
N\ 500 pus|
VNS
W\
\ Tms
maa
NI
1y \ [T
+ =001 N\ | 5ms|
Toase= 25°C N
h\ \l
NG
N M
Fig-2 |
10 100 V
Uce—
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f 84 4241
Zthp
1 =
K/W 720 —
—
0.2 // 7
— _ /j;,,
el -3
it /|
0)1 0,05 . L ,/l -
w—— - '/ -
- 2
0,02 Lall %
- /
= ’,"
0015
’/
g I
0,01 Fig.;
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tp-——>
? 84 4312 ? 823487
YUisr) cEO Ug
Ic=500 mA Esa
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\\ 1T
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N 21 W q
N 10— LLANNY il
IR
440 [T I
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N L
435 = 0,1 Lig.2
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S671 T

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-HF-Transistoren
Anwendungen: Video-B-Endstufen in Fernsehempféngern

Besondere Merkmale:
@® Hohe Sperrspannung @ Komplementédr zu S 672 T

Abmessungen in mm

? —‘4 . 86— 0.154

I

; o
—l 4 -— L—*—m,a————- 08 363

Normgehéause
34 A 3 DIN 41869
JEDEC TO 202

Gewicht max. 1.8 g
Kollektor mit metallischer Montagefldche verbunden

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucso 300 \"
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 275
Emitter-Basis-Sperrspannung Uepo 5 \
Kollektorstrom Ic 50 mA
Kollektorspitzenstrom Iem 100 mA
Gesamtverlustleistung

Tease =25°C Piot 7 w
Sperrschichttemperatur Tj 150 °C
Lagerungstemperaturbereich Tstg ~65...+150 °C

T1.2/341.1183 D2

291
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671 T

Warmewiderstande

Sperrschicht-Umgebung

Sperrschicht-Gehause

KenngroBen

292

Tamb = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom
Uce =250V, Rge = 2.7 kQ,
Uce =200V, Rge = 2.7 kQ, T = 150°C

Emitterreststrom
UEB =5V

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
lc=1mA
IC =1 pA, RBE =27 kQ

Kollektor-Basis-Gleichstromverhdltnis
Uce=20V,Ic=25mA

Transitfrequenz
UCB= 10V, IC= 10 mA

Riickwirkungskapazitat

az
Ucg=30V,Ic=1mA,f=1MHz

Kollektor-HF-Séattigungsspannung
lc=25mA, T;=150°C

Rinaa

Rinsc

Icer
lcer

leBo

Uericeo
URrycer

hee

fr

C'Lire

Ucksat HF

Min.

275
300

50

60

Typ.

20

Max.

78
17.8

50
10

10

1.8

KIW
KIW

nA
pA

A

MHz

pF



S671 T

1 83 4m0 ? 83 4118 I
Ucksat Uge ra—— y
L afl),
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* 83 4122
Ciire
f=1MHz
4 T,
pF 'amb =25 °C
3
\
\
2
TS
1
0 10 20 30 40V
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S673T

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-HF-Transistoren
Anwendungen: Video-B-Endstufen in Fernsehempfangern

Besondere Merkmale:
® Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

0,54

Kollektor mit metallischer Montageflache verbunden

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucso
Kollektor-Emitter-Sperrspannung

Rge < 2.7 kQ Ucer
Emitter-Basis-Sperrspannung Uggo
Kollektorstrom Ic
Kollektorspitzenstrom Iem
Gesamtverlustleistung

Tease = 25°C Prot
Sperrschichttemperatur T;
Lagerungstemperaturbereich Tstg

T1.2/343.1183 D2

Normgehause

34 A3 DIN 41869

JEDEC TO 202

Gewicht max. 1.8 g

350

300

50
100

7
150
-65...+150

mA
mA

°C
°C
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S673T

Warmewiderstédnde

Sperrschicht-Umgebung

Sperrschicht-Gehiuse

KenngréBen

Tamb = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom
Uce = 250V, Rge = 2.7 kQ,
UCE =200V, RBE = 2.7 kQ, 7; =150°C

Emitterreststrom
UEB =5V

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
IC =1 pA, RBE =27 kQ

Kollektor-Basis-Gleichstromverhdltnis
UCE =20V, ’C =25mA

Transitfrequenz

UCB= 10V,Ilc =10 mA
Rickwirkungskapazitat

Ucg =30V, ic=0mA, f=1 MHz
Kollektor-HF-Sattigungsspannung

Ilc =25mA, Tj=150°C

296

Rihaa

Rinsc

lcer
Icer

leso

Ur)cer 300

hee 50

fr 60

Ciire

Uckesat HF

Typ.

20

Max.

78
178

50
10

10

KIW
KIW

nA
HA

pA

MHz
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1 83 4119 ? 83 4118 l
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mV \' = /’
il '/rr P )
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1601 0.6 T LA
\ ’ csol il | f
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120 \\ \\ \ +125 °C_LaA]
A\VAY \ N 0,4 7
Ic =25 mA ’ P =1
\
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S730T

Silizium-NPN-Darlington-Leistungstransistor

Anwendungen: Elektronische Kfz-Ziindschaltung, allgemeine Schaltanwendungen bei hohen
Spannungen, wobei nur relativ geringe Steuerleistung vorhanden ist.

Besondere Merkmale:

® In Dreifachdiffusions-Technik @ Kurze Schaltzeiten
@ Glaspassivierung ® GroBe Spannungsfestigkeit bei hohen
@ Monolithischer NPN-Darlington Temperaturen

@ Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

0,6:0.05 80 2430

4?5* r \.!l L —* '—_\! B

| L =120 Q =40 Q
[ =
T | | V= t——3 — E
|
BRI P
15 14,5 415 +—+ — - —f- — —— — e — Ve | c
| Kollektor mit
} } ) 1280 55 Gehause verbunden
L | === J B }
AN j ﬂ Normgehéuse
o as e S0 || 3B 2DIN 41872
ol a3 JEDEC TO 3
3370 207 16 Gewicht max. 20 g
Zubehor
Isolierscheiben Best. Nr. 191131
Montageclip Best. Nr. 191940
Absolute Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 400 \Y
Kollektorstrom I 10 A
Kollektorspitzenstrom Iem 15 A
Basisspitzenstrom Igm 2.5 A
Gesamtverlustleistung
Tcase <25°C Ptot 90 W
Sperrschichttemperatur T 150 °C
Lagerungstemperaturbereich Tstg -65..4+150 . °C

T1.2/748.0784 D1
299
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Wairmewiderstand

Sperrschicht-Geh&use

KenngroBen

Tease = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom
UCE =400V
Uce =400V, Tyaee = 125°C

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
lc=2A,Lc=09mH,Fig. 1,2,3

Kollektor-Sattigungsspannung
Ic=10Alg=04A

Kollektor-Basis-Gleichstromverhdltnis
Ue=3V,Ic= 5A
Ilc=10A
DurchlaBspannung der integrierten

Schutzdiode
Ilc=10A

Induktive Energie
Uz;=350V,Ic=7A Fig. 4,5

Schaltzeiten

300

Ilc=5A, Ig1 = —lgy = 50 MA, Toase = 25°C
Abfallzeit

Ausschaltzeit

Rinsc

Iceo
Iceo

Ur)ceo

UCEsat

tofs

Min. Typ.
400
150
25
200
8

Max.

1.39

300

1.8

20

KIW

A
mA

mWs

us
ps



S730T

O 84 4276
Ugp=10V 62 Q 22 Q
0,5 W 0,5 W
lo=5A LC=900uH
BC 160 Ig=100mA

51Q
0,5 W

TL

3 Impulse

BC 107 B 100 Q

t
P_
T =0,1

tp=10 ms

100
mQ

4

Fig. 1 MeBschaltung fur: Ugr)ceo

* 84 4309
) UBR)CcEO P
f Lc=0,9 mH
'c 485 -
5A v ™~
™~
2A S~
4 !
480
Uce
U(sr) cEO 475
-)- =10 ps 470 Fig.3
sa4s02 - - -50 0 50 100 150 °C
Fig. 2 Impulsdiagramm Tcase ——
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p=100 ms

84 4277

Ic=7A LC=9 mH

l -
Ug4=0...30 V

S1 . Z

7v-
UBR) cEO

IiBr)R
100
mQ
-L . : 5W

Fig. 4 MeBschaltung fiir: Induktiven Energietest

tBR)R

— tp —]

Fig. 5 Impulsdiagramm
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TE 13002 - TE 13003

Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Anwendung: Schaltnetzteile, Lampenansteuerschaltungen

Besondere Merkmale:
@ In Dreifachdiffusions-Technik
@® Giaspassivierung
@® Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

Zubehor

Isolierscheibe Best. Nr. 119880
Unterlegscheibe 3.2 DIN 125 A

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Sperrspannung

Emitter-Basis-Sperrspannung
Kollektorstrom
Kollektorspitzenstrom

Basisstrom

T1.2/788.0784 D1

@ Kurze Schaltzeit
@ Verlustleistung 40 W

Kollektor mit
Montageflache verbunden

Normgehéuse:
19 A 2 NIN 441 Q80

12 AS N 41000

JEDEC TO 126 (SOT 32)
Gewicht max. 0.8 g

TE 13002 TE 13003
Uceo 300 400 \'
Uces 600 700 \%
Ueso 9 \
le 1.5 A
lem 3 A
Ig 0.75 A
—Ig 0.75 A

303



TE 13002 - TE 13003

Gesamtverlustleistung
Tease = 25°C
Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Warmewiderstand

Sperrschicht-Gehaduse

KenngroéBen
Tcase = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom
Uce =600V TE 13002
Ucg =700V TE 13003

Tease = 150°C,
Uce=600V  TE 13002
Uce=700V  TE 13003

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
lc=100mA, Lo =125mH, TE 13002

Fig. 1; Fig. 2 TE 13003

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le=1mA

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
Ilc =100 mA, Iz =10 mA
lc= 1A, Ig=025A

Basis-Emitter-Sattigungsspannung
Ic=1Alg=025A
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
Ue=2V,Ic=05A
UCE=2V,IC=1 A
Transitfrequenz
Uce=10 Vv, Ic = 100 mA,
f=1MHz

n —‘TP- =002, t,= 0.3 ms

304

Prot

Tstg

Rinac

Ices
Ices

Ices
Ices

Uerjceo
UeRr)ceo

Usr)EBO

;

UCEsat )
1

Ucesat !

1
UBEsat )

40 W
150 °C
—65..+150 °C
Min. Typ. Max.

3.1 K/W
0.5 mA
0.5 mA
2.0 mA
2.0 mA
300 \"
400 V
9 \
15 Vv
1.0 \
1.2 \Y

8 40

5 25
4 10 MHz



TE 13002 - TE 13003

Schaltzeiten Min. Typ. Max.

Ohmsche Last Fig. 3
Us=125V,Ic=1A,
Ig1 = —lgp = 0.2 A,

tp
tp= 25 s, = 0,01

Einschaltzeit ton 1.0 us
Speicherzeit ts 4.0 us
Abfallzeit ts 0.7 us

Induktive Last Fig. 4,5
IC =1 A, IB1 =02 A,
Ukiemm = 300 V, Uggoit = 5V, Tcase = 100°C

Speicherzeit tsy 4.0 us
Abschaltbelastungszeit te 0.75 us
U O— 84 4295
s2=10V 62 Q 43 Q
0,5 W 0,5 W

Ig=0,2A Lg=125mH

/g=50 mA Dy —
Ug¢=0...30 V 1
5V le=5A s -
W S 7
> BC 107 B —1)Y(8R) cEO
3 Impulse —
t
P _
3 =0,1
th=10 ms ltsr)R
100
mQ

Fig. 1 MeBschaltung fiir: Ugryceo
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TE 13002 - TE 13003

]
c 0,2A
01A
Uce
Y(sR) cEO
844296 —{ =50us

Fig. 2 Impulsdiagramm

50V +Ug=125 V
62 Q
62Q

P25 e 100 puF
1 i
- lg1="'g2=0,24A Yic=1A
“UBgoff=5V o 84 4207

Fig. 3 MeBschaltung fiir: Schaltzeiten mit ohmscher Last
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TE 13002 - TE 13003

+Ugo=5V

33Q

330 BYW32

100 pF
L
= il
1nF
1
1
5V
o— =
fp=50ps ==10 nF
BYW 32 7
”270 Q
68 Q
84 4298

100 pF

“Uggort=5V

Fig. 4 MeBschaltung fiir: Schaltzeiten mit induktiver Last

90%

et

*Us1=9v?

100 pF

Le=200 uH l

Ukiemm =300V

Fig. 5 Impulsdiagramm

84 4299
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TE 13004 - TE 13005

Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Anwendung: Schaltnetzteile, Lampenansteuerschaltungen

Besondere Merkmale:
@ In Dreifachdiffusions-Technik @ Kurze Schaltzeit
@ Glaspassivierung @ Verlustleistung 62.5 W
@ Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

P“.,.u,m
48 | I X 1
{ e [T T 249
[ !
— T 1 0,75 o1
_____ - Y !
il [ | =t —= E Kollektor mit
: * } i Montageflache verbunden
10 3,514+ +H#—— =1 c g
I 2,54
f L _: ;_—_—T—;——;—-:f;tj 8 Normgehéause:
Lr— L T 14 A 3 DIN 41869
— 29 — a7 o JEDEC TO 220
58— Gewicht max. 2.5 g
16 12,2 1 3377
Zubehor
Isolierscheibe Best. Nr. 564542
Absolute Grenzdaten TE 13004 TE 13005
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 300 400 \%
Ucks 600 700 \Y
Emitter-Basis-Sperrspannung Ugso 9 \
Kollektorstrom ‘ Ic 4 A
Kollektorspitzenstrom lem 8 A
Basisstrom Ig 2 A
Basisspitzenstrom Iem 4 A

T1.2/715.0484 D1
309



TE 13004 - TE 13005

Gesamtverlustleistung
Tease = 25 °C

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Warmewiderstand

Sperrschicht-Gehause

KenngroBen

Tease = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom
UCE =600V
Uce =700V

Tease = 150 °C,
Ucg =600V
UCE =700V

TE 13004
TE 13005

TE 13004
TE 13005

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

Ic =100 mA, I—C =125 mH,
Fig. 1,2

TE 13004
TE 13005

Emitter-Basis-Durchbruchspannung

IE=1mA

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

lc=2A,IB=O.5A

Basis-Emitter-Sattigungsspannung

IC=2A,/B=0.5A

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis

UCE=5V, Ilc=10mA

UCE=2V1’C= 1A

UCE= 1 V,IC= 4A
Transitfrequenz

Uce =10V, Ic =500 mA,

f=1MHz

" —t; >0.02, t, = 0.3ms

310

Prot
Tj
Tstg

Min.
Rinac
Ices
Ices
lces
Ices
Uryceo 300
Uriceo 400
UrieBo 9
UCEsat n
UBEsat 1)
hee 10
hee " 10
hee" 4
fr 4

62.5
150
—65..+150

Typ.

Max.

2.0

50
50

0.5
0.5

0.6

1.6

°C
°C

KIW

pA
pA

mA
mA

MHz



TE 13004 - TE 13005

Schaltzeiten Min. Typ. Max.

Ohmsche Last Fig. 3
Us =125V,Ic=2A,
lgr =-lgp=0.4A,

tp
tp= 25 s, — =001

Einschaltzeit ton 0.8 us
Speicherzeit ts 3.5 us
Abfallzeit te 0.9 us

Induktive Last Fig. 4,5
lc=2Alg1 =04A,
Ukiemm = 300V, Uggost = 5 V, Tcase = 100°C

Speicherzeit tsy 4.0 ps
Abschaltbelastungszeit te 0.9 us
O 84 4270
Uga=10V 62 Q 43 Q
0,5 W 0,5 W

I~=0,3A Lar=125mH
c=Y (o]
BC 160 /g=50mA

Ugy=0...30 V Z

+
IS=5A 7_

L
UBr) ceo

BC 107 B

3 Impulse
t
p -
Ea =0,1
tp=10 ms Itsr)R
100
mQ

Fig. 1 MeBschaltung fiir: Ugryceo
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TE 13004 - TE 13005

le
0,3A
0,14
Uce
Ysr)cEO
844300 —1 =50 ps

Fig. 2 Impulsdiagramm

sjj_\_ e
62 Q

tp=25 us
100 pF
250V I
Yic=2A
[e] 84 4271

Fig. 3 MeBschaltung fiir: Schaltzeiten mit ohmscher Last
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TE 13004 - TE 13005

i]__.li
o,

tUgp=5V

tp=50 ps

saﬂu

844272

— [ 2n2222
= 10 nF ’

BYW 32X

”2709

100 pF

Fig. 4 MeBschaltung fiir: Schaltzeiten mit induktiver Last

33Q

33Q BYwW32

BSS 44
BYW 32
14
i<
10Q 1uF

“Uggoft=5V o

*Ug1=9V 0

100 uF

Le=200 pH '

UKIemm=3c‘O v

Ukiemm

Fig. 5 Impulsdiagramm

844299
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TE 13006 - TE 13007

Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Anwendung: Schaltnetzteile, Lampenansteuerschaltungen

Besondere Merkmale:
@ In Dreifachdiffusions-Technik
@ Glaspassivierung
@® Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

@ Kurze Schaltzeit
@ Verlustleistung 100 W

2,45

}

0,75to,1¥

10 35+ +F —f———+—fFo————t

' L
! 2,0 f=— —] a7
’4— 58—
16 12,2
Zubehor

Isolierscheibe Best. Nr. 564542

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Sperrspannung

Emitter-Basis-Sperrspannung
Kollektorstrom
Kollektorspitzenstrom
Basisstrom

Basisspitzenstrom

T1.2/717.0484 D1

P‘s +0,03

1
_#7 B

3377

Kollektor mit
Montagefldche verbunden

Normgehause:

14 A3 DIN 41869
JEDEC TO 220
Gewicht max. 2.5g

TE 13006 TE 13007

300 400 \'%
600 700 \'

9 V

8 A

16 A

4 A

8 A

315



TE 13006 - TE 13007

Gesamtverlustleistung
Tease = 25 °C

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Warmewiderstand

Sperrschicht-Geh&use

KenngroBen
Tcase = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom
Ucg=600V  TE 13006
Uce=700V  TE 13007

Tease = 150°C,
Ucg=600V  TE 13006
Uce=700V  TE 13007

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Ic =100 mA, Lc =125 mH, TE 13006
Fig. 1,2 TE 13007

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le=1mA

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
Ilc=5Alg=1A
Ic=8AIlg=2A

Basis-Emitter-Sattigungsspannung
lc=5Alg=1A

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
Uce=5V,lc=10mA
UCE=5V,IC= 1A
UCE=5V,IC= 4 A

Transitfrequenz

= 1N\ | — ENN A
UCE_ U V, Ic = OUuVU iTiA,

f=1MHz

Prot

Tstg

Rtnic

Ices
Ices

Ices
Ices

Ueryceo
Uryceo

UerjeBo

1)
Ucksat

1
UCEsat )

1)
UBEsat

fr

100 W

150 °C

—65..+150 °C

Min. Typ. Max.

1.25 K/IW

0.5 mA

0.5 mA

1.0 mA

1.0 mA

300 Vv

400 \

9 \%

15 \

3.0 \Y

1.6 \Y
8
10
7

4 MHz



TE 13006 - TE 13007

Schaltzeiten Min. Typ. Max.

Ohmsche Last Fig. 3
Us =125V,Ic=5A,
lgr =-lga=1A,

tp
tp =25 ps, =< 0.01

Einschaltzeit ton 1.1 us
Speicherzeit ts 3.0 us
Abfallzeit t 0.7 us

Induktive Last Fig. 4,5
IC=5A,151=1A,
Ukiemm = 300V, Ugeott = 5V, Tcase = 100°C

Speicherzeit tsy 23 us
Abschaltbelastungszeit te 0.7 us
o 84 4273
Ugp=10V 62 Q 43 Q
0,5 W 0,5 W
IC:O’5A LC=125 mH
BC160 /g=50mA D
Ugy=0...30 V 1
5v Ig=5A =
J s 7]
1) YsR) cEO
3 Impulse _
t
P _
- =0,1
tp=10 ms lBR)R
100
mQ

Fig. 1 MeBschaltung fiir: Ugr)ceo
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TE 13006 - TE 13007

I
C
0,5A
0,1A
Uce
Yier) ceo
844301 —1 =100 pus |w—0o
Fig. 2 Impulsdiagramm
+Ug=125V
—1 o
25Q
100 pF
250V I
Yic=5A
—UBEoff=5V o 84 4274

Fig. 3 MeBschaltung fiir: Schaltzeiten mit ohmscher Last
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TE 13006 - TE 13007

otlUga=5V +Ugy=20V O
100 pF
L
I it 100 pF
1nF 33Q
i
5V 33Q BYW 32 Lc=200uﬂl
1kQ o BSS 44
o — 2N 2222
fp=50ps ==10 nF . BYW 32 UKiemm=300V
<
BYW 32X H
1pF BY 228
”270 Q

2N2905

100 pF

84 4275 “Ugorr=5V

Fig. 4 MeBschaltung fiir: Schaltzeiten mit induktiver Last

844299

Fig. 5 Impulsdiagramm
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2N 1613

Silizium-NPN-Planar-Transistor
Anwendungen: HF-Verstarker und schnelle Schalter

Besondere Merkmale:
@® Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

#9,2 90,5

2222

Absolute Grenzdaten
Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucgo

Kollektor-Emitter-Sperrspannung

Rege <10Q Ucer
Emitter-Basis-Sperrspannung Uggo
Kollektorstrom Ic
Gesamtverlustleistung

Tamb < 45°C Piot
Sperrschichttemperatur T
Lagerungstemperaturbereich Tstg

Warmewiderstande
Sperrschicht-Umgebung Rinsa

Sperrschicht-Gehéduse Rinic

T1.2/609.0484 D1

Kollektor mit Gehause verbunden

Normgehause

5C 3 DIN 41873
JEDEC TO 39
Gewicht max.1.5¢g

75

50
7
800

700
200
-65..+200

Typ. Max.

220
59

mA

mwW
°C
°C

KIW
KIW

321



2 N 1613

Statische KenngroBen
Tamb = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom

Ucg =60V lego®

Uce = 60 V, Tamp = 150°C loso**
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung

Ic =100 pA Ugryceo®
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

Ic =100 mA, Rge=10Q U(BF!)CER*)H
Emitter-Basis-Durchbruchspannung

Ie =100 pA Usrieso®
Kollektor-Sattigungsspannung

Ic =150 mA, Ig =15 mA Ucgsat® "
Basis-Sattigungsspannung

Ic =150 mA, Ig = 15 mA Usesat "
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis

UCE =10V, lc = 0.1mA hee

Uce=10V,Ic= 10 mA heg®

Ug=10V,Ic= 10 mA, Tymp =—55°C heg*®

Ue=10V,Ic =150 mA hee®

Uce=10V,Ic =500 mA hee”

Dynamische KenngroBen

Tamp =25°C
Transitfrequenz

Uce=10V, Ic =50 mA, f=20 MHz fr
Kollektor-Basis-Kapazitét

UCB= 10V, f=1MHz CCBO
RauschmaB

Uce=10V, Ic =300 pA, Rg =510 Q,

f=1kHz, Af =100 Hz P

t
© AQL = 0.65%, *¥ AQL =2.5%, —T" =001,t,=03ms

322

75

50

20
35
20
40
20

60

Typ. Max.
0.9 10
03 10
0.7 15

0.95 1.3

50

105

45
85 120
14 25
12

nA
pA

MHz

pF

daB



2N 1613

Vierpol KenngréBen
Tamb = 25°C
Basisschaltung
Ucg =105V, Ic =5mA, f=1kHz
KurzschluB-Eingangswiderstand
Leerlauf-Spannungsriickwirkung

Leerlauf-Ausgangsleitwert

Emitterschaltung

KurzschluB-Stromverstérkung
Uce= 5V,Ic=1mA, f=1kHz

Uce=10V,Ic=5mA, f=1kHz

* 70243
Ptot
3
N
w N
N
2 N
\\R!hJC
1
N
NN Pthaa \\
N
N
0] 40 80 120 160 °C
Tamb’Tcase "

hip
hrb

hob

hte

Min. Typ. Max.
4 6 8 Q
3 3-10*
0.1 0.23 1 uS
30 100
35 112 150
* I
HERERY
Ico Vea =60V 4
Streugrenze / /
100 "X
nA 4 7,
y
/ )/
7 y
10 /
/]
/
V| | ueg =sov ff
/ 30V
1 /
4
0,1 7
/
/
/
V1
0,01
-40 (o] 40 80 120 °C
Tamb —

323



2N 1613

/| 70244
Ig=90 mA A
} ° APl
Ic 70 ma
pdiye
400 /1 /] | #homa
mA yAay. pdP% !
Vi 4y abass
/ /,1 4/ A [
/' 4 y P 20 mA
300 y va dya U"
/4 10 mA
| ////
1
i /
200 77 L ||
/// Tamb = 25 °C -
//
1001
(] 1 2 3V
Uce —
f 70 246
C
CB
o N
20 f=1MHz
pF N\ Tamb=25°C
AN
16
N\
N
12 N
AN
N
N
8 N
4
o]
1 5 10 50 V
Ucs —~

324

* Tamb = 25 °C J l J 170245
p /,'B= 0,7 mA
c pZENNBNYS
80 7
mA ad P
'/ P 0,5 mA
Rd N
2
60 -l 0.4 mA
= A
'd o 0,3 mA
" ,/
40 T ~
1" 0,2 mA
fmmput L
L1
20 0,1 mA
I
(o] 10 20 30 V
Uce —
f 70247
heg 1]
200 Yee=1V
Tomp=+150°C | |||
TN
160 / +100c [N
N
/ N
120
+25°C | |||
/
N
80 > y’
v
> -55°C | |1
40 >
A
1] (1]
(o]
0,01 (oX] 1 10 mA
le =



2 N 1613

* 70248
UcEsat
1,6
Y ]
1,2 I
hgg =10
Tamb = 25 °C
0,8 /
0,4
7l
(o]
1 10 100 mA
le =™
? 70250
h
N Ugp =Ucg=10V
f=1kHz
Tamb = 25 °C
10 h‘..n=hm“<-:“=5 mA)
5_ h; hob
ib.
\ A/ |

14 hee —tfite | [ 111}
M N
Mo
- N
0,5 o N
AN
N hlb
0,1
1 5 10 50mA
le—

* 70249
UcEsat
1,6
\'
heg =10
y/
y
i =150 mA
1,2 i
/
e
0,8 4
pd
1
0.4 50 mA| |_L4+=T"]
T
0 L7
-50 50 100 °C
Tamb
? 70251
h.. n
’C=5 mA
f=1kHz
Tamb = 25 °C
[T
h..
10 h_(Ugg=Ucg=10 V)
h,
1 ob
5
/
hob / hep
N hte
172 ~ - hip
hfe
0,5
0,1
1 5 10 50V
—

Uce'Uce
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2N 1613

f 70252
h . .n Uog = Ugg=10 v
Ic=5 mA
f=1kHz
h
h = L
10 S Tarn =25 °C)
5
fop heo
ﬁ\\ oy ’// Trb
e Fib
i ! hob
hrp
0,5 {'
0,1 L
-40 0 40 80 °C
——
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2N1711

Silizium-NPN-Planar-Transistor
Anwendungen: Aligemein und NF-Verstérker

Besondere Merkmale:
@® Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

£92 0,5

Absolute Grenzdaten
Kollektor-Basis-Sperrspannung

Koiiektor-Emitter-Sperrspannung
Rge<10Q

Emitter-Basis-Sperrspannung
Kollektorstrom

Gesamtverlustleistung
Tamb < 45°C

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Warmewiderstédnde

Sperrschicht-Umgebung

Sperrschicht-Gehause

T1.2/611.0484 D1

@ Hohe Stromverstéarkung

Ucso

Ucer
Uego

Ic

P; tot

Tstg

Rinia

Ringc

Kollektor mit Gehause verbunden

Min.

Normgehause

5 C 3 DIN 41873
JEDEC TO 39
Gewichtmax.15¢g

75 \"
50

7 \
800 mA
700 mwW
200 °C
-65...4+200 °C

Typ. Max.
220 K/IW
59 K/IW
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2 N1711

Statische KenngréBen
Tamb = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom
UCB =60V
Ucg =60V, Tymp = 150°C

Emitterreststrom
UEB =5V

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
Ic =100 pA

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Ic =100 mA, Rge =10 Q

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
I =100 pA

Kollektor-Sattigungsspannung
Ic =150 mA, Ig =15 mA

Basis-Sattigungsspannung
Ilc=150mA, Ig =15 mA

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
Ucg=10V,lc= 0.01 mA
Ug=10V,ic= 0.1 mA
Uceg=10V,lc= 10mA
Uce=10V,lc= 10mA, Tymp =—55°C
UCE =10V, Ilc= 150 mA
Ucg = 10V, lc= 500 mA

Dynamische KenngréB8en
Tamp = 25°C

Transitfrequenz
Uceg =10V, Ic =50 mA, f= 20 MHz

Kollektor-Basis-Kapazitat
Ueg =10V, f=1MHz

Emitter-Basis-Kapazitat
Ugg=0.5V, f=1MHz

RauschmaB
UCE= 10V, lc =300 pA, RG =510Q,
f=1kHz, 4f =100 Hz

)

*)

lcgo™
lcgo™*

leso®

Ugryceo*

;
Ugrycer "
Ugryeso ™

UCEsat*) R

1
UBEsat )

fr
Ccso

Cero

F**)

t
* AQL = 0.65%, ** AQL=2.5%, ) = =001, t, = 0.3 ms

T
328

Min. Typ.
0.9
0.3
75
50
7
0.7
0.95
20
35
75
35 80
100 130
40
70
14

Max.
10 nA
10 HA
5 nA
\
Y
\
1.5 \
1.3 \
300
MHz
25 pF
80 pF
8 dB



2N1

[al

Vierpol KenngroBen
Tamp = 25°C
Basisschaltung
Uss=5V,lc=1mA, f=1kHz
KurzschluB-Eingangswiderstand
Leerlauf-Spannungsriickwirkung

Leerlauf-Ausgangsleitwert

Basisschaltung
Ucg=10V,Ic=5mA, f=1kHz
KurzschluB-Eingangswiderstand
Leerlauf-Spannungsriickwirkung

Leerlauf-Ausgangsleitwert

Emitterschaltung

KurzschluB-Stromverstarkung
Uce= 5V,Ic=1mA f=1kHz

Uce =10V, Ic = 5mA, f=1kHz

* 70243
Prot
3 \
w N
AN
2
\
\\"thJc
N
N
1
N \
N Fthaa \&
\\ \
NN
0 40 80 120 160 °C
Tamb:Tcase

hip
hrb
hob

Min. Typ. Max.
24 34 Q
5-10*
0.1 0.5 pS
4 6 8 Q
2.3 5-10™
0.1 0.32 1.0 us
30 200
70 150 300
* P 1g= 0,7 ma |77‘25"
A [[]] [mamb=25¢
1
c /’6,6 mA
80 / V 0|5 A
mA I R
' 1 [
Pphd 0,4 mA
A
60 A/'
‘4"” /l 0,3 mA
4/'
>
| |
40 gl ,0,2 mA
/
LA
- 0,1mA
20
n—-’/
(0] 10 20 30V
Uce ™



2 N1711

T l l } I 70255
UCE=1O \'
heg
Tamb =+150 °C
/|
300 /’ \
// +100 °c |-
/ T~
/|
/
200
/ / +25 °C 11
vV / // N
100 s
al
y. AT TN
7 /'
1 1
(0]
0,01 0,1 1 10 mA
le =

330

400
mA

300

200

100+

70253

[TI11],

Ig=90 mA

/40 mA
T

50 mA|

N
NN

soma

AN
A Y

30 mA

NN

,210 mA

N\

ANA R AN

N,

10 mA!

AN

NN

N
N

AN

2




2N 1893

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Schalttransistor
Anwendungen: NF-Verstarker und Schalter

Besondere Merkmale:
@® Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

#9.2 405

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucgo
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo

Rge <10 Q Ucer
Emitter-Basis-Sperrspannung Uggo
Gesamtverlustleistung

Tamb =<45°C Ptot
Sperrschichttemperatur T
Lagerungstemperaturbereich Tstg

Warmewiderstande
Sperrschicht-Umgebung Riha

Sperrschicht-Gehduse Rinsc

T1.2/613.0484 D1

Kollektor mit Gehduse verbunden

Normgehause
5C3DIN 41873
JEDEC TO 39
Gewicht max. 1.5 g

120 \
80 \Y

100

7
700 mw
200 °C
-65...+200 °C

Typ. Max.

220 K/IW
59 K/IW

331



2 N 1893

Statische KenngroBen
Tamb = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom
UCB =90V
Ucg =90V, Tymp = 150°C

Emitterreststrom
Ugg=5V

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
Ilc =100 pA

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Ic =30 mA

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
I =100 pA

Kollektor-Sattigungsspannung
Ic=50mA,lg= 5mA
lc =50mA, g =15 mA

Basis-Sattigungsspannung
Ic=150mA, lg= 5mA
lc =150 mA, Ig =15 mA
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
Ue=10V,Ic= O0.1mA
UCE= 10V,Ic= 10 mA
Uce=10V,lc= 10mA, Tymp =—55°C
Uce=10V, Ic = 150 mA

Dynamische KenngréBen
Tamp = 25°C

Transitfrequenz
Uce =10V, Ic =50 mA, f= 20 MHz

Kollektor-Basis-Kapazitat
Ucg=10V,f=1MHz

Min.
leso
logo**
lego®
Ugriceo ® 120
Ugryceo® 80
Uryeso *) 7
Ucksat
UCEsat »
Usksat
UBEsat
hee 20
hee %) 1) 35
hFE *%) 1) 20
hee® D 40
fr 50
Ccro

t
* AQL = 0.65%, ** AQL=2.5%,” == 0.01, t, = 0.3 ms

T
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Typ.

Max.
10 nA
15 pA
10 nA
\
\
\
1.2 \'%
5 \"
900 mV
13 \'
120
MHz
15 pF



2 N 1893

Vierpol KenngréBen Min. Typ. Max.
Tamp = 25°C

Basisschaltung

UCB=5VrIC=1 mA, f=1kHz

KurzschluB-Eingangswiderstand hip 20 30 kQ
Leerlauf-Spannungsriickwirkung hrp 1.25-10*
Leerlauf-Ausgangsleitwert hob 0.5 uS

Basisschaltung

Ucg=10V,Ic=5mA, f=1kHz

KurzschluB-Eingangswiderstand hip 4 8 kQ
Leerlauf-Spannungsriickwirkung hrp 1.5-10*
Leerlauf-Ausgangsleitwert hop 0.5 uS

Emitterschaltung

KurzschluB-Stromverstérkung

Uce= 5V,Ic=1mA f=1kHz hse 30 100
UCE=1OV,IC=5mA,f=1kHz hte 45
* 70243
Ptot
3 \
N
w \
N
2
\\
\\”thdc
N\
1
N \&
NN Fthaa \\
N
LN
N~
(0] 40 80 120 160 °C

Tamb ' Tcase
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2N 2218-2N 2218 A
2N 2219-2N 2219 A

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Schalttransistoren

Anwendungen: HF-Verstéarker und Schalter

Besondere Merkmale:
® Hohe Sperrspannung
® Hohe Stromverstéarkung
@® Verlustieistung 3 W

@® 2 N 2218 A auch als ,Giitebestétigtes
Bauelement” nach VG 95288 lieferbar

Abmessungen in mm

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Basis-Sperrspannung

Kollektor-Emitter-Sperrspannung

Emitter-Basis-Sperrspannung
Kollektorstrom

Gesamtverlustleistung
Tamb < 25°C
Tamb < 45°C
Tease = 25°C
Tcase = 45 OC

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Warmewiderstiande

Sperrschicht-Umgebung

Sperrschicht-Gehéduse

T1.2/615.0484 D1

®® 2 N 2219 A auch als ,Giitebestétigtes
Bauelement” nach VG 95288 oder
GfW H 0000 als HIREL-Bauelement:
TC 112 lieferbar

Ucso
Uceo
Ueso

Ic

Ptot
Prot
Prot
Piot

Ts'(g

Riha

Rinac

Kollektor mit Geh&duse verbunden

Normgehéause

5 C 3 DIN 41873
JEDEC TO 39
Gewicht max. 1.5 g

2N 2218 2N2218A
2N 2219 2N2219A
60 75
30 40
5 6
800 mA
800 mwW
700 mwW
3 W
2.6 w
175 °C
-65...+200 °C
Min. Typ. Max.
188 K/w
50 KIW
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2N 2218-2N 2218 A
2N 2219-2N2219A

Statische KenngréBen

Tamb = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom
2N 2218,2N 2219
UCB =50V
Ucg =50V, Tamp = 150°C

2N 2218 A,2N2219A
UCB=60V
Ucg =60V, Tymp = 150°C
Uce =60V, Ugg =3V

Emitterreststrom
UEB =3V

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
Ilc=10pA 2N 2218,2N 2219
2N2218A,2N2219A

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Ic=10mA 2N 2218,2 N 2219
2N2218A,2N2219A

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le=10pA 2N 2218,2N 2219
2N2218A,2N2219A

Kollektor-Sattigungsspannung
lc =150 mA, [g=15mA
2N 2218,2 N 2219
2N2218A,2N2219A

Ic =500 mA, Ig = 50 mA
2N 2218, 2 N 2219
2N2218A,2N2219A

Basis-Sattigungsspannung

Ic=150mA, [g=15mA
2N 2218,2 N 2219
2N2218A,2N2219A

Ic = 500 MA, lg = 50 mA

lego”

lego ™

lcso l
lcgo ™
lcev

lego

Urico
Uricso

Uericeo

]
Ugryceo "

UrieBo

Ugryeso

1)
UCEsat

1
UCEsat )

UCEsat
Ucksat

;

Ugsat
1)

UBEsat

2 * 1

UBEsat ’
.

UsEsat

* ke t
) AQL = 0.65%, " AQL = 2.5%, ”—Tp= 0.01,t, = 0.3 ms
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*
*

*
*

*
*

)

N
)

)

60
75

Typ. Max.

10
10

10
10
10

400
300

1.6
1.0

nA
pA

nA
HA
nA

nA

mV
mV



2N 2218 - 2N 2218 A
2N 2219-2N 2219 A

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
Uce = 10V, lc= 0.1 mA
2N 2218,2N2218A
2N 2219,2N 2219 A

UCE= 10V, IC=1 mA
2N2218,2N 2218 A
2N 2219,2N2219A

UCE=10V,IC=10mA
2N 2218,2 N 2218A
2N 2219,2N 2219A

Uce = 10V, Ic= 10 mA, Tamb=—550C
2N 2218A
2N2219A

Uce =10V, Ic =150 mA
2N 2218,2N 2218 A
2N 2219,2N 2219A

Uge = 10V, Ic = 500 mA
2N 2218
2N2218A

a2 A an40
LN cciT

2N2219A

Uce=1V,Ilc=150mA
2N 2218,2N 2218 A
2N 2219,2N2219A

Dynamische KenngréBen
Tamb = 25°C
Transitfrequenz
Ucg =20V, Ic =20 mA, f =100 MHz
2N 2218,2 N 2218 A, 2 N 2219
2N2219A

Kollektor-Basis-Kapazitét
Ucg=10V,f=1MHz

Emitter-Basis-Kapazitét
UEB =05V, f=1MHz
2N 2218,2N 2219
2N 2218 A,2N 2219A

RauschmaB
Ucg =10V, Ic = 100 pA, Rg = 1 kQ,
f=1kHz 2N2219A

hee
hee

fr
fr

Ccro

Ceso
Ceso

Min. Typ. Max.

20
35

25
50

35
75

15
35

40 120
100 300

250 MHz
300 MHz

30 pF
25 pF

. o t
) AQL=10.65%, 7 AQL=2.5%, " —;’ =001, t,=03ms
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2N 2218 -2 N 2218A
2N 2219-2N2219A

Vierpol KenngroBen Min. Typ. Max.
Tamb = 25 °C
Emitterschaltung 2N2218A,2N 2219 A
Uce=10V,Ic=1mA, f=1kHz
KurzschluB-Eingangswiderstand hie 22 kQ
Leerlauf-Spannungsriickwirkung hre 3-10*
Leerlauf-Ausgangsleitwert hoe 9 uS
KurzschluB-Stromverstarkung
2N 2218 A hee 30 150
2N2219A hte 50 300
Uce=10V,Ic=10mA, 2N2218A hee 50 300
2N2219A hye 75 375

Schaltzeiten

Ilc =150 mA, Ig1 = ~lg =15 mA, RL. = 40 Q, Tymp = 25°C siehe MeBschaltung

Einschaltzeit ton 25 ns
Ausschaiizeit totf 150 ns
RG =50Q
ty =t, <15 ns
t
P
Oszilloskop:
p=02ks o Rj 2100 kQ
B .

751256

MeBschaltung fiir: ton, tof
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2N 2218-2N 2218 A
2N 2219-2N2219A

f 79258 f 79 2808
P
tot [/
c '7p=o,o1
Tease =25 °C
3
w \
\ 1000
\ mA —~ == P=01 ms
N AY .
\\ 500 Ry
R,
2 \thJC \ \
\ Rthac L1 ms
\ N
\\ 100 =
1 \N
\ 50 2N 2218 |
i \ 2N 2219
N fthoa \ 2N 2218 A
N \\ 2N 22194 |
NN
\
10
[0} 40 80 120 160 °C 1 5 10 50V
Tamb:Tcase ™ Uce—

? 79 2816
zthp
100
K/W
50 =
lp L
A s S R e L
L2
L LT _|~ b
LL et =T -—‘—‘1f :’ w
o bt T T AT
= -
] 0'1 —= o ’1',
5+ o,(:[s/ pE
e b 1
-
( 0,02 '/
V%
Ve 0,01
1 / LIt
10~6 10~5 104 10~3 1072 101 10°s
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2N 2218-2N 2218 A
2N 2219-2N2219A

? 70260 * 70226
U, ’c
CER Ic=10 mA
Tamb =25 °C
80 400
Vv mA
™
Tamb=25 T
60 Y ‘\ 300 ’B=:“A//
LA~ 5mA |_L—
\\ JT_—— || /' /% 4 mlA
2n2218 A [|]] ] A
N 2N 2219 A " 3mA
40— NG 200 A —
\ | Y/ . .
2mA
Nl [ = e
2N2218 —‘ =]
aN2219 [[]]] VPl Ll
20 i 100 A
1,
0 | RN
01 1 10 kQ 0 : Y
Rge — Ucg—m

* [ I J i Toz2217 f 70266
T, mb= 25 °C
I : b‘ ] UcEsat
400 ~ Ig= 6 mA 1,0
mA /,/ 5ma -—L \ heg =10
7 I Tamb = 25 °C
// /‘/ ama| 08 ‘"HT
| l/ /1 !
300 > L Aama I
A d
w v |
| | A T 2mA 06 2N 2218 ‘744
2N2218 A
2001177 1 H ]
L ||
~ | 04 Finil
BES
100 =T !
- 0,2 /
/
[ HAon221e |]]
1 0 2N2219 A |
) 10 20V 0,1 1 10 100 mA
UCE-> [C—>
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2N 2218 - 2N 2218 A
2N 2219 -2 N 2219 A

f 70268 ? 2N2218 70262
2N2218 A
UBESat hFE T T T T T T T
|
2,0 f 200
\' |
= Ppe =10
Tamp = 25 °C | Ugg =10V
1,6 Tl 160 -
2N221a___y l Tamb=65 °C ||
2N2218 A v ™N
/
1,2 120
/Y
// / L1 ™ VI {
Z, ull % \e e
1 2n2219 | 7 1 NG
0.8 7 11| 2n2219 A 80 P A oo 4
1T P
—— ]
0,4 40
(] 0
0,1 1 10 100 mA 0,1 1 10 100 mA
f 2N 2219 e T
h 2N2219A
FE
]
400 1]
Ugg =10V
Tamb = 65 °C
=T
|
300 ‘
, Il \
/ ~~TTIMN\
4 /f \ !
200 / Y L_
y \25°Cc
7 LN -
/A ol \10 °c
100 g
]
(]
0,1 1 10 100 mA
le —
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2N 2221 -2N 2221 A
2N 2222 - 2N 2222 A

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Schalttransistoren
Anwendungen: HF-Verstarker und Schalter

Besondere Merkmale:

® Hohe Sperrspannung @@ 2 N 2222 A auch als ,Gutebestétigtes
@ Hohe Stromverstirkun Bauelement” nach VG 95288 oder

, 9 GW H 0000 als HIREL-Bauelement:
@ Verlustleistung 1.8 W TC 103 lieferbar

@@ 2 N 2221 A auch als ,Gltebestétigtes
Bauelement” nach VG 95288 lieferbar

Abmessungen in mm

Kollektor mit Gehduse verbunden

Normgehéause

18 A3 DIN 41876
JEDEC TO 18
Gewicht max. 0.5 g

Absolute Grenzdaten 2N 2221 2N 2221 A
2 N 2222 2N 2222 A
Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucso 60 75 \
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 30 40 \%
Emitter-Basis-Sperrspannung Uggo 5 6 \%
Kollektorstrom Ic 800 mA
Gesamtverlustleistung
Tamb =25°C Ptot 500 mwW
Tamb < 45°C Piot 430 mwW
Tease =25°C Piot 1.8 w
Tease <45°C Piot 1.55 w
Sperrschichttemperatur T 175 °C
Lagerungstemperaturbereich Tstg -65...+200 °C
Wiarmewiderstédnde Min. Typ. Max.
Sperrschicht-Umgebung Rthsa 300 KIW
Sperrschicht-Gehause Rinic 84 KIW

T1.2/617.0484 D1
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2N 2221-2 N 2221 A
2N 2222 - 2 N 2222 A

Statische KenngroBen Min. Typ. Max.

Tamb = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom
2N 2221, 2 N 2222

Ucg =50V Iego” 10
Ucg =50V, Tymp = 150°C lego ™ 10
2N2221A,2N2222 A
Ucg =60V lego” 10
Ucg = 60 V, Tamp = 150 °C lego ™ 10
Uce=60V, Ugg =3V lcev 10
Emitterreststrom
U =3V Ieso 10
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
lc=10pA 2N 2221,2 N 2222 Ugryceo 60
2N2221A,2N2222 A Ugrycso” 75
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Ilc=10mA 2 N 2221, 2 N 2222 Ugryceo " 30
2N2221A,2N2222A Uryceo " 40
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le=10pA 2N 2221,2 N 2222 Ugryego 5
2N 2221 A, 2N 2222A Ugryego 6

Kollektor-Sattigungsspannung
Ic =150 mA, Ig=15mA

2 N 2221, 2 N 2222 Ucesat” 400
2N2221A,2N2222A Ucesat 300

Ic = 500 mA, Ig = 50 mA
2 N 2221, 2 N 2222 Ucesat " 1.6
2N 2221 A,2N2222A Ucgsat " 1.0

Basis-Séattigungsspannung
lc =150 mA, Ig=15mA

2 N 2221, 2 N 2222 Usgsat 13
2N2221A,2N 2222 A Uggsat 1.2
Ic = 500 mA, Ig = 50 mA
2 N 2221, 2 N 2222 Uggsat " 26
2N2221 A, 2N 2222 A Uggsat " " 20

* e t
' AQL=065%, ) AQL=25%, ¥ = =0.01,t, = 0.3 ms
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nA
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nA
pA
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2N 2221 -2N2221 A
2N 2222 -2 N 2222 A

Min. Typ. Max.
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
Uce=10V,lc=0.1 mA
2N 2221,2N 2221 A hre 20
2N2222,2N2222A hee 35
Ue=10V,Ic=1mA
2N 2221,2N 2221 A hee 25
2N2222,2N2222A hee 50
Uce=10V,Ic=10mA
2N2221,2N2221A hee 35
2N 2222,2N 2222 A hee 75
Uce =10V, Ic =10 mA, Tymp = -55°C
2N2221A hee ™" 15
2N2222A hee™ 35
Uce =10V, Ic = 150 mA
2N2221,2N2221A hee Y 40 120
2N 2222, 2N 2222 A hee "V 100 300
Uce = 10V, Ic = 500 mA
2 N 2221 hee " 20
2N 2221 A hee" 25
2N 2222 hee " 30
2N2222A heeV 40
Ucg =1V, Ic =150 mA
2N 2221,2N 2221 A hee " 20
2N 2222, 2N 2222 A hee 50
Dynamische KenngroBen
Tamb = 25 °C
Transitfrequenz
Ucg =20V, Ic = 20 mA, f = 100 MHz
2 N 2221, 2 N 2221 A, 2 N 2222 fr 250 MHz
2N2222A fr 300 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat
Ugg =10V, f=1MHz Ccro 8 pF
Emitter-Basis-Kapazitat
Ugg =05V, f=1MHz
2 N 2221, 2 N 2222 Ceso 30 pF
2N 2221 A,2N2222 A Ceso 25 pF
RauschmaB
Uce =10V, Ic = 100 pA, Rg = 1 kQ,
f=1kHz 2N2222 A F 4 dB

. - t
) AQL=10.65%, 7 AQL=2.5%, ! T" =001,t,=03ms
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2 N 2221 -2 N 2221 A
2 N 2222 -2 N 2222 A

Vierpol KenngréB8en
Tamb = 25°C

Emitterschaltung

Uce=10V,lc=1mA f=1

2N 2221 A,2N 2222 A

kHz

KurzschluB-Eingangswiderstand

Leerlauf-Spannungsriickwirkung

Leerlauf-Ausgangsleitwert

KurzschluB-Stromverstarkung

UCE= 10V, Ic= 10 mA,

Schaltzeiten

2N 2221 A
2N 2222 A

2N2221A
2N 2222 A

hie
hre
hoe

30
50

50
75

Ic =150 mA, Igy = =lg; = 15 MA, Ty, = 25 °C siehe MeBschaltung

Einschaltzeit
R =200Q

Ausschaltzeit
R.=40Q

751256

MeBschaltung fur: to,, tof

346

Loft

Oszilloskop:
R; =100 kQ

Typ.

22

3-10*

N
(5]

150

Max.

150
300

300
375

kQ

HS

3

ns



2N 2221 -2N 2221 A
2N 2222 - 2N 2222 A

? 70259 ? 70261
Prot [T\, Ycer lo =10 ma
Tamb = 25 °C
1,6 \\ 80
w v
™
\
1,2 \\ 60 § \‘
\ AN
\ '\
Rthyc N 2N 2221 A |11
|| 2N 22224
0,8 \ 40 N
\
\ )
\\ 2N 2221 H
N 2N 2222
™ L_LL
0.4 \\jthJA 20
N
\
L1 0
(o] 40 80 120 160 °C 0,1 1 10 kQ
Tamb > Tcase Rgg ™
* 70226 * I 1 | I 70227
IC Ic Tamb= 25 °C
[ []
400 400 Ig=6mA
mA mA Z,l 5mA
Tamb=25C v ‘
P!
// / 4 mA
| 7
300 /g=6mA_—1 300 / // & A3 mA
L5 ma | _1— yD e A
LT ama fd o
P [+ i — | //2 mA
/% -] 3mA_|_|
200 /// 4:—_’_ ’I — 200~ /"/
A 2 mA =
N == HELTe
—-’
10044/ Tma 100 ="
7 " .
l
o] 1 2V 0 10 20V
Ucgp—» Uce—
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2N 2221 - 2N 2221 A
2N 2222 - 2 N 2222 A

? 70267
Ucesat
1,0
Vv heg =10
Tamb =25 °C
0,8
0.6 2N2221 | |1
2N2221A
0,4 I[ l
/
0,2 ///
A/
f2n2222 ||
2N2222 A
o] 1
0,1 1 10 100 mA
lc
? 2 N 2 2 21 70263
2N2221A
hgg
200
Ugg =10V
160
Tamb=65 °C ||
v b
120
- \\ \
3
o | ™N
80 -
4/ 1‘0"0 -+
T
40
o-
01 1 10 100 mA
le—
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? 70269
UgEsat
2,0
\"
hpg =10
Tamb = 25 °C
1,6
|
N2221] |]
N2221A
1,21—
//
/
1/ 2N2222 |
0.8 —T1_ 2N2222A
T
0,4
(o]
0,1 1 10 100 mA
f 2 N 2222 i
2N 2222A
hee N
|
400 |
Ugg =10V
] Tamb =65 °C
300
\
/ P N
4 P
y
200
‘.25°c
// LA
o \10 °c
100 2
]
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2N 2904 - 2N 2904 A
2N 2905 -2 N 2905 A

Silizium-PNP-Epitaxial-Planar-Schalttransistoren
Anwendungen: Verstédrker und Schalter

Besondere Merkmale:

® Hohe Sperrspannung @@ 2 N 2905 A auch als ,Giitebestétigtes
© Verlustleistung 3 W Bauelement” nach VG 95288 oder
. . GfW H 0000 als HIREL-Bauelement:
@@ 2 N 2905 auch als ,Glitebestatigtes TC 205 lieferbar

Bauelement” nach VG 95288 lieferbar

Abmessungen in mm

# 51 £85 $9,2 20,5

Kollektor mit Geh&duse verbunden

Normgehéause
5C3DIN 41873
JEDEC TO 39
Gewicht max. 1.5 g

2222

Absolute Grenzdaten 2 N 2904 2N 2904 A
2 N 2905 2N 2905 A
Kollektor-Basis-Sperrspannung -Ucgo 60 \
Kollektor-Emitter-Sperrspannung =Uceo 40 60
Emitter-Basis-Sperrspannung -Uego 5
Kollektorstrom ~lc 600 mA
Gesamtverlustleistung
Tamb =<25°C Prot 600 mwW
Tease = 25°C Prot 3 w
Sperrschichttemperatur T 200 °C
Lagerungstemperaturbereich Totg -65...+200 °C
Warmewiderstiande Min. Tvp. Max.
Sperrschicht-Umgebung Rinua 290 KIW
Sperrschicht-Gehduse Rinic 58 K/IW

T1.2/619.0484 D1

349



2N 2904 -2N 2904 A
2 N 2905 - 2 N 2905 A

Statische KenngroBen

Tamb = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom
-Ucg =50V 2 N 2904, 2 N 2905
2N2904 A,2N2905 A

—Ucg =50V, Tymp = 150°C
2 N 2904, 2 N 2905
2N 2904 A, 2N 2905 A

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
—lc =10 pA

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
—-lc=10mA
2 N 2904, 2 N 2905
2N 2904 A, 2 N 2905 A

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
—le=10pA

Kollektor-Sattigungsspannung
=lc =150 mA, -lg =15 mA
—Ic =500 mA, —lg =50 mA

Basis-Sattigungsspannung
=lc =150 mA, -lg =15 mA
—Ic = 500 mA, —IB =50 mA
Kollektor-Basis-Gleichstomverhdltnis
~Uce =10V, =lc =0.1 mA
2 N 2904
2N 2904 A
2 N 2905
2N 2905 A

=Uceg=10V, —Ic =1mA
2N 2904
2N 2904 A
2 N 2905
2N 2905 A

=Uce =10V, —=lc =10 mA
2 N 2904
2N 2904 A
2 N 2905
2N 2905 A

_UCE =10V, "Ic =150 mA
2N 2904,2 N 2904 A
2N 2905,2 N 2905 A

=lcso ')
~Icgo”

)

=Icso
=Icso

*x)

-Uricao

1
-Uer)ceo ') )

1
-Ugryceo "

-Ugrjeso

91
~Ucksat "

1
~Ucksat D

91
~Uggsat ) "

1
~UskEsat D

hee
hee
hee

hee
hee

hee?"
hee?V

. " 4
) AQL = 0.65%, " AQL=25%, "’ ==0.01,t, = 0.3 ms

T
350

60

40
60

20
40
35
75

25
40
50
100

35
40
75
100

40
100

Max.

20
10

20
10

400
1.6

1.3
26

120
300

nA
nA

pA
pA



2N 2904 - 2N 2904 A
2N 2905 -2N2905 A

Min. Typ. Max.
=Ucg = 10V, =lc = 500 mA
2 N 2904 hee " 20
2N 2904 A hee " 40
2 N 2905 hee" 30
2N 2905A hee " 50
Dynamische Kenngr6B8en
Tamb = 25 °C
Transitfrequenz
=Uce =20V, =Ic =50 mA, f= 100 MHz fr 200 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat
~Ucg =10V, f=1 MHz Cceo 4 pF
Emitter-Basis-Kapazitat
~Ugg=2V,f=1MHz Ceso 30 pF

Schaltzeiten
=lc =150 mA, ~lg1 = Igz = 15 mA, Tomp = 25 °C, siehe MeBschaltung

Verzogerungszeit ty 10 ns
Anstiegszeit t 40 ns
Einschaltzeit ton 45 ns
Speicherzeit ts 80 ns
Abfallzeit ts 30 ns
Ausschaltzeit toff 100 ns
HG=50 Q +2V9Q 9—20V

tg=t,<2ns 130

B _o01 Q

T

Oszilloskop:

sk

tp=0,2us O
-20 vu 5
Q

75592

R; =100 kQ

MeBschaltung fir: tg, t,, ton, ts, ts, tos

tp
D =001,t,=03ms
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2N 2904 - 2N 2904 A
2 N 2905 -2 N 2905 A
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2 N 2906 - 2 N 2906 A
2 N 2907 - 2 N 2907 A

Silizium-PNP-Epitaxial-Planar-Schalttransistoren
Anwendungen: Verstdrker und Schalter

Besondere Merkmale:

® Hohe Sperrspannung @® 2 N 2907 A auch als ,Gltebestéatigtes
) Verlustleistung 1,8W Bauelement” nach VG 95288 oder
. " GfW H 0000 als HIREL-Bauelement:
@@ 2 N 2907 A auch als ,Giitebestétigtes TC 201 lieferbar

Bauelement” nach VG 95288 lieferbar

Abmessungen in mm

Kollektor mit Gehause verbunden

Normgehause

18 A3 DIN 41876
JEDEC TO 18
Gewichtmax.0.5g

Absolute Grenzdaten 2 N 2906 2N 2906 A
2 N 2907 2N 2907 A
Kollektor-Basis-Sperrspannung -Ucso 60
Kollektor-Emitter-Sperrspannung -Uceo 40 60 \
Emitter-Basis-Sperrspannung —Ueso 5
Kollektorstrom =lc 600 mA
Gesamtverlustleistung
Tamb =< 25°C Piot 400 mwW
Tease <25°C Piot 1.8 w
Sperrschichttemperatur T 200 °C
Lagerungstemperaturbereich Tstg -65...+200 °C

-
-1
=
cL
a
=
=

yp. ax.
Sperrschicht-Umgebung Rihua 440 K/w
Sperrschicht-Gehduse Rinic 97 K/W

T1.2/621.0484 D1
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2 N 2906 - 2 N 2906 A
2 N 2907 - 2N 2907 A

Statische KenngroBen

356

Tamb = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom
~Ucg =50V 2 N 2906, 2 N 2907
2N 2906 A, 2N 2907 A

—Ucg =50V, Tymp = 150°C
2 N 2906, 2 N 2907
2N 2906 A, 2 N 2907 A

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
—lc =10 pA

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
=lc =10 mA
2 N 2906, 2 N 2907
2N 2906 A, 2N 2907 A

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
~le=10pA

Kollektor-Sattigungsspannung
—lc =150 mA, -l = 15 mA
—lc =500 mA, —Ig = 50 mA

Basis-Séattigungsspannung
=lc =150 mA, =lg =15 mA
=Ic = 500 mA, —Ilg = 50 mA
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
-UCE =10V, -Ic =0.1 mA
2 N 2906
2 N 2906 A
2 N 2907
2N 2907 A

_UCE =10V, =-lc=1mA
2 N 2906
2N 2906 A
2 N 2907
2N 2907 A

“Uce =10V, ~lc =10 mA
2 N 2906
2N 2906 A
2 N 2907
2N 2907 A

~Ugg = 10V, —Ic = 150 mA

2 N 2906, 2 N 2906 A
2N 2907, 2 N 2907 A

~lcgo”
—lcgo”

‘/cso‘ )
—lcso

~Ugrycso

91
-URriceo ') )

1
~Ugrceo "

-Ugryeso

1)
)

~Ucksat
~Ucksat

. - lf
) AQL=065% ") AQL=25%, " = =001,t,= 03 ms

60

40
60

20
40
35
75

25
40
50
100

35
40
75
100

40
100

Typ. Max.

20
10

20
10

400
1.6

1.3
2.6

120
300

nA
nA

pA
1.

mV
mV



2N 2906 - 2 N 2906 A
2 N 2907 - 2 N 2907 A

Min. Typ. Max.
=Ucg = 10V, =Ic = 500 mA
2 N 2906 hee " 20
2N 2906 A hee " 40
2 N 2907 hee 30
2N 2907 A hee " 50
Dynamische KenngréBen
Tamb = 25°C
Transitfrequenz
~Uce =20V, —Ic = 50 mA, f= 100 MHz fr 200 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat
~Ugg =10V, f=1 MHz Ccao 4 pF
Emitter-Basis-Kapazitat
_UEB =2V, f=1MHz CEBO 30 pF

Schaltzeiten

—lc =150 mA, —Igy = Igo = 15 mA, R_ = 130 Q, Tomp = 25 °C, siehe MeBschaltung

Verzdgerungszeit ty 10 ns
Anstiegszeit t 40 ns
Einschaltzeit ton 45 ns
Speicherzeit ts 80 ns
Abfallzeit ts 30 ns
Ausschaltzeit toff 100 ns
RG =50 Q

ty =t, <2 ns

o

— =0,01

T

Oszilloskop:

tp=0,2us 0 R; 2100 kQ
-20v L

75592

MeBschaltung fur: tg, t,, ton, ts, tf, tosf

t
) =0011=03ms
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2 N 2906 - 2 N 2906 A
2 N 2907 - 2N 2907 A
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2N 2906 - 2 N 2906 A
2 N 2907 - 2 N 2907 A
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2 N 2906 - 2 N 2906 A
2 N 2907 - 2N 2907 A
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2 N 3019

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Transistor
Anwendungen: Allgemein und Verstérker

Besondere Merkmale:
@® Hohe Sperrspannung @ Verlustleistung 5 W
@® Hohe Stromverstéarkung

Abmessungen in mm

#51 #85 $9.2 40,5

Kollektor mit Gehduse verbunden

Normgehdause

5 C 3 DIN 41873
JEDEC TO 39
Gewichtmax.15g

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucso 140 \Y
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 80 \)
Emitter-Basis-Sperrspannung Uego 7 \'
Kollektorstrom I 1 A
Gesamtverlustleistung

Tamb =< 25°C Phot 800 mW

Tease =25°C Ptot 5 w
Sperrschichttemperatur T 200 °C
Lagerungstemperaturbereich Tstg -65...+200 °C

Warmewiderstande Min. Typ. Max.

Sperrschicht-Umgebung Rihia 218 KIW
Sperrschicht-Gehduse Rinuc 35 KIW

T1.2/623.0484 D1
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2 N 3019

Statische KenngroBen

Tamb = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom
UCB =90V
Ucg =90V, Tymp = 150°C

Emitterreststrom
Ugg=5V

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
Ic =100 pA

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Ilc =30 mA

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Ig =100 pA

Kollektor-Sattigungsspannung
lc =150 mA, lg = 15mA
Ic =500 mA, Iz =50 mA

Basis-Sattigungsspannung
Ic =150 mA, Iz = 15 mA

Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
UCE=10V1IC= 0.1 mA
Uceg=10V,lc= 10mA
UCE =10V, IC =150 mA
UCE =10V, IC = 150 mA, Tamb =—55°C
Uce =10V, Ic = 500 mA
UCE=10V,IC= 1A

Dynamische KenngréB8en
Tamb = 25°C

Transitfrequenz

Uce=10V,lc =50mA, f=20 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat

UCB= 10V, f=1MHz

KurzschluB-Stromverstédrkung
Uce=5V,lc=1mA, f=1kHz

logo
lego ™

leso”

Ugrycso

91
Ugryceo "

Usryeso

)1
UCEsat ') )

UCEsat

"1
UBEsat D

fr
Ccgo

hte

> EEs t
) AQL=0.65%, " AQL=25%, V= =001, t, =03 ms
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100

80
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10

10

200
500

1.1

300
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140

nA
A

nA

mV
mV

MHz

pF



2 N 3019
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2 N 3053

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Transistor

Anwendungen: Aligemein

Besondere Merkmale:
@ Hohe Sperrspannung
@ Hohe Stromverstédrkung

Abmessungen in mm

$9.2 05
—_—

Absoiute Grenzdaten
Kollektor-Basis-Sperrspannung
Kollektor-Emitter-Sperrspannung

Rege=10Q
Emitter-Basis-Sperrspannung
Kollektorstrom

Gesamtverlustleistung
Tamp = 25°C

Tease =25°C,Uce =5V
Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Wiarmewiderstéande

Sperrschicht-Umgebung

Sperrschicht-Gehéduse

T1.2/625.0484 D1

Ucso
Uceo
Ucer
Uero

Ic

Ptot
Ptot

Tstg

Ringa

Rinic

@ Verlustleistung 5 W

Kollektor mit Gehaduse verbunden

Min.

Normgehéause

5 C 3 DIN 41873
JEDEC TO 39
Gewicht max.1.5g

60 \

40 \

50 v

5 \

1 A

1 W

5 W

200 °C

-65...+200 °C
Typ. Max.

175 K/w

35 KIW

365



2 N 3053

KenngréBen

366

Tamb = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom
UCB =30V
Emitterreststrom
UEB =4V
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
Ic =100 pA

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Ic =100 mA
IC = 100 mA, RBE =10Q

Emitter-Basis-Durchbruchspannung

lg =100 pA
Kollektor-Sattigungsspannung

lc=150mA, Iz = 15 mA
Basis-Sattigungsspannung

Ic=150 mA, Iz = 15 mA
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis

Uce=10V, Ilc =150 mA
Transitfrequenz

Uce =10V, Ic =50 mA, f= 20 MHz

Kollektor-Basis-Kapazitét
UCB= 10V, f=1MHz

Icgo”

lego

Ugryceo

91
Ugryceo ' "

Ugrycer" "
Uer)eso
UCEsat 7
Usksat "
hee D

fr

Ccso

. " t
) AQL=0.65%, ) AQL=25%, "7 = 0.01,1,= 03 ms

Min. Typ.

60

40
50

50

100

Max.
250 nA
250 nA
\
\
\
\
1.4 \%
1.7 \
250
MHz
15 pF



2 N 3700

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Transistor
Anwendungen: Aligemein

Besondere Merkmale:

® Hohe Sperrspannung @@ Auch als ,Gutebestatigtes
® Hohe Stromverstarkung Bauelement” nach Gfw H 0000 als
@ Verlustleistung 1,8 W HIREL-Bauelement TC 106 lieferbar

Abmessungen in mm

Absolute Grenzdaten

Koliektor-Basis-Sperrspannung Ucso
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo
Emitter-Basis-Sperrspannung Uego
Kollektorstrom e
Gesamtverlustleistung

Tamb = 25°C Piot

Tease =25°C Phot
Sperrschichttemperatur T
Lagerungstemperaturbereich Tstg

Warmewiderstédnde
Sperrschicht-Umgebung Rihaa

Sperrschicht-Gehduse Rinac

T1.2/627.0484 D1

Kollektor mit Gehéduse verbunden

Normgehduse

18 A3 DIN 41876
JEDEC TO 18
Gewicht max. 0.5g

140 v
80
7
1 A
500 mwW
1.8 \
200 °C
-65...+200 °C
Typ. Max.
350 KIW
97 KIW

367



2 N 3700

KenngréBen

368

Tamb = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom
Ucg=90V
Ucg =90V, Tymp =150°C

Emitterreststrom
UEB =5V

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
Ic =100 pA

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Ilc =30 mA

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le =100 pA '

Kollektor-Sattigungsspannung
Ilc =150 mA, lg=15mA
Ic =500 mA, g = 50 mA

Basis-Séttigungsspannung
Ilc =150 mA, Ig =15 mA

Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
UCE=1OV, IC= 0.1 mA
Uce=10V,Ic= 10mA
Uce=10V,Ic= 150 mA
Uce =10V, Ic = 150 MA, Tease = —55°C
Uce=10V, Ic = 500 mA
Uge=10V,Ic= 1A

Transitfrequenz

Uce=10V, Ic=50mA, f=20 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat

UCB= 10V, f=1MHz

KurzschluB-Stromverstédrkung
Uce=5V,Ic=1mA, f=1kHz

Icgo”

lego

lego”

UericBo
Uericeo

Uerjeo

*

UCEsat
»

UCEsat

UBEsat

Ccro

hte

. o t
' AQL=065%, " AQL=25%,") == 0.01,t, = 0.3 ms

)

)

)

1)

)

)

)

Min. Typ.

140

80

50
90
100
40
50
15

100

80

Max.

10
10

10

200
500

1.1

300

12

400

nA
pA

nA

mV
mV

MHz

pF



2 N 3700

1 782473
P,
t
ot \\
16 \\
w \\
\
R
12 \\!hJC
\\
08
N
04 NFthia
NN
N
‘\\
0 40 80 120 160 °C
Tamb s Tcase ’
5mAI 4,5 mA 731335
I ‘/1 mA 3,5mA
1 ’ // =1
(&
a0
400 II,/ T 3mA |
mA A
[ | I // 2,5mA|__|
1 " e
3001
|| 2 mA
|| JAP -
| Tll/
] / 1,5mA[ |
2001+
/
/
1 mAL__|
100+ /
/g=0,5 mA —
y 7}%25; el |
I | |
0] 1 2V
Uce —

+—H 79 1730
} H
F—1 f,
Rthac [ -+ L]
50 T
!
K/W b §
//’ LA\
0,5 i+ PV
— T A
> v/
AT '//
0,2 ,—// a/ //’
LT e ///
10+ %13 — /4
1 >
0,05 | LA 7,
'y
L] /
5 0,02 b
T
| o011
//
1
0,01 0,1 1 10 ms
!p——>
? 731286
Ucesat
0,8
A"
hpg =10
Tj=25°%C
0,6
L
/
0.4 Streugrenze /‘ I
' /
™
/
/ (1]
0,2 i f—f/
T+~ 11 P
™~ ____-/
(o]
1 10 100 mA
, —
C



2 N 3700

<

0,5

0,1

731334

1v

0:
m
o

25 °

0,05

0,01
0

370

0,2

0,4

0,6

0,8 A

IC—>

} [T Teees
hre o

160 p

/

120

80

40

(o]

1 10 100 mA
e —




2 N 4033

Silizium-PNP-Epitaxial-Planar-Transistor
Anwendungen: Kleinsignal und allgemein

Besondere Merkmale:
® Hohe Sperrspannung @ Verlustleistung 4 W
® Hohe Stromverstarkung

Abmessungen in mm

Kollektor mit Gehduse verbunden

Normgehause

5 C 3 DIN 41873
JEDEC TO 39
Gewicht max. 1.5 g

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Basis-Sperrspannung -Ucso 80 \%
Kollektor-Emitter-Sperrspannung -Uceo 80 \
Emitter-Basis-Sperrspannung ~Ueso 5 \)
Kollektorstrom =l 1 A
Gesamtverlustleistung

Tamp =25°C Prot 0.8 w

Tease <25°C Piot 4 w
Sperrschichttemperatur T 200 °C
Lagerungstemperaturbereich Tstg -65...+200 °C

Warmewiderstande Min Typ Max

Sperrschicht-Umgebung Rihsa 220 K/IW
Sperrschicht-Gehéduse Rihsc 44 KIW

T1.2/629.0484 D1
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2 N 4033

Statische KenngroBen Min.
Tamb = 25°C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom

~Ucg=60V ~Icso”
~Ueg=60V,Tmp,=150°C I cpo ™
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
—Ic=10pA -U @ryceo 80
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
-Ic=10mA “Ugrceo”"” 80
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
-lg=10pA -U gryeBo 5
Kollektor-Sattigungsspannung
—lc =150 mA,-Ig=15mA U cgsat”
—lc =500 mA, —/g =50 mA —Ucgeat 'V
Basis-Séttigungsspannung
-lc =150 mA,~Ig=15mA _UBEsatU
—Ic =500 mA,~Ig =50 mA -Uggsat™ "
Kollektor-Basis-Gleichstromverhdltnis
‘UCE=5V,"IC=1OOPA hFE 75
~lc =100 mA heg?? 100
=l =100 mA,Tymp =-55°C hee? 40
~Ic =500 mA heg? 70
“lc= 1A heg? 25

Dynamische KenngréBen
Tamb = 250 (¢

Transitfrequenz
~Ucg=10V,~/c =50 mA,f = 100 MHz fr 150

Kollektor-Basis-Kapazitat
~Ucg=10V,f =1 MHz Ccro

Emitter-Basis-Kapazitat
_UEB'—_O.S V,f =1 MHz CEBO

t
) AQL = 0.65%, ™ AQL = 2.5%, ”7" =001t,=03ms
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Typ.

Max.

50
50

150
500

900
1.1

300

20

110

nA
HA

mV
mV

mV

MHz
pF

pF



2 N 4033

Schaltzeiten Min. Typ. Max.
=Ic ~ 500 MA, —lg1 ~ Igo =~ 50 MA, Tymp = 25°C siehe MeBschaltung

Einschaltzeit ton 100 ns
Ausschaltzeit toff 400 ns
Bg =50 Q

tg =t <20 ns

t
T" =0,01

1

tp =10 ps OU
-20V

75498

Oszilloskop:

Rjz 100 kQ

MeBschaltung fir: top, toff

T 792811 ? 79 2810 e
P,
tot )
(o &
+-o0.01
w4 \‘ Tease = 25 °C
N
1000
mA L o -0 ms [
3 \
\ Rtnac 500 \
N
\C )
N\ Bthac \ \|[[ 1ms
\ )
2 \
100 \\
N\ 50 \
1 \
\\RthJA \\
N~ \
I~
10
(0] 40 80 120 160 °C 1 10 100 Vv
Tamb s Tcase — Vee —™
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Silizium-PNP-Epitaxial-Planar-Transistor
Anwendungen: Allgemein

Besondere Merkmale:
® Hohe Sperrspannung @ Verlustleistung 7 W

Abmessungen in mm

#51 #85 $9,2 40,5

Kollektor mit Gehaduse verbunden

Normgehause
5C3DIN 41873
JEDEC TO 39
Gewichtmax.1.5¢g

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Basis-Sperrspannung -Ucso 90 \%
Kollektor-Emitter-Sperrspannung ~Uceo 65 \
Rge <200 Q —Ucer 85 \Y
-Ugg=15V =Ucev 85 Vv
Emitter-Basis-Sperrspannung -Ugpo 7 \'
Kollektorstrom ~lc 1 A
Basisstrom -Ig 500 mA
Gesamtverlustleistung
Tamb = 25°C Ptot 1 w
Tease =< 25°C, Uce < 10V Ptot 7 W
Sperrschichttemperatur T 200 °C
Lagerungstemperaturbereich Tstg -65...+200 °C
Warmewiderstédnde Min. Typ. Max.
Sperrschicht-Umgebung Rinaa 165 KIW
Sperrschicht-Gehéuse Rinic 25 KIW

T1.2/631.0484 D1
375
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KenngréBen Min.

Tamb = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom

~Ucg =60V =lceo

~Ucg = 60V, Tymp = 150°C ~lcgo

~Uceg=30V lceo
Emitterreststrom

~Ueg=5V =leso
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung

—lc =100 pA -Uricso 90
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

—Ic = 100 mA —U(BR)CEO R 65

—Ic = 100 mA, Rgg = 200 Q _U(BR)CER*) 1) 85

~Ugrycev” " 85

Emitter-Basis-Durchbruchspannung

—lg =100 pA -U@r)EBO 7
Kollektor-Sattigungsspannung

-Ic =150 mA, —Ilg = 15 mA Ucesat )"
Basis-Emitter-Spannung

~Uge =10V, =Ic = 150 mA —Ugg" "
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis

~Uce=10V,-lc= 0.1 mA hee 20

_UCE =10V, =lc =150 mA hFE 40

=Uce =10V, -Ic = 500 mA hee 20

Transitfrequenz
—Uce =10V, =Ic =50 mA, f= 20 MHz fr 60

Kollektor-Basis-Kapazitét
-UCB"—' 10 V,f= 1 MHz CCBO

Schaltzeiten
—lc =150 mA, —lgy = Igz = 15 mA, Tamp = 25 °C, siehe MeBschaltung

Einschaltzeit ton
Ausschaltzeit toss
Rg =50 Q +2,75 V -6,5V Oszilloskop:

t =t;<15ns 40 Q Az50Q

tp 1kQ t, <15 ns
— =00t

tp = 0,2ms O—U
-75V

75585

1uF 1uF

100 Q 50 Q

MeBschaltung fur: to,, toff

t
) AQL=0.65%, " AQL = 2.5%, ‘>—7'.’ =0.01,t,=03ms
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Typ.

Max.

20
20
50

20

650

1.1

140

30

110
700

nA
A
nA

nA

<< <

mV

MHz

pF

ns
ns
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Auskiinfte iiber unser Produktionsprogramm erteilen
TELEFUNKEN electronic GmbH

TheresienstraBe 2
Postfach 1109
D-7100 Heilbronn

Telefon (07131) 882-1 - Telex 728746 ttk g

Regionalbiiros

Berlin

TELEFUNKEN electronic GmbH
Hohenzollerndamm 152

1000 Berlin 33

Tel.: (030) 828-1

Telex: 183697

Hamburg

TELEFUNKEN electronic GmbH
Stadthausbriicke 9

2000 Hamburg 36

Tel.: (040) 3498-1

Telex: 211609

Hannover

TELEFUNKEN electronic GmbH
Max-Miiller-StraBe 50-56

3000 Hannover 1

Tel.: (0511) 6304-0

Fax: (0511) 6304-213

Telex: 17-5118310

Teletex: 5118310

Diisseldorf

TELEFUNKEN electronic GmbH
WiesenstraBe 21

4000 Diisseldorf 11 (Heerdt)
Tel.: (0211) 5080-0

Telex: 8582831

Frankfurt

TELEFUNKEN electronic GmbH
Mainzer LandstraBe 351-367
6000 Frankfurt 1

Tel.: (069) 7507-1

Telex: 414477

Stuttgart

TELEFUNKEN electronic GmbH
DornierstraBe 7

7030 Boblingen

Tel.: (07031) 6668-1

Telex: 7265565

Miinchen

TELEFUNKEN electronic GmbH
ArnulfstraBe 205

8000 Miinchen 19

Tel.: (089) 1305-0

Telex: 523168

Nirnberg

TELEFUNKEN electronic GmbH
Obere KanalstraBe 24

8500 Nirnberg 80

Tel.: (0911) 2771

Telex: 622551

Distributoren und
Fachhéndler

DIETRICH SCHURICHT
Postfach 101729
Richtweg 30

2800 Bremen 1

Tel.: (0421) 36540
Telex: 244365

RETRON GmbH
Postfach 171
3400 Gottingen
Tel.: (0551) 904-0
Telex: 96733

elecdis

Ruggaber GmbH
HertichstraBe 41

7250 Leonberg-Eltingen
Tel.: (07152) 602-0
Telex: 724192

MBS

Vertrieb von elektronischen
Bauelementen GmbH
Postfach 1111

BenzstraBe 1

8011 Kirchheim b. Miinchen
Tel.: (089) 9038551

Telex: 5215555

Fachhandler fiir
optoelektronische Bauelemente
REINHOLD

Optoelektronische Bauelemente
Lindenau 7

4174 Issum 1

Tel.: (02835) 2038

Telex: 812272

379



Export

Algerien

Bureau Administratif
AEG-TELEFUNKEN Algier

7 Ch. Beauregard - Colonne
Algier

Tel.: 605673, 607024
Telex: 52312 dz

Argentinien
AEG-TELEFUNKEN
Argentina, S.AlLy.C
Bernardo de Irigoyen 308
Casilla de Correo 4302, 7°P.
Buenos Aires 1379

Tel.: 374445...49, 379040
Telex: 21112

Australischer Bund

Fastron Pty Ltd.
Dipl.-Ing. Wolf Ruckert
2/2 Trent Street
Moorabbin East
Victoria, Australia, 3189
Tel.: 5559010

Telex: AA 37196 FAST

Belgien

Société Anonyme belge
AEG-TELEFUNKEN

Rue De Stalle 65

B-1180 Bruxelles

Tel.: 02/3700611

Telex: 21359

Brasilien

TELESILICON ELECTRONICA
LTDA.

Av. Cidade Jardim, 68 cj-1
01454 Sao Paulo

Tel.: (11) 8833784

Telex: 1122779

CSSR

MEDIA

Panenska 30

CS-80100 Bratislava

Tel.: 545346...49, 549754
Telex: 121925 mdia

380

Danemark

AEG-TELEFUNKEN Dansk
Electricitets Aktieselskab
Roskieldevej 8-10
DK-2620 Albertslund
(Kebenhavn)

Tel.: 02/64 8522

Telex: 33122

Finnland
Sahkoliikkeiden OY
P.O.B. 88, Sahkdmetsa
SF-01301 Vantaa 30
Tel.: 90/8381

Telex: 124431

Frankreich

AEG-TELEFUNKEN

France S.A.

6, Blvd. du Général Leclerc
F-92115 Clichy

Tel.: (1) 7393310

Telex: 620827

GroBbritannien
AEG-TELEFUNKEN (UK) Ltd.
217 Bath Road

Slough

Berkshire SL14 AW

Tel.: 0753/87 2101

Telex: 847 541

Hongkong

AUDIO MECHANICAL CORP.LTD

1411-2 World Finance Centre
North Tower Harbour City
19, Canton Rd., Tsimshatsui
Kowloon, Hong Kong
Tel.: 3-7224192-4

3-688424

54524

Indien

NGEF Ltd.

BANK OF BARODA BLDG.
(Fifth Fioor) P.O. Box 633
16, Sansad Marg

New Delhi-110001

Tel.: 310995

Telex: 2577

Iran

Sherkate Sahami Khass
AEG-TELEFUNKEN IRAN
Ave. Karim-Khan Zand
AEG-Building

Teheran

Tel.: 827143-47/830341-45
Telex: 212679

Israel

ELOTAS

Electro-Vista Industries Ltd.
P.O.Box 7039

10, Shefa Tal Street
Montefiore Quarter

Tel Aviv 61070

Tel.: 269930

Telex: 32387 IL

Italien

AEG-TELEFUNKEN
Societa ltaliana per Azioni
Viale Brianza, 20

Casella Postale 47

1-20092 Cinisello Balsamo/
Milano

Tel.: 02/61798-1

Telex: 333117

Japan

TELEFUNKEN electronic
Liaison Office c/o MOSTEK
Japan

Kako Sakuragaoka Bldg. 8F
3-24, Sakuragaoka-machi
Shibuya-ku

Tokyo 150

Tel.: (0081) (3) 496-4052
Telex: j23686

Jugoslawien

INTEREXPORT
Abteilung 4/15-3-32-V
P.P.789

YU-11001 Beograd
Tel.: 620055/629322
Telex: 11240

Rep. of Korea

Vine Overseas Trading Corp.
C.P.O. Box 3154

Seoul

Tel.: 2616663, 253892
Telex: 24154



Export

Kanada

AEG-TELEFUNKEN
Corporation

P.O.B. 3800

Route 22 - Orr drive
Somerville,

New Jersey 08876
Tel.: (201) 722-9800
Telex: 178027

Malaysia

DYNAMAR INTERNATIONAL
Suite 05-11

12, Lorong Bakar Batu
Kolam Ayer Industrial

Estate

Singapore 1334

Mexiko

AEG MEXICANA, S.A. de C.V.
Prol. Calle 16 No. 53
San Pedro de los Pinos
01180-Mexiko, D.F.
Tel.: 91 (5) 277-88-33

91 (5) 515-66-66
Telex: 017-77284

Neuseeland

AWA New Zealand Ltd.
P.O.B. 830

Wineera Drive
Porirura, Wellington
Tel.: 75069

Telex: 31001

Niederlande

AEG-TELEFUNKEN
Nederland N.V.

Aletta Jacobslaan 7
NL-1066 BP Amsterdam
Tel.: 020/5105911
Telex: 11234

Norwegen

Rifa A/S

P.O.B. 40 Rislgka
N-0516 Oslo 5

Tel.: (02) 650190
Telefax: (02) 64 4138
Telex: 76611 rfnos n

Osterreich

TELEFUNKEN electronic
Ges.m.b.H.

Vertrieb Osterreich
Herziggasse 9

A-1232 Wien

Tel.: (0222) 864314-17
Telex: 112153

Polen

THM EXIMPOL S.A.
ul. Stawki 2/Etage 28
P.O.B. 810

PL-00-950 Warszawa
Tel.: 3986 54, 399089
Telex: 814640

Portugal

AEG-TELEFUNKEN
Portuguesa S.AR.L.
Rua Joao Saraiva, 4-6
P-1799 Lisboa CODEX
Tel.: 019/891171, 897121
Telex: 12173

AEG-TELEFUNKEN
Verbindungsbiiro Bukarest
Str. Sevastopol

Nr. 13-17, Ap.: 405

R-78118 Bukarest

Tel.: 592022, 507061
Telex: 10477

Schweden

RIFA AB

S$-16381 Stockholm
Tel.: 08/7522500
Telex: 13690

Telefax: 4687526034

Schweiz

M. Moor AG

Bahnstrasse 58

CH-8105 Regensdorf/Ziirich
Tel.: 01/84066 44

Telex: 52042

Telefax: 018400619

Spanien

AEG Ibérica de
Electricidad, S.A.
Principe de Vergara, 112
E-Madrid-2

Apartado 235

Tel.: 01/2627600

Telex: 48789

Sudafrika

International Components
(Pty) Ltd.

P.O.Box 1471

2125 Randburg

Tel.: 789/1214/5

Telex: 4-24159 S.A.

Taiwan

Chung Teh Co., Ltd.
P.O. Box 258

65-67, Chung Hsioa Rd., West,

Sec. |

Taipei

Tel.: 3715241, 3711231-5
Ext. 270

Telex: 11316, 22659

Tirkei

Server Ataman
Istiklal Caddesi 378/4
P.K. Beyoglu 366
Istanbul-Beyoglu

Tel.: 1-1442168
Telex: 24102

Venezuela

AEG-TELEFUNKEN
VENEZOLANA, S.A.
Torre Clement, 7° Piso
Av. Venezuela

El Rosal - Aptdo. 68912
Caracas 1062 - A

Tel.: 32.09.95, 32.15.47
Telex: 25.342

Vereinigte Staaten v. Amerika

AEG-TELEFUNKEN
Corporation

P.O.B. 3800

Route 22 - Orr drive
Somerville,

New Jersey 08876
Tel.: (201) 722-9800
Telex: 178027
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TELEFUNKEN electronic
TheresienstraBe 2
Postfach 1109

D-7100 Heilbronn
Telefon (07131) 8821
Telex 728746 tfk d
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